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DESCRIPCION
Dispositivo con dos imanes permanentes giratorios para su aplicacion a la cabeza de un sujeto
Antecedentes de la invencion

Los trastornos mentales generan serios problemas para las personas afectadas, sus familias y la sociedad. En la
actualidad, los psiquiatras y neurofisidlogos tratan estos trastornos con una diversidad de medicamentos, muchos de los
cuales tienen considerables efectos secundarios negativos.

La estimulacién magnética transcraneal repetitiva (repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS) usa un electroiman
colocado sobre el cuero cabelludo para generar una serie de impulsos de campo magnético con una intensidad
aproximadamente similar a la de una exploracion MRI (obtencién de imagenes por resonancia magnética). Algunos
estudios han demostrado que la rTMS puede reducir los sintomas negativos de la esquizofrenia y de la depresion bajo
ciertas circunstancias. Para generar impulsos de campo magnético de baja frecuencia usando un electroiman, tal como
en rTMS, se requiere una corriente elevada. Con el tiempo, esta corriente elevada resulta en un calor considerable que
debe ser activamente. El documento DE 34 17 773 A1 describe un sistema con al menos dos imanes permanentes
configurados para girar alrededor de ejes paralelos respectivos y posicionados sobre un asiento o una cama.

Sumario de la invencion

Se describen procedimientos y sistemas para una terapia econdmica y facil de usar para una serie de trastornos
mentales. Se describen procedimientos y dispositivos para tratar trastornos mentales que no implican medicamentos. Los
procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria ajustan suavemente el cerebro y afectan al estado de
animo, al enfoque y a la cognicién de los sujetos.

En un aspecto estan los procedimientos de tratamiento de un sujeto, que comprenden: (a) ajustar la salida de un campo
magnético para influir sobre una frecuencia intrinseca de una banda de EEG (electroencefalografica) especificada del
sujeto hacia una frecuencia intrinseca pre-seleccionada u objetivo de la banda de EEG especificada; y (b) aplicar dicho
campo magnético cerca de una cabeza del sujeto.

En otro aspecto estan los procedimientos para alterar una frecuencia intrinseca de un cerebro de un sujeto dentro de una
banda de EEG especificada, que comprenden: (a) determinar la frecuencia intrinseca del sujeto dentro de la banda de
EEG especificada; (b) comparar la frecuencia intrinseca de la etapa (a) con una frecuencia intrinseca promedio de una
base de datos de poblacién saludable; (c) si la frecuencia intrinseca de la etapa (a) es mayor que la frecuencia intrinseca
promedio de la base de datos de poblacién saludable, desplazar hacia abajo la frecuencia intrinseca del sujeto mediante
la aplicacion de un campo magnético especifico cerca de una cabeza del sujeto, en el que dicho campo magnético
especifico tiene una frecuencia menor que la frecuencia intrinseca del sujeto; y (d) si la frecuencia intrinseca de la etapa
(a) es menor que la frecuencia intrinseca promedio de la base de datos de poblacion saludable, desplazar hacia arriba la
frecuencia intrinseca del sujeto mediante la aplicacion de un campo magnético especifico cerca de una cabeza del sujeto,
en el que dicho campo magnético especifico tiene una frecuencia mayor que la frecuencia intrinseca del sujeto.

En otro aspecto estan los procedimientos para tratar un sujeto, que comprenden: (a) ajustar la salida de un campo
magnético para influir sobre un factor Q, una medida de la selectividad de frecuencia de una banda de EEG especificada,
del sujeto hacia un factor Q pre-seleccionado u objetivo de la banda; y (b) aplicar dicho campo magnético cerca de una
cabeza del sujeto.

En otro aspecto estan los procedimientos para tratar un sujeto, que comprenden: determinar el factor Q de la frecuencia
intrinseca dentro de la banda de EEG especificada del sujeto; comparar el factor Q de la frecuencia intrinseca de la etapa
(a) con un factor Q promedio de la frecuencia intrinseca de una base de datos de poblacion saludable; si el factor Q de la
frecuencia intrinseca de la etapa (a) es mayor que el factor Q promedio de la frecuencia intrinseca de la base de datos de
poblacién saludable, ajustar hacia abajo el factor Q de la frecuencia intrinseca del sujeto mediante la aplicacién de un
campo magnético con una pluralidad de frecuencias o con una Unica frecuencia pre-seleccionada cerca de una cabeza del
sujeto; y si el factor Q de la frecuencia intrinseca de la etapa (a) es menor que el factor Q promedio de la frecuencia
intrinseca de la base de datos de poblacion saludable, ajustar hacia arriba el factor Q de la frecuencia intrinseca del sujeto
mediante la aplicacién de un campo magnético con una frecuencia pre-seleccionada a una cabeza del sujeto.

En otro aspecto estan los procedimientos para tratar un sujeto, que comprenden: (a) ajustar la salida de un campo
magnético para influir sobre una coherencia de las frecuencias intrinsecas entre multiples sitios en un cerebro del sujeto
dentro de una banda de EEG especificada hacia un valor de coherencia pre-seleccionado u objetivo; y (b) aplicar dicho
campo magnético cerca de una cabeza del sujeto

En otro aspecto estan los procedimientos que ajustan la salida de un campo magnético para influir sobre una coherencia
de las frecuencias intrinsecas entre multiples sitios en un cerebro del sujeto dentro de una banda de EEG especificada
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hacia un valor de coherencia pre-seleccionado u objetivo que comprenden: determinar el valor de coherencia de las
frecuencias intrinsecas entre multiples ubicaciones a lo largo del cuero cabelludo del sujeto; comparar el valor de
coherencia de la etapa (a) con un valor de coherencia promedio de una base de datos de poblacion saludable; si el valor
de coherencia de la etapa (a) es mayor que el valor de coherencia promedio de la base de datos de poblacion saludable,
disminuir el valor de coherencia del sujeto mediante la aplicacion de al menos dos campos magnéticos asincronos cerca
de una cabeza del sujeto; si el valor de coherencia de la etapa (a) es menor que el valor de coherencia promedio de la
base de datos de poblacién saludable, aumentar el valor de coherencia del sujeto mediante la aplicacion de al menos un
campo magnético sincronizado cerca de una cabeza del sujeto.

En otro aspecto estan los procedimientos de uso de un dispositivo de estimulaciéon magnética transcraneal (Transcranial
Magnetic Stimulation, TMS) para influir sobre una frecuencia intrinseca de un sujeto dentro de una banda de EEG
especificada, que comprenden: (a) ajustar la salida de dicho dispositivo TMS; (b) cambiar la frecuencia de EEG, el factor
Q o la coherencia mediante disparos repetitivos de un campo magnético usando dicho dispositivo TMS; y (c) aplicar dicho
campo magnético cerca de una cabeza del sujeto;

En otro aspecto estan los procedimientos para tratar la ansiedad en un sujeto, que comprenden ajustar hacia arriba el
factor Q de una frecuencia intrinseca del sujeto mediante la aplicacion de un campo magnético cerca de una cabeza del
sujeto, en el que el campo magnético comprende al menos una de entre (a) una Unica frecuencia pre-seleccionada; (b)
una pluralidad de frecuencias dentro de una banda de EEG especificada; y (c) una frecuencia intrinseca de un cerebro del
sujeto dentro de una banda de EEG especificada. En algunos casos, puede usarse cualquiera de los dispositivos descritos
en la presente memoria para tratar la ansiedad.

En otro aspecto estan los procedimientos para tratar la depresion en un sujeto, que comprenden ajustar hacia abajo el
factor Q de una frecuencia intrinseca del sujeto mediante la aplicacion de un campo magnético cerca de una cabeza del
sujeto, en el que el campo magnético comprende al menos una de entre (a) una Unica frecuencia; (b) una pluralidad de
frecuencias dentro de una banda de EEG especificada; y (c) una frecuencia intrinseca de un cerebro del sujeto dentro de
una banda de EEG especificada. En algunos casos, puede usarse cualquiera de los dispositivos descritos en la presente
memoria para tratar la depresion.

En otro aspecto estan los procedimientos para tratar un sujeto, que comprenden: (a) ajustar la salida de un campo
magnético para influir sobre una fase de EEG entre dos sitios en el cerebro de un sujeto de una frecuencia de EEG
especificada hacia una fase de EEG pre-seleccionada de la frecuencia de EEG especificada; y (b) aplicar dicho campo
magnético cerca de una cabeza del sujeto.

En algunos casos, la fase de EEG pre-seleccionada es menor que la fase de EEG entre los dos sitios en el cerebro del
sujeto. En algunos casos, la fase de EEG pre-seleccionada es cualquier fase de EEG menor que la fase de EEG entre los
dos sitios en el cerebro del sujeto. En algunos casos, la fase de EEG pre-seleccionada es mayor que la fase de EEG entre
los dos sitios en el cerebro del sujeto. En algunos casos, la fase de EEG pre-seleccionada es cualquier fase de EEG
mayor que la fase de EEG entre los dos sitios en el cerebro del sujeto. En algunos casos, la fase de EEG pre-
seleccionada es una fase de EEG de una poblacion de personas. La poblacién de personas puede ser un conjunto de
personas que tienen un rasgo, una caracteristica, una habilidad o una caracteristica particular. La poblacion puede ser
una poblacién de personas saludables. La poblacién de personas puede ser un conjunto de personas que no tienen un
trastorno particular, tal como ansiedad, depresion u otros trastornos indicados en la presente memoria. En algunos casos,
los procedimientos comprenden la medicion de datos de EEG de dos sitios en el cerebro del sujeto, y calcular la fase de
EEG entre los dos sitios en el cerebro de un sujeto. La frecuencia de EEG especificada puede ser una frecuencia
intrinseca, tal como se describe en la presente memoria. La frecuencia de EEG especificada puede ser una frecuencia
pre-seleccionada, tal como se describe en la presente memoria. La frecuencia pre-seleccionada puede ser una frecuencia
intrinseca promedio de una base de datos de poblacién saludable dentro de una banda de EEG especificada.

En otro aspecto estan los procedimientos para influir sobre una fase de EEG de una frecuencia de EEG especificada entre
multiples ubicaciones de un cerebro de un sujeto, que comprende: (a) determinar la fase de EEG entre al menos dos
ubicaciones medidas en la cabeza del sujeto; (b) comparar la fase de EEG de la etapa (a) con una fase de EEG promedio
de una poblacion saludable; y (c) aplicar un campo magnético cerca de una cabeza del sujeto en el que la aplicacion del
campo magnético influye sobre la fase de EEG determinada hacia la fase de EEG promedio de una poblacion saludable.

En otro aspecto estan los procedimientos para el uso de un dispositivo de estimulacion magnética transcraneal (TMS)
para influir sobre una fase de EEG de un sujeto de una frecuencia de EEG especificada, que comprenden: (a) ajustar la
salida de dicho dispositivo de TMS; (b) cambiar la fase de EEG mediante disparos repetitivos de al menos un campo
magnético usando dicho dispositivo TMS; y (c) aplicar dicho campo magnético cerca de una cabeza del sujeto.

En algunos casos, el campo magnético es el resultado de una primera fuente magnética y una segunda fuente magnética.
En algunos casos, la primera fuente magnética y la segunda fuente magnética estan desfasadas, una con relacion a la
otra. En algunos casos, la cantidad de desfase entre la primera fuente magnética y la segunda fuente magnética se
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denomina fase magnética.

En algunos casos, los procedimientos descritos implican que los procedimientos no sean usados para tratar la
esquizofrenia.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la etapa de aplicar el campo magnético es durante un
tiempo de tratamiento acumulativo pre-determinado. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la
frecuencia intrinseca pre-seleccionada u objetivo con la banda de EEG especificada es de aproximadamente 0,5 Hz a
aproximadamente 100 Hz. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la frecuencia intrinseca pre-
seleccionada u objetivo con la banda de EEG especificada es de aproximadamente 1 Hz a aproximadamente 100 Hz. En
algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la frecuencia intrinseca pre-seleccionada u objetivo con la
banda de EEG especificada no es mayor que aproximadamente 50 Hz. En algunos casos de al menos un aspecto
descrito anteriormente, la frecuencia intrinseca pre-seleccionada u objetivo con la banda de EEG especificada no es
mayor que aproximadamente 30 Hz. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la frecuencia
intrinseca pre-seleccionada u objetivo con la banda de EEG especificada no es mayor que aproximadamente 20 Hz. En
algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la frecuencia intrinseca pre-seleccionada u objetivo con la
banda de EEG especificada no es mayor que aproximadamente 10 Hz. En algunos casos de al menos un aspecto
descrito anteriormente, la frecuencia intrinseca pre-seleccionada u objetivo con la banda de EEG especificada es mayor
que aproximadamente 3 Hz. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la frecuencia intrinseca
pre-seleccionada u objetivo con la banda de EEG especificada es mayor que aproximadamente 1 Hz. En algunos casos,
de al menos un aspecto descrito anteriormente, la frecuencia intrinseca pre-seleccionada u objetivo con la banda de EEG
especificada es de hasta aproximadamente 25 Hz. Tal como se usa en la presente memoria, el término
"aproximadamente", cuando se refiere a una frecuencia, puede significar variaciones de 0,1 Hz a 0,2 Hz, de 0,1 Hz a 0,5
Hz, de 0,5 Hza 1 Hz o de 1 Hz a 5 Hz. En algunos casos, la aplicacion del campo magnético es a la corteza motora del
sujeto.

En algunos casos, la frecuencia intrinseca pre-seleccionada y/u objetivo se elige de entre una pluralidad de frecuencias
intrinsecas en la banda de EEG especificada. En algunos casos, la frecuencia intrinseca pre-seleccionada y/u objetivo se
elige de entre una pluralidad de frecuencias intrinsecas a través de una pluralidad de bandas de EEG. En algunos casos,
la banda de EEG especificada es la banda alfa. En algunos casos, la banda de EEG especificada es la banda beta.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, los procedimientos comprenden ademas la etapa de
medir datos de EEG del sujeto antes de la etapa de aplicacion. En algunos casos de al menos un aspecto descrito
anteriormente, dicha frecuencia mas alta no es mayor que aproximadamente 50 Hz. En algunos casos de al menos un
aspecto descrito anteriormente, dicha frecuencia mas alta no es mayor que aproximadamente 30 Hz.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, las frecuencias variables (por ejemplo, frecuencias de
salto) son frecuencias medias mdviles basadas en una frecuencia predeterminada alrededor de una frecuencia intrinseca
dentro de un intervalo de frecuencias pre-determinado. En algunos casos, las frecuencias variables son seleccionadas
aleatoriamente dentro de un intervalo de frecuencias pre-determinado. En algunos casos de al menos un aspecto descrito
anteriormente, las frecuencias variables son frecuencias medias moviles dentro de una banda de EEG especificada de
una base de datos de poblacién saludable. Esas frecuencias medias méviles pueden cambiar de una frecuencia inicial a
una frecuencia objetivo dentro de una cantidad especifica de tiempo. En algunos casos de al menos un aspecto descrito
anteriormente, las frecuencias variables son frecuencias que saltan dentro de un intervalo de frecuencias pre-determinado.
En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, las frecuencias variables son frecuencias que saltan
alrededor de una frecuencia intrinseca dentro de una banda de EEG especificada de una base de datos de poblacion
saludable. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la frecuencia pre-seleccionada u objetivo es
una frecuencia intrinseca promedio de una base de datos de poblacion saludable dentro de una banda de EEG
especificada. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la frecuencia pre-seleccionada u objetivo
es una frecuencia intrinseca de un cerebro del sujeto dentro de una banda de EEG especificada.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, los procedimientos comprenden ademas la etapa de
medir datos de EEG del sujeto después de la etapa de aplicacion. En algunos casos, los procedimientos comprenden
ademas las etapas de:

ajustar la frecuencia de dicho campo magnético en base a los datos de EEG del sujeto; y
repetir la etapa de aplicacién con una frecuencia ajustada.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la aplicacion del campo magnético es continua, en el
sentido de que no consiste en impulsos discretos separados por secciones significativas en las que no se aplica ningun
campo magnético. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el campo magnético es aplicado de
manera continua. Un campo magnético que es aplicado de manera continua puede alternar entre un campo positivo y un
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campo negativo y puede incluir uno o mas campos neutros, o puede alternar entre un campo positivo y un campo neutro,
0 puede alternar entre un campo negativo y un campo neutro, o alguna otra combinacion de campos magnéticos. Es
continuo en el sentido de que tiene un patrén (forma de onda) repetitivo de campos cargados (positivo, negativo o una
combinacioén de los mismos) y campos no cargados. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la
aplicacion del campo magnético aplica el campo magnético a un area difusa en el cerebro del sujeto.

En un dispositivo segun la invencion, el campo magnético es generado mediante el movimiento de al menos dos imanes
permanentes, de manera que dicho movimiento comprende la rotacién de al menos uno de dichos imanes permanentes.
En algunos casos, dicho movimiento comprende un movimiento lineal de al menos uno de dichos imanes permanentes.
En algunos casos, dicho movimiento comprende un movimiento curviineo de al menos uno de dichos imanes
permanentes. En algunos casos, dicho movimiento comprende al menos uno de entre un movimiento de rotacion, un
movimiento lineal y un movimiento de oscilacién. En algunas realizaciones, la intensidad del al menos un iman
permanente es de aproximadamente 1 mT a aproximadamente 4 T. En algunos casos, la distancia entre el al menos un
iman permanente y el sujeto es de aproximadamente 0 cm (0 pulgadas) a aproximadamente 30,48 cm (12 pulgadas), de
aproximadamente 0,80 mm (1/32 pulgadas) a aproximadamente 30,48 cm (12 pulgadas), de aproximadamente 1,6 mm
(116 pulgadas) a aproximadamente 12,7 cm (5 pulgadas) o de aproximadamente 2,54 cm (1 pulgada) a
aproximadamente 12,7 cm (5 pulgadas). Tal como se usa en la presente memoria, el término "aproximadamente”,
cuando se refiere a la distancia entre el al menos un iman permanente y el sujeto, puede significar variaciones de 0,40
mm (1/64 pulgadas), 0,80 mm (1/32 pulgadas), 1,6 mm (1/16 pulgadas), 3,2 mm (1/8 pulgadas), 6,35 mm (1/4
pulgadas), 8,5 mm (1/3 pulgadas), 1,27 cm (1/2 pulgadas) o 2,54 cm (1 pulgada).

En algunos casos en los que la etapa de aplicar el campo magnético es durante un tiempo de tratamiento acumulativo
pre-determinado, dicho tiempo de tratamiento acumulativo pre-determinado es de al menos 5 minutos. En algunos casos
en los que la etapa de aplicar el campo magnético es durante un tiempo de tratamiento acumulativo pre-determinado,
dicho tiempo de tratamiento acumulativo pre-determinado es de aproximadamente 5 minutos a aproximadamente dos
horas.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, los procedimientos comprenden ademas repetir la
etapa de aplicacion después de un intervalo de tratamiento. En algunos casos, el intervalo de tratamiento es de
aproximadamente 6 horas a aproximadamente 14 dias.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el procedimiento mejora una indicacion seleccionada
de entre el grupo que consiste en reemplazo de meditacion, siesta rapida, liberacién de estrés, capacidad de
concentracion, comprension, memoria, presion arterial baja, aumento de la libido, rendimiento deportivo, rendimiento
académico y cualquier combinacion de los mismos. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el
procedimiento mejora un trastorno mental seleccionado de entre el grupo que consiste en depresion, trastorno bipolar,
ansiedad, obsesivo-compulsivo, convulsiones, enfermedad de Parkinson, ADHD, autismo, abuso de sustancias, lesion en
la cabeza, enfermedad de Alzheimer, trastorno de la alimentacion, trastorno del suefio, acufenos y cualquier combinacién
de los mismos. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el procedimiento mejora los sintomas
de la fibromialgia. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el procedimiento detiene el inicio de
una convulsion. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el procedimiento previene el inicio de
una convulsion. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el procedimiento mejora una
caracteristica seleccionada de entre el grupo que consiste en respuesta visual periférica, capacidad de concentracion,
tiempo de reaccion inmediata (Immediate Reaction Time, IRT), tempo de movimiento (Movement Time, MT), tiempo de
reaccion de percepcion simple (Simple Perceptual Reaction Time, SPR), tiempo de reaccion perceptual de conflicto
(Conflict Perceptual Reaction Time, CPR), y cualquier combinacion de los mismos. En algunos casos de al menos un
aspecto descrito anteriormente, el procedimiento proporciona una mejora segun se mide usando una escala de evaluacion
seleccionada de entre el grupo que consiste en HAMA, HAMD, PANSS, MADRS, BARS, SAS y cualquier combinacién de
las mismas. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el procedimiento proporciona una mejora
segun se mide usando la escala de evaluacion de Parkinson unificada. En algunos casos de al menos un aspecto descrito
anteriormente, el procedimiento proporciona una mejora segun se mide usando una escala de evaluacion de Parkinson
unificada modificada. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el procedimiento usa un
dispositivo de terapia resonante iman permanente EEG (Permanent Magneto-EEG Resonant Therapy, pMERT) (de
manera alternativa, denominado dispositivo de terapia de sincronizaciéon Neuro-EEG (Neuro-EEG Synchronization
Therapy (NEST)). En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el procedimiento usa un dispositivo
segun se describe en la presente memoria. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el
procedimiento no usa un dispositivo de estimulaciéon magnética transcraneal (TMS).

En otro aspecto estan los dispositivos que comprenden,
(a) al menos un iman permanente; y

(b) una subunidad acoplada al iman;
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en los que la subunidad permite el movimiento de al menos uno de dichos imanes a una frecuencia entre
aproximadamente 0,5 Hz y aproximadamente 100 Hz.

En otro aspecto estan los dispositivos que comprenden,
(a) al menos un iman permanente; y
(b) una subunidad acoplada al iman;

en los que la subunidad permite el movimiento de al menos uno de dichos imanes a una frecuencia entre
aproximadamente 2 Hz y aproximadamente 20 Hz.

En otro aspecto estan los dispositivos que comprenden unos medios para aplicar un campo magnético a una cabeza de
un sujeto; de manera que los medios para aplicar el campo magnético son capaces de influir sobre una frecuencia
intrinseca de un cerebro del sujeto dentro de una banda de EEG especificada.

En otro aspecto estan los dispositivos que comprenden unos medios para aplicar un campo magnético a una cabeza de
un sujeto; de manera que los medios para aplicar el campo magnético son capaces de influir sobre un factor Q de una
frecuencia intrinseca de un cerebro del sujeto dentro de una banda de EEG especificada.

En otro aspecto estan los dispositivos que comprenden unos medios para aplicar un campo magnético a una cabeza de
un sujeto; de manera que los medios para aplicar el campo magnético son capaces de influir sobre una coherencia de las
frecuencias intrinsecas entre multiples sitios en un cerebro del sujeto dentro de una banda de EEG especificada.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la subunidad comprende un mecanismo giratorio. En
algunos casos, dicho mecanismo giratorio comprende:

(a) un motor;
(b) una fuente de alimentacion capaz de energizar el motor; y
(c) un elemento giratorio acoplado al motor y acoplado al iman.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, dicho dispositivo comprende al menos un iman
permanente. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la intensidad de campo del al menos un
iman permanente es de aproximadamente 1 mT a aproximadamente 4 T. En algunos casos de al menos un aspecto
descrito anteriormente, el campo magnético es un campo magnético alterno.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el campo magnético es generado por el movimiento de
al menos un iman permanente. En algunos casos, el movimiento de al menos dicho un iman es a una frecuencia entre
aproximadamente 0,5 Hz y aproximadamente 100 Hz. En algunos casos, el movimiento del al menos dicho un iman es a
una frecuencia entre aproximadamente 2 Hz y aproximadamente 20 Hz.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, dicho movimiento comprende la rotacion de al menos
dicho un iman permanente. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, dicho movimiento
comprende un movimiento lineal de al menos dicho un iman permanente. En algunos casos de al menos un aspecto
descrito anteriormente, dicho movimiento comprende un movimiento de oscilacion de al menos dicho un iman
permanente. En algunos casos, dicho movimiento comprende al menos uno de entre un movimiento de rotacion, un
movimiento lineal y un movimiento de oscilacion.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, dicho movimiento genera un campo magnético alterno.
En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el campo magnético es aplicado de manera continua.
En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el campo magnético cubre un area difusa en el cerebro
de un sujeto. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el dispositivo es un dispositivo de terapia
resonante iman permanente EEG (pMERT). En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el
dispositivo es un dispositivo de terapia de sincronizacion Neuro-EEG (NEST). Tal como se usan en la presente memoria,
las expresiones dispositivo de terapia de sincronizacion Neuro-EEG (NEST) y dispositivo de terapia resonante iman
permanente EEG (pMERT) pueden usarse indistintamente.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, los dispositivos comprenden ademas logica que
controla la frecuencia de manera que sea cualquier frecuencia entre aproximadamente 2 y aproximadamente 20 Hz en
incrementos de aproximadamente 0,1 Hz. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, los
dispositivos comprenden ademas logica que controla la frecuencia de manera que sea cualquier frecuencia entre
aproximadamente 2 y aproximadamente 50 Hz en incrementos de aproximadamente 0,1 Hz. En algunos casos de al
menos un aspecto descrito anteriormente, los dispositivos comprenden ademas légica que cambia automaticamente la
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frecuencia en respuesta a las lecturas de EEG de un sujeto antes y/o durante el tratamiento. En algunos casos de al
menos un aspecto descrito anteriormente, los dispositivos comprenden ademas légica que permite a un usuario
establecer la duracion de un tratamiento antes de dicho tratamiento. En algunos casos, el usuario puede ser, por ejemplo,
un paciente, un terapeuta, un psiquiatra, un psicologo, un neurélogo, un médico de familia, un médico general, otro
profesional médico o una persona que trata a un paciente. En algunos casos, el usuario no es un paciente.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, los dispositivos comprenden un generador de ruido
blanco.

En algunos casos, los dispositivos comprenden ademas un acoplamiento a al menos una de entre una linea de Internet y
una linea telefénica. En algunos casos, al menos una parte del acoplamiento a la linea de Internet o a la linea telefénica
es inalambrica. El dispositivo puede comprender ademas una tarjeta inteligente para almacenar y transferir informacion.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, los dispositivos comprenden ademas légica que calcula
informacion a partir de los datos de EEG recopilados desde el sujeto dentro de una banda de EEG especificada, en el que
dicha informacién comprende al menos uno de los elementos enumerados a continuacion:

(a) al menos una frecuencia intrinseca;

(b) un factor Q de la al menos una frecuencia intrinseca;
(c) un valor de coherencia de las frecuencias intrinsecas;
(d) una fase de EEG; y

(e) cualquier combinacion de los mismos.

En algunos casos, los dispositivos comprenden ademas légica que carga o sube dicha informacion a través de al menos
una de entre una linea de Internet y una linea telefénica a un servicio de analisis de datos de EEG capaz de almacenar
dicha informacién. En algunos casos, dicho servicio de andlisis de datos de EEG es capaz de asociar dicha informacion
con una identificaciéon asociada con el sujeto.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, los dispositivos comprenden ademas légica que carga
o sube los datos de EEG recopilados desde €l sujeto a un servicio de andlisis de datos de EEG, en el que el servicio de
anadlisis de datos de EEG es capaz de validar la informacion cargada desde el dispositivo, en el que dicha informacion
comprende al menos uno de entre los elementos enumerados a continuacion:

(a) al menos una frecuencia intrinseca;

(b) un factor Q de la al menos una frecuencia intrinseca;
(c) un valor de coherencia de las frecuencias intrinsecas;
(d) una fase de EEG; y

(e) cualquier combinacion de los mismos.

En algunos casos, dicha informacién comprende al menos dos de los elementos enumerados. En algunos casos de al
menos un aspecto descrito anteriormente, los dispositivos comprenden ademas légica que descarga o baja una cuota de
dosificacion de tratamiento. En algunos casos, la cuota de dosificacion de tratamiento es elegida por un usuario que trata
al sujeto en base a un diagndstico del sujeto. En algunos casos, la cuota de dosificacion de tratamiento es elegida por un
usuario al que se le cobra por solicitar una descarga de un tiempo de tratamiento acumulativo en base a un diagndstico
del sujeto. En algunos casos, se cobra al usuario por medio de un servicio de facturacion antes, durante o después de la
descarga de la cuota de dosificacion.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, los dispositivos comprenden ademas ldgica que carga
los datos de EEG de un sujeto a través de al menos una de entre una linea de Internet y una linea telefénica a un servicio
de analisis de datos de EEG. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, los dispositivos
comprenden ademas logica que registra informacion de uso para usar el dispositivo. En algunos casos, el dispositivo
comprende ademas logica que deja de suministrar el tratamiento después de agotarse una cuota de dosificacion de
tratamiento. En algunos casos, el servicio de facturacion es un proveedor del dispositivo. En algunos casos de al menos
un aspecto descrito anteriormente, los dispositivos comprenden ademas légica que permite a un usuario establecer una
cuenta de usuario.

Segun la invencion, el dispositivo comprende al menos dos imanes permanentes. En algunas realizaciones, el dispositivo
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comprende un casco a ser usado en la cabeza de un sujeto. En algunos casos de al menos un aspecto descrito
anteriormente, el dispositivo comprende una subunidad de comunicacién para acoplarse a una linea de Internet. En
algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el dispositivo comprende una subunidad de comunicacion
para acoplarse a una linea telefonica. En algunos casos, el dispositivo comprende una subunidad de memoria para
almacenar informacion durante un tratamiento.

En otro aspecto estan los procedimientos para comprar una cuota de dosificacion terapéutica a través de Internet, que
comprenden,

(a) recibir una solicitud desde un usuario para acceder a una cuenta de usuario a través de Internet para comprar la
cuota de dosificacién terapéutica;

(b) permitir al usuario seleccionar al menos una cuota de dosificacion terapéutica deseada; y

(c) permitir la descarga de una cuota de dosificacion terapéutica a un dispositivo que comprende unos medios para
aplicar un campo magnético a una cabeza de un sujeto.

En algunos casos, puede permitirse al usuario descargar la cuota de dosificacion terapéutica. En algunos casos, los
procedimientos comprenden ademas la etapa de establecer una cuenta de usuario en base a una solicitud desde un
usuario para comprar una cuota de dosificacion terapéutica.

En otro aspecto estan los procedimientos para cargar los datos de EEG asociados con un sujeto a través de Internet, que
comprenden,

(a) crear una base de datos para almacenar una cuenta de usuario asociada con un usuario;
(b) almacenar la cuenta de usuario en la base de datos,
(c) recibir una solicitud desde el usuario para acceder a la cuenta de usuario;

(d) permitir que dichos datos de EEG sean registrados en un dispositivo que comprende unos medios para aplicar un
campo magnético a una cabeza del sujeto;

(e) determinar, a partir de dichos datos de EEG, al menos uno de entre una frecuencia intrinseca dentro de una banda
de EEG especificada, un factor Q de la frecuencia intrinseca, una fase de EEG y un valor de coherencia de las
frecuencias intrinsecas; y

(f) permitir la carga de al menos uno de entre los datos de EEG, la frecuencia intrinseca dentro de una banda de EEG
especificada, el factor Q de la frecuencia intrinseca, la fase de EEG, el valor de coherencia de las frecuencias
intrinsecas y cualquier combinacion de los mismos.

En algunos casos, el permitir que el usuario realice la carga puede incluir permitir al usuario mover datos desde un
dispositivo, tal como se describe en la presente memoria, a una base de datos. El procedimiento puede comprender
recibir una solicitud desde el usuario para acceder a la cuenta de usuario a través de al menos una entre de una linea de
Internet o una linea telefénica para acceder a dicha base de datos. El procedimiento puede comprender permitir al usuario
cargar al menos uno de entre una frecuencia intrinseca dentro de una banda de EEG especificada, un factor Q de la
frecuencia intrinseca, una fase de EEG y un valor de coherencia de las frecuencias intrinsecas. Los datos pueden incluir al
menos uno de entre los datos de EEG, una frecuencia intrinseca dentro de una banda de EEG especificada, un factor Q
de la frecuencia intrinseca, un valor de coherencia de las frecuencias intrinsecas o cualquier combinacién de los mismos.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la cuenta de usuario comprende
(a) informacioén de usuario;
(b) informacién de acceso del usuario; y

(c) en base a cada sujeto y a cada cuota de dosificacion terapéutica administrada a cada sujeto, campos para
almacenar al menos uno de entre

(1) datos de EEG del sujeto,
(2) una frecuencia intrinseca dentro de una banda de EEG especificada del sujeto,
(3) un factor Q de la frecuencia intrinseca del sujeto

(4) una fase de EEG de una frecuencia EEG especificada del sujeto,
8
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(5) un valor de coherencia de las frecuencias intrinsecas del sujeto,
(6) informacion de tratamiento del sujeto, e
(7) informacion de uso del dispositivo para el sujeto.
En algunos casos, la informacién de usuario excluye informacién de identificacion (por ejemplo, nombres de usuario).

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, los procedimientos comprenden ademas la etapa de
cobrar a al menos uno de entre el usuario, el sujeto y una compafiia de seguros asociada con el sujeto una tarifa por el
uso del dispositivo en base a la cuota de dosificacion comprada en al menos uno de entre la cuenta de usuario y €l
dispositivo.

En otro aspecto estan los procedimientos para la administracion de tratamiento a sujetos, que comprenden,

(a) almacenar datos en un dispositivo de un sujeto individual durante el tratamiento usando el dispositivo, en el que el
dispositivo comprende unos medios para aplicar un campo magnético a una cabeza del sujeto;

(b) recuperar los datos de dicho sujeto individual desde dicho dispositivo; y

(c) actualizar una base de datos para el sujeto con los datos, a través de al menos una de entre una linea de Internet y
una linea telefénica.

En algunos casos, dichos datos de dicho sujeto individual comprenden al menos uno de los datos de EEG del sujeto, al
menos una frecuencia intrinseca dentro de una banda de EEG especificada del sujeto, un factor Q de la frecuencia
intrinseca del sujeto, un valor de coherencia de las frecuencias intrinsecas del sujeto, una fase de EEG de una frecuencia
EEG especificada del sujeto, informacién de tratamiento del sujeto e informacién de uso del dispositivo para el sujeto. En
algunos casos, las etapas de recuperacion y de actualizacion se producen después de la visita del sujeto a un psiquiatra,
un terapeuta, un proveedor de tratamiento y/u otro tipo de profesional médico. En algunos casos, las etapas de
recuperacion y de actualizacion se producen antes de la visita de un sujeto a un psiquiatra, un terapeuta, un proveedor de
tratamiento y/u otro tipo de profesional médico. En algunos casos, las etapas de recuperacion y de actualizaciéon se
producen después de la visita de un sujeto a un psiquiatra, un terapeuta, un proveedor de tratamiento y/u otro tipo de
profesional médico.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, los procedimientos o los dispositivos usan un
dispositivo de estimulacion magnética transcraneal (TMS).

En la presente memoria se proporciona un procedimiento que comprende ajustar una corriente de salida de una fuente de
corriente eléctrica alterna para influir sobre una frecuencia intrinseca de una banda de EEG de un sujeto hacia una
frecuencia objetivo de la banda de EEG; y aplicar dicha corriente de salida a través de una cabeza del sujeto.

En algunos casos, la etapa de ajustar la corriente de salida comprende ajustar la corriente de salida a una frecuencia que
es menor que la frecuencia intrinseca del sujeto.

En algunos casos, la etapa de ajustar la corriente de salida comprende ajustar la corriente de salida a una frecuencia que
es mayor que la frecuencia intrinseca del sujeto.

En algunos casos, la etapa de ajustar la corriente de salida comprende ajustar la corriente de salida a la frecuencia
objetivo.

En la presente memoria se proporciona un procedimiento que comprende determinar la frecuencia intrinseca de la banda
de EEG del sujeto; y comparar la frecuencia intrinseca con la frecuencia objetivo de la banda de EEG, en el que la
frecuencia objetivo es una frecuencia intrinseca promedio de la banda de EEG de una poblacién de personas saludables,
en el que si la frecuencia intrinseca es mayor que la frecuencia objetivo, la etapa de ajustar la corriente de salida
comprende establecer la corriente de salida a una frecuencia menor que la frecuencia intrinseca del sujeto, y si la
frecuencia intrinseca es menor que la frecuencia objetivo, la etapa de ajustar la corriente de salida comprende establecer
la corriente de salida a una frecuencia que es mayor que la frecuencia intrinseca del sujeto.

En la presente memoria se proporciona un procedimiento que comprende ajustar una corriente de salida de una fuente de
corriente eléctrica alterna para influir sobre un factor Q de una frecuencia intrinseca de una banda de EEG de un sujeto
hacia un factor Q objetivo; y aplicar dicha corriente de salida a través de una cabeza del sujeto.

En algunos casos, la etapa de ajustar la corriente de salida comprende variar una frecuencia de la corriente de salida.

En algunos casos, la etapa de ajustar la corriente de salida comprende establecer la corriente de salida a una frecuencia
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que es mayor que la frecuencia intrinseca del sujeto.

En algunos casos, la etapa de ajustar la corriente de salida comprende establecer la corriente de salida a una frecuencia
que es menor la frecuencia intrinseca del sujeto.

En algunos casos, la etapa de ajustar la corriente de salida comprende establecer la corriente de salida a la frecuencia
objetivo.

En algunos casos, €l procedimiento comprende ademas determinar el factor Q de la frecuencia intrinseca de la banda de
EEG del sujeto; y comparar el factor Q con el factor Q objetivo, en el que el factor Q objetivo es un factor Q promedio de
las frecuencias intrinsecas de la banda de EEG de una poblacién de personas saludables, en el que si el factor Q de la
frecuencia intrinseca es mayor que el factor Q objetivo, la etapa de ajustar la corriente de salida comprende variar una
frecuencia de la corriente de salida, y si el factor Q de la frecuencia intrinseca es menor que el factor Q objetivo, la etapa
de ajustar la corriente de salida comprende establecer la corriente de salida a una frecuencia que es la frecuencia
intrinseca del sujeto.

En algunos casos, la accion de influir sobre una frecuencia intrinseca puede incluir influir sobre los armoénicos de la
frecuencia intrinseca pre-seleccionada de la banda de EEG especificada. En algunos casos, la frecuencia intrinseca pre-
seleccionada es un armoénico de la frecuencia intrinseca maxima de una banda de EEG especificada. En algunos casos,
la accién de influir sobre la frecuencia intrinseca pre-seleccionada incluye aplicar frecuencias armonicas de la frecuencia
intrinseca pre-seleccionada. En algunos casos, las frecuencias variables comprenden frecuencias armoénicas de una unica
frecuencia. La frecuencia individual puede comprender la frecuencia intrinseca pre-seleccionada.

En algunos casos, un dispositivo segun se describe en la presente memoria es operable para influir sobre una frecuencia
intrinseca del cerebro de un sujeto dentro de una banda de EEG especificada. Un dispositivo segun se describe en la
presente memoria puede ser operable para influir sobre un factor Q de una frecuencia intrinseca del cerebro de un sujeto
dentro de una banda de EEG especificada. Un dispositivo segun se describe en la presente memoria puede ser operable
para influir sobre una coherencia de las frecuencias intrinsecas entre multiples sitios en el cerebro de un sujeto dentro de
una banda de EEG especificada.

En algunos casos, un dispositivo segiin se describe en la presente memoria comprende ademas un primer electrodo
operable para detectar una actividad eléctrica del cerebro; y un segundo electrodo operable para detectar una sefial de
referencia, en el que el primer electrodo esta situado sobre el sujeto en al menos uno de entre: un area de baja resistividad
eléctrica en un sujeto, y un area sustancialmente sin interferencias de impulsos eléctricos en un sujeto, y en el que el
segundo electrodo esta situado sobre el sujeto. En algunos casos, un dispositivo segin se describe en la presente
memoria comprende ademas un primer electrodo operable para detectar una actividad eléctrica del cerebro; y un segundo
electrodo operable para detectar una sefial de referencia, en el que el primer electrodo esta situado sobre el sujeto en al
menos una parte del canal auditivo del sujeto, y en el que el segundo electrodo esta situado sobre el sujeto.

En algunos casos, el procedimiento o los procedimientos pueden comprender situar un primer electrodo operable para
detectar una actividad eléctrica del cerebro sobre el sujeto en al menos uno de entre un area de baja resistividad eléctrica
sobre un sujeto y un area sustancialmente sin interferencias de impulsos eléctricos sobre un sujeto. El procedimiento o los
procedimientos pueden comprender ademas situar un segundo electrodo operable para detectar una sefial de referencia
sobre el sujeto. El procedimiento o los procedimientos pueden comprender ademas determinar la frecuencia intrinseca a
partir de la actividad eléctrica del cerebro detectada por el primer electrodo y la sefial de referencia detectada por el
segundo electrodo. En algunos casos, la determinacion de la frecuencia intrinseca puede comprender eliminar la sefial de
referencia detectada por el segundo electrodo de la actividad eléctrica del cerebro detectada por el primer electrodo. El
procedimiento o los procedimientos pueden comprender ademas determinar el factor Q de una frecuencia intrinseca de la
banda de EEG especificada a partir de la actividad eléctrica del cerebro detectada por el primer electrodo y la sefial de
referencia detectada por el segundo electrodo. En algunos casos, la determinacion del factor Q de una frecuencia
intrinseca de la banda de EEG especificada comprende determinar el factor Q a partir de la actividad eléctrica del cerebro
detectada por el primer electrodo y la sefial de referencia detectada por el segundo electrodo.

En algunos casos, el procedimiento o los procedimientos pueden comprender situar un primer electrodo operable para
detectar la actividad eléctrica del cerebro sobre el sujeto en al menos una parte del canal auditivo del sujeto. El
procedimiento o los procedimientos pueden comprender ademas situar un segundo electrodo operable para detectar una
sefal de referencia sobre el sujeto. El procedimiento o los procedimientos pueden comprender ademas determinar la
frecuencia intrinseca a partir de la actividad eléctrica del cerebro detectada por el primer electrodo y la sefial de referencia
detectada por el segundo electrodo.

En algunos casos, un dispositivo segun se describe en la presente memoria es operable para influir sobre una fase de
EEG entre dos sitios en el cerebro de un sujeto de una frecuencia de EEG especificada. El dispositivo segun la invencién
comprende un segundo iman permanente, en el que la subunidad esta acoplada al segundo iman, y en el que la
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subunidad permite el movimiento del segundo iman a una frecuencia entre aproximadamente 0,5 Hz y aproximadamente
100 Hz. La subunidad puede permitir el movimiento del segundo iman a una frecuencia entre aproximadamente 2 Hz y
aproximadamente 20 Hz. El primer iman permanente tiene una primera orientaciéon de rotacién con relacién a una
superficie de tratamiento del dispositivo y el segundo iman permanente tiene una segunda orientacion de rotacion con
relacion a la superficie de tratamiento del dispositivo. El dispositivo puede ser operable para mover el primer iman
permanente a la misma frecuencia que el segundo iman permanente. La primera orientacion de rotacién con relacion a
una primera parte de una superficie de tratamiento del dispositivo puede estar entre al menos aproximadamente 0 grados
y aproximadamente 360 grados diferente de la segunda orientacién de rotacion con relacion a una segunda parte de la
superficie de tratamiento del dispositivo. La primera orientacién de rotacién con relacién a una primera parte de una
superficie de tratamiento del dispositivo puede ser al menos una de: entre al menos aproximadamente O grados y
aproximadamente 180 grados, entre al menos aproximadamente 0 grados y aproximadamente 90 grados, entre al menos
aproximadamente 0 grados y aproximadamente 45 grados, entre al menos aproximadamente 0 grados y
aproximadamente 30 grados, entre al menos aproximadamente O grados y aproximadamente 15 grados, entre al menos
aproximadamente 0 grados y aproximadamente 10 grados, al menos aproximadamente 5 grados, al menos
aproximadamente 10 grados, al menos aproximadamente 15 grados, al menos aproximadamente 30 grados, al menos
aproximadamente 45 grados, al menos aproximadamente 60 grados, al menos aproximadamente 90 grados, al menos
aproximadamente 120 grados, al menos aproximadamente 180 grados, al menos aproximadamente 240 grados y al
menos aproximadamente 270 grados diferente de la segunda orientacion de rotacion con relacion a una segunda parte de
la superficie de tratamiento del dispositivo. La frecuencia de EEG especificada puede ser una frecuencia intrinseca segun
se describe en la presente memoria. La frecuencia de EEG especificada puede ser una frecuencia pre-seleccionada segun
se describe en la presente memoria. La frecuencia pre-seleccionada puede ser una frecuencia intrinseca promedio de una
base de datos de poblacion saludable dentro de una banda de EEG especificada.

En algunos casos, un campo magnético es el resultado de una primera fuente magnética y una segunda fuente
magnética. En algunos casos, la primera fuente magnética y la segunda fuente magnética estan desfasadas, una con
relacion a la otra. En algunos casos, la cantidad de desfase entre la primera fuente magnética y la segunda fuente
magnética se denomina fase magnética.

En algunos casos, la primera parte de la superficie de tratamiento es la parte de la superficie de tratamiento
aproximadamente mas cercana al primer iman permanente, y en el que la segunda parte de la superficie de tratamiento
es la parte de la superficie de tratamiento aproximadamente mas cercana al segundo iman permanente. En algunos
casos, la primera parte de la superficie de tratamiento es la parte de la superficie de tratamiento mas cercana al primer
iman permanente que se pretende que sea aproximadamente tangencial a la cabeza del sujeto en el punto mas cercano a
esa superficie de tratamiento, y en el que la segunda parte de la superficie de tratamiento es la parte de la superficie de
tratamiento aproximadamente mas cercana al segundo iman permanente que se pretende que sea aproximadamente
tangencial a la cabeza del sujeto en el punto mas cercano a la superficie de tratamiento.

En algunos de los dispositivos descritos en la presente memoria, la diferencia entre la primera orientacion de rotacion y la
segunda orientacion de rotacion resulta en una fase magnética cuando el primer iman permanente es movido a la misma
frecuencia que el segundo iman permanente. La fase magnética del dispositivo puede ser operable para influir sobre una
fase de EEG entre un primer sitio y un segundo sitio en el cerebro de un sujeto dentro de una banda de EEG especificada.
El primer sitio se alinea generalmente con el primer iman permanente, y el segundo sitio se alinea generalmente con el
segundo iman permanente del dispositivo.

En la presente memoria se proporciona un dispositivo que comprende,
(a) unos medios para aplicar un primer campo magnético a una cabeza de un sujeto; y
(b) unos medios para aplicar un segundo campo magnético a una cabeza de un sujeto;

de manera que los medios para aplicar el primer campo magnético y los medios para aplicar el segundo campo
magnético sean capaces de influir sobre una fase de EEG entre al menos dos sitios en un cerebro del sujeto de una
frecuencia de EEG especificada.

Los campos magnéticos (primer campo magnético y segundo campo magnético) pueden ser de la misma frecuencia,
pero desfasados, uno con relacién al otro. Pueden proporcionarse campos magnéticos adicionales mediante medios
adicionales para aplicar dichos campos magnéticos. Estos también pueden estar desfasados entre si, o con cualquiera de
los campos magnéticos. Sin embargo, en algunos casos, los campos magnéticos pueden tener las mismas frecuencias.
Los dispositivos pueden ser un dispositivo de terapia resonante iman permanente EEG (pMERT) (es decir, un dispositivo
NEST de terapia de sincronizacién Neuro-EEG) tal como se describe en la presente memoria. La frecuencia de EEG
especificada puede ser una frecuencia intrinseca segun se describe en la presente memoria. La frecuencia de EEG
especificada puede ser una frecuencia pre-seleccionada segun se describe en la presente memoria. La frecuencia pre-
seleccionada puede ser una frecuencia intrinseca promedio de una base de datos de poblacién saludable dentro de una
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banda de EEG especificada.

En algunos aspectos, es un dispositivo para su uso en el tratamiento de un sujeto, en el que el dispositivo comprende: un
dispositivo de estimulacion magnética transcraneal (TMS); de manera que los medios para aplicar el campo magnético
sean capaces de influir sobre (a) una frecuencia intrinseca de un cerebro del sujeto dentro de una banda de EEG
especificada; (b) un factor Q de una frecuencia intrinseca de un cerebro del sujeto dentro de una banda de EEG
especificada; (c) una coherencia de las frecuencias intrinsecas entre miltiples sitios en un cerebro del sujeto dentro de
una banda de EEG especificada; o (d) una combinacion de los mismos.

Breve descripcion de los dibujos

Se obtendra una mejor comprension de las caracteristicas y de las ventajas de los sistemas y los procedimientos
proporcionados con referencia a la descripcion detallada siguiente, que expone dispositivos ilustrativos, y a los dibujos
adjuntos, en los que:

La Figura 1 muestra un dispositivo ejemplar en el que el iman gira de manera que el plano de rotacién sea perpendicular a
la superficie del cuero cabelludo.

La Figura 2 muestra un dispositivo ejemplar en el que un iman de herradura es posicionado de manera que el plano de
rotacién sea paralelo a la superficie del cuero cabelludo.

La Figura 3 muestra un dispositivo ejemplar en el que dos imanes de barra que giran de manera sincrona para
proporcionar una fase mas uniforme para el campo magnético en el cerebro.

La Figura 4 muestra un dispositivo ejemplar en el que el iman gira de manera que el plano de rotacién sea perpendicular a
la superficie del cuero cabelludo y se usan un par de electrodos para registrar el EEG del paciente.

La Figura 5 muestra un segmento de EEG de muestra para un sujeto antes de la administracion de la terapia. El bloque
de la izquierda muestra una serie temporal de EEG mientras el sujeto esta sentado en reposo, con los ojos cerrados. El
bloque del centro muestra la energia a través del espectro de frecuencias para el EEG muestreado. La linea vertical
trazada a través de los maximos esta a 9,1 Hz, la frecuencia alfa intrinseca del sujeto. El circulo de la derecha muestra la
distribucion de energia EEG en la frecuencia alfa intrinseca a lo largo del cuero cabelludo, mirando hacia abajo sobre la
parte superior de la cabeza del sujeto. En la representacion del circulo, la mayor parte de la energia de EEG en la
frecuencia alfa esta concentrada en la parte posterior del cerebro.

La Figura 6 es similar a la Figura 5, excepto que el EEG se muestred inmediatamente después de la terapia. Aqui, puede
verse que la energia asociada con la frecuencia alfa intrinseca se ha incrementado significativamente. A partir de la
representacion del circulo en la derecha, puede verse que la distribucion de energia en la frecuencia alfa intrinseca a lo
largo de la cabeza es mas uniforme, aunque la mayor parte de la energia todavia esta concentrada en la parte posterior
del cerebro.

La Figura 7 muestra una realizacién ejemplar del dispositivo pMERT o NEST. En este caso, un electrodo EEG de tipo
botdn esta situado sobre la superficie concava del dispositivo y un segundo electrodo de referencia se extiende a través de
un cable desde el lateral del dispositivo. La pantalla y los botones de control estan situados en la parte superior del
dispositivo para proporcionar informacion y para permitir al usuario ajustar los parametros e introducir datos del paciente.
Un puerto USB esta situado en la parte superior posterior del dispositivo, para permitir que se conecte mediante un cable
USB a un PC, permitiendo la carga de datos y la descarga de una cuota de dosificacion.

La Figura 8 muestra el dispositivo pMERT o NEST de la Figura 7 en el que un sujeto esta acostado con la cabeza
apoyada contra la superficie concava. Hay al menos un iman mévil que no se ve en el interior del dispositivo pMERT o
NEST con el fin de administrar terapia al sujeto. La cabeza del sujeto es presionada contra el electrodo EEG de tipo botdn,
con el segundo electrodo fijado a la oreja derecha del sujeto.

La Figura 9 muestra un angulo alternativo del sujeto que recibe la terapia desde el dispositivo pMERT o NEST, tal como
se ha descrito en la Figura 8.

La Figura 10 muestra algunas realizaciones ejemplares para diversos movimientos de al menos un iman permanente.

Las Figuras 11A a 11L muestran dispositivos ejemplares adicionales para diversos movimientos de al menos un iman
permanente.

La Figura 12 muestra un ejemplo del factor Q, tal como se usa en la presente memoria. La figura muestra un grafico de
muestra de la distribucion de frecuencias de la energia de una sefial de EEG. Puede verse que un intervalo de
frecuencias, Af puede definirse como el ancho de banda de frecuencia para el cual la energia esta por encima de una
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mitad de la energia maxima. La frecuencia fp se define como la frecuencia intrinseca en la banda especificada. El factor Q
se define como la relacién de fo/Af. Tal como puede verse, cuando AF disminuye para una fy determinada, el factor Q
aumentara. Esto puede ocurrir cuando la energia Emax maxima de la sefial aumenta o cuando el ancho de banda de la
sefial de EEG disminuye.

La Figura 13 muestra un ejemplo de un iman cilindrico magnetizado diametralmente para su uso en un dispositivo NEST.

La Figura 14 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST que tiene un iman cilindrico magnetizado diametralmente que
gira alrededor de su eje de cilindro y aplicado a un sujeto.

La Figura 15 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST que tiene dos imanes cilindricos magnetizados diametralmente
que giran alrededor de sus ejes de cilindro y aplicado a un sujeto.

La Figura 16 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST que tiene tres imanes cilindricos magnetizados diametralmente
que giran alrededor de sus ejes de cilindro y aplicado a un sujeto.

La Figura 17 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST que tiene tres imanes cilindricos magnetizados diametralmente
configurados para girar alrededor de sus ejes de cilindro.

La Figura 18 muestra una vista en despiece ordenado del ejemplo del dispositivo NEST de la Figura 17 que tiene tres
imanes cilindricos magnetizados diametralmente configurados para girar alrededor de sus ejes de cilindro.

La Figura 19 muestra el dispositivo NEST ejemplar de la Figura 17 que tiene tres imanes cilindricos magnetizados
diametralmente configurados para girar alrededor de sus ejes de cilindro y que incluye un bastidor y una base para montar
el dispositivo NEST.

La Figura 20 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST que tiene ocho imanes cilindricos magnetizados diametralmente
configurados para girar alrededor de sus ejes de cilindro.

La Figura 21 muestra la rotacion de los imanes del dispositivo NEST ejemplar de la Figura 20 que tiene ocho imanes
cilindricos magnetizados diametralmente configurados para girar alrededor de sus ejes de cilindro.

La Figura 22 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST que tiene dos imanes con forma de semi-disco polarizados
axialmente que giran alrededor de un eje de rotacion comun.

La Figura 23 muestra una vista en despiece ordenado de un caso alternativo de un dispositivo NEST ejemplar similar al
de la Figura 22 que tiene dos imanes rectangulares que giran alrededor de un eje de rotacién comun.

La Figura 24 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST similar a los dispositivos representados en las Figuras 22 y/o 23
que tiene dos imanes que giran alrededor de un eje de rotacidon comun aplicado a un sujeto y que muestra la subunidad
de controlador.

La Figura 25 muestra un diagrama de bloques de un ejemplo de un dispositivo NEST que muestra los elementos del
dispositivo NEST y su subunidad de control.

La Figura 26 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST que tiene un Unico iman de barra que se mueve linealmente a lo
largo de su eje norte-sur una vez cada vez que se gira el anillo de soporte, que proporciona un campo magnético alterno
de tipo impulso a la frecuencia de rotacion.

La Figura 27 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST que tiene un electrodo EEG situado en el canal auditivo del
sujeto, y un electrodo EEG de referencia situado sobre un I6bulo de la oreja del sujeto.

La Figura 28 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST aplicado a un sujeto, en el que el dispositivo NEST tiene tres
imanes cilindricos magnetizados diametralmente que giran alrededor de sus ejes de cilindro que tienen una fase
magnética entre al menos dos de los imanes que es distinta de cero.

La Figura 29 muestra las intensidades de los campos magnéticos de dos imanes que se mueven a la misma frecuencia al
mismo tiempo, pero que tienen una fase magnética entre si (desfasados uno con relacion al otro).

La Figura 30 muestra lecturas de electrodo EEG tedricas medidas en dos ubicaciones sobre la cabeza de un sujeto dentro
de una Unica banda de EEG cuando las dos ubicaciones exhiben una frecuencia similar (o la misma), pero estan
desfasadas entre si, es decir, muestran una fase de EEG.

La Figura 31 es una comparacion del cambio en la puntuacion HAMD de sujetos con respuesta versus sujetos sin
respuesta.
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La Figura 32 es una comparacion del cambio en las puntuaciones HAMD de sujetos que reciben terapia NEST versus
sujetos que reciben terapia simulada (es decir, control).

La Figura 33 muestra el cambio en la puntuacion HAMA de dos pacientes durante un periodo de tres semanas.
Descripcion detallada de la invencion

Aunque se han proporcionado y descrito ciertas realizaciones en la presente memoria, sera evidente para las personas
con conocimientos en la materia que dichas realizaciones se proporcionan solamente a modo de ejemplo. Deberia
entenderse que pueden emplearse alternativas a las realizaciones descritas en la presente memoria.

Debido a que la actividad cerebral es un fenédmeno distribuido, los impulsos de alta energia convencionales usados por la
rTMS, que se centran sobre un area especifica del cerebro, pueden no ser 6ptimos para influir sobre la frecuencia global
del cerebro. En lugar de usar impulsos cortos de alta energia a la frecuencia deseada, es posible, por el contrario, usar un
campo magnético sinusoidal o casi sinusoidal (probablemente con menor energia) para generar un efecto similar. Para
afectar al cerebro con un campo magnético de menor energia, puede ser necesario aplicar la estimulacion durante un
periodo mas largo.

En algunos casos, se describen procedimientos y dispositivos que proporcionan terapia de estimulacion magnética
transcraneal, sinusoidal o casi sinusoidal, de baja frecuencia, haciendo girar uno 0 mas imanes permanentes muy cerca
de la cabeza del sujeto.

Se describen procedimientos y sistemas para una terapia econémica, facil de usar, para una serie de trastornos mentales.
Se describen procedimientos y dispositivos para tratar trastornos mentales que no implican medicamentos. Los
procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria ajustan suavemente el cerebro y afectan al estado de
animo, al enfoque y a la cognicién de los sujetos.

En un aspecto estan los procedimientos de tratamiento de un sujeto que comprenden: (a) ajustar la salida de un campo
magnético para influir sobre una frecuencia intrinseca de una banda de EEG especificada del sujeto hacia una frecuencia
intrinseca pre-seleccionada u objetivo de la banda de EEG especificada; y (b) aplicar dicho campo magnético cerca de
una cabeza del sujeto.

En todavia otro aspecto estan los procedimientos para alterar una frecuencia intrinseca de un cerebro de un sujeto dentro
de una banda de EEG especificada, que comprende: (a) determinar la frecuencia intrinseca del sujeto dentro de la banda
de EEG especificada; (b) comparar la frecuencia intrinseca a partir de la etapa (a) con una frecuencia intrinseca promedio
de una base de datos de poblacién saludable; (c) si la frecuencia intrinseca de la etapa (a) es mayor que la frecuencia
intrinseca promedio de la base de datos de poblacién saludable, desplazar hacia abajo la frecuencia intrinseca del sujeto
mediante la aplicaciéon de un campo magnético especifico cerca de una cabeza del sujeto, en el que dicho campo
magnético especifico tiene una frecuencia menor que la frecuencia intrinseca del sujeto; y (d) si la frecuencia intrinseca de
la etapa (a) es menor que la frecuencia intrinseca promedio de la base de datos de poblacion saludable, desplazar hacia
arriba la frecuencia intrinseca del sujeto mediante la aplicacion de un campo magnético especifico cerca de una cabeza
del sujeto, en el que dicho campo magnético especifico tiene una frecuencia mayor que la frecuencia intrinseca del sujeto.

En otro aspecto estan los procedimientos para tratar un sujeto, que comprenden: (a) ajustar la salida de un campo
magneético para influir sobre un factor Q, una medida de la selectividad de frecuencia de una banda de EEG especificada,
del sujeto hacia un factor Q pre-seleccionado u objetivo de la banda; y (b) aplicar dicho campo magnético cerca de una
cabeza del sujeto.

En otro aspecto estan los procedimientos para tratar un sujeto, que comprenden: determinar el factor Q de la frecuencia
intrinseca dentro de la banda de EEG especificada del sujeto; comparar el factor Q de la frecuencia intrinseca de la etapa
(a) con un factor Q promedio de la frecuencia intrinseca de una base de datos de poblacion saludable; si el factor Q de la
frecuencia intrinseca de la etapa (a) es mayor que el factor Q promedio de la frecuencia intrinseca de la base de datos de
poblacién saludable, ajustar hacia abajo el factor Q de la frecuencia intrinseca del sujeto mediante la aplicacién de un
campo magnético con una pluralidad de frecuencias o con una Unica frecuencia pre-seleccionada cerca de una cabeza del
sujeto; y si el factor Q de la frecuencia intrinseca de la etapa (a) es menor que el factor Q promedio de la frecuencia
intrinseca de la base de datos de poblacion saludable, ajustar hacia arriba el factor Q de la frecuencia intrinseca del sujeto
mediante la aplicacion de un campo con una frecuencia pre-seleccionada a una cabeza del sujeto.

En otro aspecto estan los procedimientos para tratar un sujeto, que comprenden: (a) ajustar la salida de un campo
magnético para influir sobre la coherencia de las frecuencias intrinsecas entre multiples sitios en un cerebro del sujeto
dentro de una banda de EEG especificada hacia un valor de coherencia pre-seleccionado u objetivo; y (b) aplicar dicho
campo magnético cerca de una cabeza del sujeto.

En otro aspecto estan los procedimientos que ajustan la salida de un campo magnético para influir sobre una coherencia
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de las frecuencias intrinsecas entre multiples sitios en un cerebro del sujeto dentro de una banda de EEG especificada
hacia un valor de coherencia pre-seleccionado u objetivo que comprende: determinar el valor de coherencia de las
frecuencias intrinsecas entre multiples ubicaciones a lo largo del cuero cabelludo del sujeto; comparar el valor de
coherencia de la etapa (a) con un valor de coherencia promedio de una base de datos de poblacion saludable; si el valor
de coherencia de la etapa (a) es mayor que el valor de coherencia promedio de la base de datos de poblacion saludable,
disminuir el valor de coherencia del sujeto mediante la aplicacion de al menos dos campos magnéticos asincronos cerca
de una cabeza del sujeto; si el valor de coherencia de la etapa (a) es menor que el valor de coherencia promedio de la
base de datos de poblacién saludable, aumentar el valor de coherencia del sujeto mediante la aplicacion de al menos un
campo magnético sincronizado cerca de una cabeza del sujeto.

En otro aspecto estan los procedimientos para usar un dispositivo de estimulaciéon magnética transcraneal (TMS) para
influir sobre una frecuencia intrinseca de un sujeto dentro de una banda de EEG especificada, que comprende: (a) ajustar
la salida de dicho dispositivo TMS; (b) cambiar la frecuencia de EEG, el factor Q o la coherencia mediante disparos
repetitivos de un campo magnético usando dicho dispositivo TMS; y (c) aplicar dicho campo magnético cerca de una
cabeza del sujeto;

En otro aspecto estan los procedimientos para tratar un sujeto, que comprenden: (a) ajustar la salida de un campo
magnético para influir sobre una fase de EEG entre dos sitios en el cerebro de un sujeto de una frecuencia de EEG
especificada hacia una fase de EEG pre-seleccionada de la frecuencia de EEG especificada; y (b) aplicar dicho campo
magnético cerca de una cabeza del sujeto.

En otro aspecto estan los procedimientos para tratar la ansiedad en un sujeto, que comprenden ajustar hacia arriba el
factor Q de una frecuencia intrinseca del sujeto mediante la aplicacion de un campo magnético cerca de una cabeza del
sujeto, en el que el campo magnético comprende al menos una de entre (a) una Unica frecuencia pre-seleccionada; (b)
una pluralidad de frecuencias dentro de una banda de EEG especificada; y (c) una frecuencia intrinseca de un cerebro del
sujeto dentro de una banda de EEG especificada. En algunos casos, puede usarse cualquiera de los dispositivos descritos
en la presente memoria para tratar la ansiedad.

En otro aspecto estan los procedimientos para tratar la depresion en un sujeto, que comprenden ajustar hacia abajo el
factor Q de una frecuencia intrinseca del sujeto mediante la aplicacion de un campo magnético cerca de una cabeza del
sujeto, en el que el campo magnético comprende al menos una de entre (a) una Unica frecuencia; (b) una pluralidad de
frecuencias dentro de una banda de EEG especificada; y (c) una frecuencia intrinseca de un cerebro del sujeto dentro de
una banda de EEG especificada. En algunos casos, puede usarse cualquiera de los dispositivos descritos en la presente
memoria para tratar la depresion.

En algunos casos, la fase de EEG pre-seleccionada es menor que la fase de EEG entre los dos sitios en el cerebro del
sujeto. En algunos casos, la fase de EEG pre-seleccionada es cualquier fase de EEG menor que la fase de EEG entre los
dos sitios en el cerebro del sujeto. En algunos casos, la fase de EEG pre-seleccionada es mayor que la fase de EEG entre
los dos sitios en el cerebro del sujeto. En algunos casos, la fase de EEG pre-seleccionada es cualquier fase de EEG
mayor que la fase de EEG entre los dos sitios en el cerebro del sujeto. En algunos casos, la fase de EEG pre-
seleccionada es una fase de EEG de una poblacion de personas. La poblacién de personas puede ser un conjunto de
personas que tienen un rasgo, una caracteristica, una habilidad o una caracteristica particular. La poblacion puede ser
una poblacién de personas saludables. La poblacién de personas puede ser un conjunto de personas que no tienen un
trastorno particular, tal como ansiedad, depresion u otros trastornos indicados en la presente memoria. En algunos casos,
los procedimientos comprenden medir datos de EEG de dos sitios en el cerebro del sujeto, y calcular la fase de EEG entre
los dos sitios en el cerebro de un sujeto. La frecuencia de EEG especificada puede ser una frecuencia intrinseca tal como
se describe en la presente memoria. La frecuencia de EEG especificada puede ser una frecuencia pre-seleccionada tal
como se describe en la presente memoria. La frecuencia pre-seleccionada puede ser una frecuencia intrinseca promedio
de una base de datos de poblacién saludable dentro de una banda de EEG especificada.

En otro aspecto estan los procedimientos para influir sobre una fase de EEG de una frecuencia de EEG especificada entre
multiples ubicaciones de un cerebro de un sujeto, que comprenden: (a) determinar la fase de EEG entre al menos dos
ubicaciones medidas en la cabeza del sujeto; (b) comparar la fase de EEG de la etapa (a) con una fase de EEG promedio
de una poblacion saludable; y (c) aplicar un campo magnético cerca de una cabeza del sujeto en el que la aplicacion del
campo magnético influye sobre la fase de EEG determinada hacia la fase de EEG promedio de una poblacion saludable.

En otro aspecto estan los procedimientos para usar un dispositivo de estimulaciéon magnética transcraneal (TMS) para
influir sobre una fase de EEG de un sujeto de una frecuencia de EEG especificada, que comprende: (a) ajustar la salida
de dicho dispositivo de TMS; (b) cambiar la fase de EEG mediante disparos repetitivos de al menos un campo magnético
usando dicho dispositivo TMS; y (c) aplicar dicho campo magnético cerca de una cabeza del sujeto.

La Figura 1 muestra un dispositivo ejemplar que tiene un iman 2 acoplado a y girado por un motor 72 en el que el iman 2
gira de manera que el plano de rotacion sea generalmente perpendicular a la superficie del cuero cabelludo del sujeto 6, y
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el eje 36 de rotacion sea generalmente paralelo a al menos una parte de la superficie del cuero cabelludo del sujeto 6. El
motor 72 esta acoplado al iman 2 por un eje 4 de accionamiento, y la rotacion del iman es controlada por un controlador
58 (es decir, una subunidad de control) que puede al menos supervisar y/o controlar la rotacion del iman 2. El control de la
rotacion puede incluir, por ejemplo, la velocidad de rotacion y la aceleracion y/o la desaceleracion de la rotacion, el tiempo
de rotacion y la direccién de rotacién (por ejemplo, en sentido horario, en sentido antihorario).

La Figura 2 muestra un dispositivo ejemplar en el que un iman 2 con forma de herradura esta acoplado a y es girado por
un motor 72, y el iman 2 esta posicionado de manera que el plano de rotacién sea generalmente paralelo a al menos una
parte de la superficie del cuero cabelludo del sujeto 6, y el eje 36 de rotacion sea generalmente perpendicular a al menos
una parte de la superficie del cuero cabelludo del sujeto 6. El motor 72 esta acoplado al iman 2 por un €je 4 de
accionamiento, y la rotacion del iman es controlada por un controlador 58 (es decir, una subunidad de control) que puede
al menos supervisar y/o controlar la rotacién del iman 2. El control de la rotacion puede incluir, por ejemplo, la velocidad
de rotacion y la aceleracion y/o la desaceleracion de la rotacion, el tiempo de rotacion y la direccién de rotacion (por
ejemplo, en sentido horario, en sentido antihorario).

La Figura 3 muestra un dispositivo ejemplar en el que dos imanes 2a, 2b de barra estan acoplados a y son girados por los
motores 72a, 72b, y los imanes 2a, 2b son girados de manera sincrona para proporcionar una fase mas uniforme para el
campo magnético en el cerebro de un sujeto 6. Los motores 72a, 72b estan acoplados a los imanes 2a, 2b,
respectivamente, mediante unos ejes 4a, 4b de accionamiento, y la rotacion de los imanes 2a y 2b alrededor de los €jes
36a, 36b de rotacion, respectivamente, es controlada por un controlador 58 (es decir, subunidad de control) que puede al
menos supervisar y/o controlar la rotacién del iman 2a, 2b. El control de la rotacién de los imanes puede incluir, por
ejemplo, la velocidad de rotacion y la aceleracion y/o la desaceleracion de la rotacion, el tiempo de rotacion y la direccion
de rotacion (por ejemplo, en sentido horario, en sentido antihorario). La rotacién de un unico iman (iman 2a, por ejemplo)
puede ser controlada independiente y/o simultdneamente con la rotaciéon de un segundo iman (iman 2b, por ejemplo) por
el controlador 58. Asimismo, pueden afiadirse imanes adicionales al dispositivo. En otro caso, un Unico motor esta
acoplado a una pluralidad de imanes, y cada uno de los imanes puede ser controlado por el controlador, de manera
independiente o simultanea.

En algunos casos, el campo magnético usado por los procedimientos o los dispositivos no es capaz de excitar las células
cerebrales. En algunos casos, el campo magnético usado por los procedimientos o los dispositivos esta por debajo de los
umbrales de excitacion de las células cerebrales. Los dispositivos descritos pueden tener uno o mas imanes permanentes
montados en uno o mas ejes giratorios de manera que cree un campo magnético alterno cuando se hacen girar el eje o
los ejes. En algunos casos, la velocidad de rotacion puede ser establecida por el usuario o puede ser controlada usando
retroalimentacion neuroldgica para proporcionar una terapia optima.

Los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para tratar al menos un
trastorno mental enumerado a continuacion:

(a) Depresion mayor;

(b) Trastorno bipolar;

(c) Esquizofrenia;

(d) Trastorno de ansiedad;

(e) Trastorno obsesivo-compulsivo;
(f) ADHD;

(g) Autismo;

(h) Trastorno del suefio;

(j) Enfermedad de Parkinson;
(k) Adiccion a las drogas;

() Abuso de sustancias;

(m) Convulsion;

(n) Lesion en la cabeza;

(o) Enfermedad de Alzheimer;
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(p) Trastorno de la alimentacion;
(q) Acufenos; y
(r) Fibromialgia.

En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para tratar
al menos dos trastornos mentales enumerados anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos
descritos en la presente memoria pueden ser usados para tratar al menos tres trastornos mentales enumerados
anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser
usados para tratar al menos cuatro trastornos mentales enumerados anteriormente. En algunos casos, los
procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para tratar al menos cinco
trastornos mentales enumerados anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la
presente memoria pueden ser usados para tratar al menos seis trastornos mentales enumerados anteriormente. En
algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria no se usan para tratar la
esquizofrenia.

En otro aspecto estan los procedimientos para tratar la ansiedad en un sujeto, que comprenden ajustar hacia arriba el
factor Q de una frecuencia intrinseca del sujeto mediante la aplicacion de un campo magnético cerca de una cabeza del
sujeto, en el que el campo magnético comprende al menos una de entre (a) una Unica frecuencia pre-seleccionada; (b)
una pluralidad de frecuencias dentro de una banda de EEG especificada; y (c) una frecuencia intrinseca de un cerebro del
sujeto dentro de una banda de EEG especificada. En algunos casos, puede usarse cualquiera de los dispositivos descritos
en la presente memoria para tratar la ansiedad.

En otro aspecto estan los procedimientos para tratar la depresion en un sujeto, que comprenden ajustar hacia abajo el
factor Q de una frecuencia intrinseca del sujeto mediante la aplicacion de un campo magnético cerca de una cabeza del
sujeto, en el que el campo magnético comprende al menos una de entre (a) una Unica frecuencia; (b) una pluralidad de
frecuencias dentro de una banda de EEG especificada; y (c) una frecuencia intrinseca de un cerebro del sujeto dentro de
una banda de EEG especificada. En algunos casos, puede usarse cualquiera de los dispositivos descritos en la presente
memoria para tratar la depresion.

En algunos casos, los procedimientos y/o los dispositivos segun se describen en la presente memoria pueden ser usados
para tratar los sintomas de fibromialgia. En algunos casos, los procedimientos y/o los dispositivos seguin se describen en
la presente memoria pueden ser usados para mejorar los sintomas de la fibromialgia. Por ejemplo, algunos sintomas que
pueden mejorarse incluyen dolor generalizado, sensibilidad al tacto, nauseas, mareos, disfuncion de la articulacion
temporomandibular, problemas de la piel, depresién, dolor miofacial, rigidez matutina, problemas del suefio, dolores de
cabeza, sensibilidad quimica, dismenorrea, contracciones musculares y debilidad, fatiga, problemas urinarios y pélvicos,
deterioro cognitivo “fibro-fog” y/o de memoria, ansiedad, pérdida de memoria, problemas respiratorios y problemas de
vision.

En algunos casos, los procedimientos y/o los dispositivos segun se describen en la presente memoria pueden ser usados
para detener la aparicion de convulsiones. En algunos casos, los procedimientos y/o los dispositivos segun se describen
en la presente memoria pueden ser usados para prevenir la aparicion de convulsiones. En algunos casos, los
procedimientos y/o los dispositivos segun se describen en la presente memoria pueden ser usados para reducir o eliminar
las convulsiones desajustando el cerebro cerca de la frecuencia de las convulsiones. En algunos casos, los
procedimientos y/o los dispositivos segun se describen en la presente memoria pueden ser usados para reducir o eliminar
las convulsiones ajustando hacia arriba un area del cerebro (es decir, una frecuencia intrinseca en una banda, tal como
alfa) diferente del area convulsiva del cerebro., reduciendo de esta manera la energia en la frecuencia asociada con las
convulsiones. La convulsién puede ser causada por diversas afecciones, enfermedades, lesiones y/u otros factores. Por
ejemplo, las afecciones pueden incluir anomalias en los vasos sanguineos del cerebro, aterosclerosis o endurecimiento de
las arterias que irrigan el cerebro, sangrado en el cerebro, tal como una hemorragia subaracnoidea, tumores cerebrales,
anomalias cromosoémicas, enfermedades o afecciones congénitas, presion arterial alta, embarazo y problemas asociados
con el embarazo, accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio (mini-accidente cerebrovascular). Por ejemplo,
las enfermedades pueden incluir enfermedad hepatica, enfermedad de Alzheimer, enfermedades de demencia, epilepsia,
enfermedades del sistema nervioso, enfermedades hereditarias, infecciones que implican el cerebro, encefalitis, absceso
cerebral, meningitis bacteriana, insuficiencia renal e insuficiencia renal crénica. Por ejemplo, las lesiones pueden incluir
asfixia, lesiones en la cabeza, lesiones eléctricas, lesiones en el parto, picaduras venenosas.

Los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos una
indicacion seleccionada de entre el grupo que consiste en reemplazo de meditacion, siesta rapida, liberacion de estrés,
capacidad de concentracion, comprensiéon, memoria, presion arterial baja, aumento de la libido, rendimiento deportivo,
rendimiento académico y cualquier combinacion de los mismos. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos
descritos en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos dos indicaciones de entre el grupo
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presentado anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria
pueden ser usados para mejorar al menos tres indicaciones de entre el grupo presentado anteriormente. En algunos
casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos
cuatro indicaciones de entre el grupo presentado anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos
descritos en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos cinco indicaciones de entre el grupo
presentado anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria
pueden ser usados para mejorar al menos seis indicaciones de entre el grupo presentado anteriormente.

En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para
mejorar al menos una indicacion de entre el grupo presentado anteriormente, y al menos un trastorno mental enumerado
anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser
usados para mejorar al menos una indicacion de entre el grupo presentado anteriormente, y al menos dos trastornos
mentales enumerados anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente
memoria pueden ser usados para mejorar al menos dos indicaciones de entre el grupo presentado anteriormente, y al
menos un trastorno mental enumerado anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos
en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos dos indicaciones de entre el grupo presentado
anteriormente, y al menos dos trastornos mentales enumerados anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y
los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos una indicacion de entre el
grupo presentado anteriormente, y al menos tres trastornos mentales enumerados anteriormente. En algunos casos, los
procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos dos
indicaciones de entre el grupo presentado anteriormente, y al menos tres trastornos mentales enumerados anteriormente.
En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para
mejorar al menos tres indicaciones de entre el grupo presentado anteriormente, y al menos tres trastornos mentales
enumerados anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria
pueden ser usados para mejorar al menos tres indicaciones de entre el grupo presentado anteriormente, y al menos dos
trastornos mentales enumerados anteriormente.

Los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos una
caracteristica seleccionada de entre el grupo que consiste en respuesta visual periférica, capacidad de concentracion,
tiempo de reaccion inmediato (IRT), tiempo de movimiento (MT), tiempo de reaccion perceptual simple (SPR), tiempo de
reaccion perceptual de conflicto (CPR) y cualquier combinacion de los mismos. En algunos casos, los procedimientos y
los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos dos indicaciones del grupo
presentado anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria
pueden ser usados para mejorar al menos tres indicaciones del grupo presentado anteriormente. En algunos casos, los
procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos cuatro
indicaciones del grupo presentado anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la
presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos cinco indicaciones del grupo presentado anteriormente. En
algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al
menos seis indicaciones del grupo presentado anteriormente.

En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para
mejorar al menos una caracteristica del grupo presentado anteriormente, y al menos un trastorno mental enumerado
anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser
usados para mejorar al menos una caracteristica del grupo presentado anteriormente, y al menos dos trastornos mentales
enumerados anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria
pueden ser usados para mejorar al menos dos caracteristicas del grupo presentado anteriormente, y al menos un
trastorno mental enumerado anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la
presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos dos caracteristicas del grupo presentado anteriormente, y al
menos dos trastornos mentales enumerados anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos
descritos en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos una caracteristica del grupo presentado
anteriormente, y al menos tres trastornos mentales enumerados anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y
los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos dos caracteristicas del grupo
presentado anteriormente, y al menos tres trastornos mentales enumerados anteriormente. En algunos casos, los
procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos tres
caracteristicas del grupo presentado anteriormente, y al menos tres trastornos mentales enumerados anteriormente. En
algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al
menos tres caracteristicas del grupo presentado anteriormente, y al menos dos trastornos mentales enumerados
anteriormente.

En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para
mejorar al menos una caracteristica del grupo presentado anteriormente, y al menos una indicacion presentada
anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser

18



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ES 2672107 T3

usados para mejorar al menos una caracteristica del grupo presentado anteriormente, y al menos dos indicaciones
presentadas anteriormente. En algunas realizaciones, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente
memoria pueden ser usados para mejorar al menos dos caracteristicas del grupo presentado anteriormente, y al menos
una indicacion presentada anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente
memoria pueden ser usados para mejorar al menos dos caracteristicas del grupo presentado anteriormente, y al menos
dos indicaciones presentadas anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en la
presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos una caracteristica del grupo presentado anteriormente, y al
menos tres indicaciones presentadas anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos en
la presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos dos caracteristicas del grupo presentado anteriormente, y
al menos tres indicaciones presentadas anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos
en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos tres caracteristicas del grupo presentado
anteriormente, y al menos tres indicaciones presentadas anteriormente. En algunos casos, los procedimientos y los
dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para mejorar al menos tres caracteristicas del grupo
presentado anteriormente, y al menos dos indicaciones presentadas anteriormente.

Los procedimientos y los dispositivos descritos en la presente memoria pueden ser usados para proporcionar una mejora
a un trastorno mental segin se mide usando una escala de evaluacién seleccionada de entre el grupo que consiste en
HAMA, HAMD, PANSS, MADRS, BARS, SAS y cualquier combinacion de las mismas. En algunos casos de al menos un
aspecto descrito anteriormente, el procedimiento proporciona una mejora segun se mide usando la escala de evaluacion
de Parkinson unificada. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, el procedimiento proporciona
una mejora segun se mide usando una escala de evaluacion de Parkinson unificada modificada. La escala de evaluacion
de Parkinson unificada modificada puede incluir, por ejemplo, la medicion del tono muscular y la flexibilidad de la
rodilla/brazo.

En algunos casos, el dispositivo pMERT (terapia resonante iman permanente EEG) (es decir, el dispositivo NEST)
comprende uno o mas imanes potentes (> 0,5 T cada uno) que giran a una frecuencia o frecuencias especificas para
proporcionar la terapia deseada. Se incorpora un EEG de canal Unico, dual o multiple en el dispositivo para adquirir un
segmento EEG de muestra y determinar la distribucién de frecuencia alfa. A partir de esta informacion, el dispositivo
controla la frecuencia de rotaciéon del iman o de los imanes para administrar la terapia.

La Figura 4 muestra un dispositivo ejemplar en el que el iman 2 gira de manera que el plano de rotacion sea generalmente
perpendicular a la superficie del cuero cabelludo de un sujeto 6 y se usa un sensor de bio-retroalimentacion y/o electrodo
82a de EEG para controlar la velocidad de rotacion sobre el eje 36 de rotacion. La rotacion del iman 2 es accionada por
un motor 72 que esta acoplado a un eje 4 de accionamiento, y el eje 4 de accionamiento esta acoplado al iman 2. En
algunos casos, se usan al menos dos electrodos 82a, 82b de EEG para controlar la velocidad de rotacién, en el que al
menos un electrodo de EEG, por ejemplo, el electrodo 82b de EEG, se usa como un electrodo de referencia (y/o un
electrodo de masa). Los electrodos, 82a, 82b pueden estar conectados a un amplificador 80 que puede amplificar la sefial
recibida desde los electrodos, 82a, 82b. La rotacion del iman puede ser controlada y/o supervisada por una subunidad 58
de control (controlador), que también puede recibir, registrar y/o visualizar la sefial o las sefiales recibidas desde los
electrodos 82a, 82b de EEG. En algunos casos, la lectura desde un electrodo de EEG de referencia, por ejemplo, el
electrodo 82b de EEG, es restada y/o si no eliminada de la lectura desde el segundo electrodo de EEG, por ejemplo, el
electrodo 82a de EEG. En algunos casos, el sensor de bio-retroalimentacién/electrodo de EEG se usa, al menos en parte,
para determinar el régimen de tratamiento posterior para el sujeto.

En algunos casos, los electrodos de EEG se usan para medir las ondas cerebrales del sujeto en diversos momentos, por
ejemplo, antes de aplicar un procedimiento de tratamiento segin se proporciona en la presente memoria usando un
dispositivo descrito en la presente memoria, durante la aplicacion de un procedimiento de tratamiento segun se
proporciona en la presente memoria usando un dispositivo descrito en la presente memoria, y/o después de aplicar un
procedimiento de tratamiento segun se proporciona en la presente memoria usando un dispositivo descrito en la presente
memoria. En algunos casos, los electrodos de EEG se usan para medir las ondas cerebrales del sujeto en diversos
momentos, por ejemplo, antes de usar un dispositivo descrito en la presente memoria, durante el uso de un dispositivo
descrito en la presente memoria y/o después de usar un dispositivo descrito en la presente memoria. En algunos casos,
los electrodos de EEG se usan para medir las ondas cerebrales del sujeto de manera continua durante un periodo de
tiempo especificado. En algunos casos, el periodo de tiempo especificado es, por ejemplo, al menos aproximadamente
una hora, al menos aproximadamente 45 minutos, al menos aproximadamente 40 minutos, al menos aproximadamente
30 minutos, al menos aproximadamente 20 minutos, al menos aproximadamente 15 minutos, al menos
aproximadamente 10 minutos, al menos aproximadamente 5 minutos, al menos aproximadamente 1 minuto, al menos 30
segundos, al menos aproximadamente 10 segundos, al menos aproximadamente 5 segundos y al menos
aproximadamente 1 segundo. El término "aproximadamente", cuando se refiere al periodo de tiempo de uso especificado
de los electrodos de EEG para medir las ondas cerebrales puede significar una variacion, por ejemplo, de 1 minuto a 5
minutos, de 30 segundos a 1 minuto, de 15 segundos a 30 segundos, de 5 segundos a 15 segundos, de 1 segundo a 10
segundos, de 1 segundo a 5 segundos, de 0,5 segundos a 1 segundo y de 0,1 segundos a 0,5 segundos.
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En algunos casos, la frecuencia intrinseca del sujeto es una frecuencia alfa de un cerebro del sujeto. En algunos casos, el
EEG alfa de un cerebro de un sujeto puede ser critico en procesos cognitivos normales y la desincronizacion de la
actividad alfa puede desempefiar un papel fisiopatoldgico en los trastornos mentales enumerados anteriormente. En
algunos casos, la terapia usando los procedimientos o los sistemas descritos dura aproximadamente 20 minutos, es muy
suave e imperceptible para el sujeto. En algunos casos, el cambio cuantificable en la frecuencia alfa puede verse
claramente después de la sesion de terapia, y el paciente puede tener una reducciéon inmediata de los sintomas. La
terapia usando los procedimientos o los sistemas descritos puede ser lo suficientemente leve como para ser usada todos
los dias o segun sea necesario. La terapia usando los procedimientos o los sistemas descritos no es necesario que
implique ningiin medicamento de ningun tipo.

"Paciente" y "sujeto” son sindnimos y se usan indistintamente. Tal como se usan en la presente memoria, significan
cualquier animal (por ejemplo, un mamifero) en el que pueden ponerse en practica las invenciones descritas en la
presente memoria. Ni el término "sujeto” ni el término "paciente” estan limitados a un animal bajo el cuidado de un
médico.

La Figura 5 muestra un segmento EEG de muestra para un sujeto antes de la administracion de la terapia. El bloque de la
izquierda muestra una serie temporal de EEG mientras el sujeto esta sentado en reposo con los ojos cerrados. El bloque
en el centro muestra la energia a través del espectro de frecuencias para el EEG muestreado. La linea vertical trazada a
través de los maximos esta a 9,1 Hz, la frecuencia alfa intrinseca del sujeto. El circulo de la derecha muestra la
distribucion de la energia de EEG en la frecuencia alfa intrinseca a lo largo de la cabeza, mirando hacia abajo en la parte
superior de la cabeza del sujeto. En la representacion del circulo, la mayor parte de la energia de EEG en la frecuencia
alfa esta concentrada en la parte posterior del cerebro.

La Figura 6 es similar a la Figura 5, excepto que el EEG se muestred inmediatamente después de la terapia. Aqui, puede
verse que la energia asociada con la frecuencia alfa intrinseca se ha incrementado significativamente. A partir de la
representacion del circulo en la derecha, puede verse que la distribucion de energia en la frecuencia alfa intrinseca a lo
largo de la cabeza es mas uniforme, aunque la mayor parte de la energia todavia esta concentrada en la parte posterior
del cerebro.

El dispositivo pMERT (Dispositivo NEST)

Los dispositivos descritos pueden contener una pluralidad de imanes, y pueden usarse una pluralidad de imanes para
formar una matriz para producir un campo magnético deseado. Dicho campo magnético puede ser un campo magnético
unipolar pulsante o temporalmente variable donde los tratamientos se realizan con un campo magnético que tiene un polo
especifico.

En los dispositivos segun se describen en la presente memoria, el dispositivo es operable para influir sobre una frecuencia
intrinseca del cerebro de un sujeto dentro de una banda de EEG especificada. Un dispositivo segun se describe en la
presente memoria puede ser operable para influir sobre un factor Q de una frecuencia intrinseca del cerebro de un sujeto
dentro de una banda de EEG especificada. Un dispositivo segun se describe en la presente memoria puede ser operable
para influir sobre una coherencia de las frecuencias intrinsecas entre multiples sitios en el cerebro de un sujeto dentro de
una banda de EEG especificada. Un dispositivo seguin se describe en la presente memoria puede ser operable para influir
sobre una fase de EEG de las frecuencias intrinsecas entre multiples sitios en el cerebro de un sujeto dentro de una banda
de EEG especificada.

En algunos casos, un procedimiento para tratar un sujeto comprende: (a) ajustar la salida de un campo magnético para
influir sobre un factor Q, una medida de la selectividad de frecuencia de una banda de EEG especificada, del sujeto hacia
un factor Q pre-seleccionado u objetivo de la banda; y (c) aplicar dicho campo magnético cerca de una cabeza del sujeto.

En algunos casos, los dispositivos descritos pueden comprender un miembro sustancialmente plano sobre el cual estan
fijados una pluralidad de imanes. De esta manera, los imanes pueden estar orientados para permitir la aplicacion de un
campo magnético que tiene una polaridad sustancialmente uniforme a un usuario. En algunos casos, los imanes pueden
estar posicionados también sobre la matriz de manera que los imanes adyacentes tengan polaridades opuestas.

En algunos casos, los dispositivos descritos pueden estar configurados para restringir, en una o mas direcciones, el
movimiento del iman dentro de los dispositivos, permitiendo de esta manera la seleccién de la polaridad del campo
magnético al cual es sometido el usuario. Por ejemplo, los imanes pueden ser colocados dentro de los dispositivos
descritos de manera que una cara del iman apunte siempre hacia la cabeza de un sujeto. Por consiguiente, el sujeto es
sometido a un campo magnético dinamico que tiene una polaridad especifica.

En algunos casos, los dispositivos descritos comprenden al menos un mecanismo giratorio. En algunos casos, pueden
utilizarse subunidades mecanicas que incluyen levas, engranajes y/o enlaces o eslabones para mover al menos un iman.
Estas subunidades mecanicas pueden ser accionadas mediante medios motorizados o pueden estar conectadas a otros
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dispositivos que se mueven en el entorno circundante, que causaran que el dispositivo mecanico mueva el iman. Un iman
excitador externo puede estar posicionado cerca de los dispositivos descritos, donde el iman excitador externo genera un
campo magnético suficientemente fuerte para causar el movimiento de al menos un iman contenido dentro de los
dispositivos descritos.

En algunos casos, los imanes de los dispositivos descritos pueden ser girados por un mecanismo giratorio distinto de un
motor. En algunos casos, los dispositivos comprenden al menos un orificio de manera que pueda forzarse una corriente
de fluido, tal como un gas o liquido, al interior de los dispositivos, en el que la corriente de fluido es suficientemente fuerte
para mover al menos un iman, creando de esta manera un movimiento relativo entre el al menos un iman y una cabeza
de un sujeto.

Aunque pueden utilizarse imanes permanentes de cualquier intensidad para los procedimientos y los dispositivos descritos
en la presente memoria, generalmente pueden usarse imanes que tienen intensidades de campo magnético
comprendidas dentro del intervalo de aproximadamente 1 mT a aproximadamente 4 T. En algunos casos, la intensidad de
campo magnético de al menos un iman permanente es de aproximadamente 10 mT a aproximadamente 2 T. En algunos
casos, la intensidad de campo magnético de al menos un iman permanente es de aproximadamente 30 mT a
aproximadamente 1 T.

En algunos casos, los imanes permanentes para los procedimientos y los dispositivos descritos comprenden imanes de
tierras raras, tales como imanes de neodimio, hierro, boro o samario-cobalto. En algunos casos, los imanes permanentes
para los procedimientos y los dispositivos descritos son imanes de boro-hierro-neodimio. En algunos casos, pueden
utilizarse imanes ceramicos, electroimanes u otros imanes mas potentes, segun estén disponibles. En algunos casos,
pueden utilizarse electroimanes para los procedimientos y los dispositivos descritos. La corriente puede ser suministrada
al electroiman mediante cables que penetran a través de los dispositivos descritos y que se conectan a una fuente de
alimentacion externa.

Se describen dispositivos y procedimientos terapéuticos magnéticos para terapias magnéticas en los que un cerebro de
un sujeto es sometido a al menos a un campo magnético dinamico que tiene una amplitud de al menos media forma de
onda. En ciertos casos, €l area de tratamiento es expuesta a una media forma de onda de flujo magnético. En otros
casos, el area de tratamiento es expuesta a una forma de onda completa de flujo magnético. Todavia otros casos pueden
permitir que el area de tratamiento sea expuesta a una forma de onda media o completa. Para someter el area de
tratamiento a dicho campo magnético dinamico, la fuente magnética puede ser girada, oscilada, desplazada siguiendo un
patron particular o puede ser desplazada de otra manera con relacién a la una cabeza de un sujeto. El area de aplicacion
del sujeto puede ser posicionada con relacién a la fuente magnética de manera que el campo magnético se extienda
alrededor y/o a través del area de aplicacion. En ciertos casos, los dispositivos descritos comprenden al menos un iman
que tiene un polo magnético norte y sur y una anchura de polo igual a la anchura del iman en los polos.

Pueden manipularse tres parametros de los campos magnéticos generados por los dispositivos descritos:

(a) la intensidad del campo magnético en el sitio de tratamiento, que puede ser determinada por la intensidad de los
campos de los imanes usados y la distancia entre los imanes y la cabeza del sujeto;

(b) la frecuencia del campo magnético, es decir, la velocidad de cambio del campo magnético, que puede ser
determinada por los movimientos de al menos un iman, por ejemplo, variando la velocidad a la que es movido al
menos un iman con relacion a la zona de aplicacion;

(c) la amplitud del cambio neto en el flujo magnético (o forma de onda) al que es sometido el area de aplicacion, y

(d) la fase del campo magnético entre dos (0 mas) imanes (es decir, la fase magnética) cuando las frecuencias del
campo magnético de los dos (0 mas) imanes son las mismas (o sustancialmente las mismas).

En lo que se refiere a la amplitud del cambio neto en el flujo magnético, generalmente se conoce que los imanes
permanentes tienen un polo norte y un polo sur, con un flujo magnético de polo norte que emana desde el polo norte y con
un flujo magnético de polo sur que emana desde el polo sur. En algunos casos, €l area de aplicacion es sometida a una
forma de onda completa segun los dispositivos y los procedimientos descritos. Por ejemplo, cuando un iman permanente
gira con relacién a un area de aplicacion, el area de aplicacion puede ser sometida inicialmente a un campo de polo norte
completo, donde el polo norte del iman esta mas cerca del area de aplicacion. A medida que el polo norte gira alejandose
del area de aplicacion y el polo sur gira hacia el area de aplicacion, la intensidad del campo del polo norte disminuye hasta
que se encuentra un campo neutro, aproximadamente en el punto medio del iman. A medida que el polo sur continla
girando hacia el area de aplicacion, el area de aplicacion es sometida a un campo de polo sur de intensidad de campo
creciente hasta que el polo sur esta en el punto mas cercano al area de aplicaciéon donde el area de aplicacion es
sometida a un campo de polo sur completo. Al girar de esta manera, el objeto es sometido a una forma de onda
completa. De manera similar, el area de aplicacién es sometida también a una forma de onda completa cuando el iman
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gira desde el polo sur al polo norte. Tal como se usa en la presente memoria, un polo sur puede denominarse también
"negativo”, (-) 0 S, y un polo norte puede denominarse también "positivo”, (+) o N.

Por ejemplo, la Figura 10A a la Figura 10G muestran algunos casos ejemplares para diversos movimientos de al menos
un iman permanente. La Figura 10A muestra un grafico del campo magnético a lo largo del tiempo. Es decir, muestra un
grafico 92a que expresa un ejemplo de campo magnético ejemplar experimentado por un sujeto 6a a medida que un iman
2a gira alrededor de un eje entre el polo norte (+) y el polo sur (-) del iman 2a. La posicion del iman con relacién al sujeto
6a y la intensidad de campo (+ o -, la amplitud puede variar, dependiendo, por ejemplo, de la aplicacion, del
procedimiento, del iman y de la terapia suministrada) se muestran en la Figura 10 A. Por ejemplo, en el Tiempo = 0, €l
sujeto 6a puede experimentar un campo magnético nulo (es decir, un campo neutro) cuando el polo norte del iman esta
tan lejos del sujeto 6a como el polo sur del iman (suponiendo que el polo norte y el polo sur tengan intensidades de
campo iguales, pero polaridades opuestas). Cuando el iman 2a gira de manera que el polo sur del iman 2a esta mas
cerca del sujeto 6a, el sujeto 6a experimenta un campo magnético negativo, tal como se muestra en la Figura 10a, y a
medida que el iman 2a gira adicionalmente, el sujeto 6a es expuesto a un campo magnético variable desde, por ejemplo,
un campo neutro, a un campo negativo, a un campo neutro, a un campo positivo, y asi sucesivamente. Tal como se
muestra adicionalmente en la Figura 10A, puede usarse una matriz (es decir, una pluralidad) de imanes como alternativa
a un Unico iman para proporcionar un campo mas uniforme al cerebro del sujeto. La Figura 10A muestra un sujeto 6a1
expuesto a una matriz de nueve imanes giratorios, asi como un sujeto 6a2 expuesto a una matriz de cinco imanes
giratorios. En algunos casos, puede usarse cualquier nimero de imanes giratorios para proporcionar un campo mas
uniforme al cerebro del sujeto.

En la Figura 10B a la Figura 10G se muestran diversas formas de onda ejemplares resultantes de los procedimientos
proporcionados en la presente memoria. Por ejemplo, la Figura 10B muestra una forma de onda completa en la forma de
una funcion escalonada en la que un campo magnético realiza un ciclo a través de una secuencia en la que el campo
magnético es positivo (+) a continuacion neutro, a continuacion, negativo (-), a continuacién, neutro, y se repite. La Figura
10C muestra una forma de media onda en la forma de una funcién escalonada en la que un campo magnético realiza un
ciclo a través de una secuencia en la que el campo magnético es positivo (+) a continuacion neutro, y se repite esta
secuencia. La Figura 10D muestra una alternativa a una forma de media onda en la forma de una funcién escalonada en
la que un campo magnético realiza un ciclo a través de una secuencia en la que el campo magnético es positivo (+) a
continuacion nulo (o neutro), permaneciendo nulo (neutro) durante un periodo de tiempo mas largo que el que permanece
positivo (+), y repitiendo esta secuencia. Cada una de las Figuras 10E, 10F y 10G muestra formas de onda completas
ejemplares resultantes del uso de un dispositivo NEST que tiene al menos un iman en el que el polo norte y el polo sur del
iman o de los imanes cambian alternativamente las distancias desde el sujeto en un patron regular. Apantallando un polo
de los imanes de la matriz, pueden crearse formas de media onda usando la misma matriz de imanes, por ejemplo,
mediante un apantallamiento segun se muestra en la Figura 11C y/o la Figura 11D, descritas mas detalladamente mas
adelante.

En algunos casos, el area de aplicacion es sometida a una forma de media onda segun los dispositivos y los
procedimientos descritos. Por ejemplo, un objeto puede ser sometido a una forma de media onda donde el iman gira con
relacion al area de aplicacion desde un campo de polo norte completo a un campo neutro o desde un campo de polo sur
completo a un campo neutro. En algunos casos, el tratamiento de forma de media onda puede conseguirse limitando la
rotacion o el movimiento de los imanes. En algunos casos, el tratamiento de forma de media onda puede conseguirse
apantallando el polo norte o el polo sur del iman, dejando solo el otro polo expuesto para el tratamiento del area de
aplicacion.

Para someter el area de tratamiento a un campo magnético dinamico mediante los procedimientos y los dispositivos
descritos en la presente memoria, la fuente magnética puede ser girada, oscilada, desplazada siguiendo un patrén
particular o desplazada de otra manera con relacion al area de tratamiento. En algunos casos, la fuente magnética es
girada alrededor de un eje. En algunos casos, la fuente magnética se hace oscilar con respecto al area de aplicaciéon. En
algunos casos, la fuente magnética tiene un movimiento lineal con respecto al area de aplicacion. Dicho movimiento lineal
puede ser como un movimiento de piston. En algunos casos, la fuente magnética tiene un movimiento de oscilacion con
respecto al area de aplicacion. Dicho movimiento de oscilacién puede ser como un movimiento de péndulo oscilante. En
algunos casos, la fuente magnética tiene una combinacién movimiento de rotacion, lineal, de oscilacién y de balanceo. En
algunos casos, la fuente magnética tiene cualquier combinacion de movimientos de rotacion, lineal, de oscilaciéon y de
balanceo. En algunos casos, dicho movimiento comprende al menos uno de entre un movimiento de rotacion, un
movimiento lineal y un movimiento de oscilacion.

En algunos casos oscilatorios, una pluralidad de imanes estan montados de manera fija sobre una placa de soporte,
estando los imanes separados unos de otros de manera que cada iman esté separado de los imanes mas cercanos por al
menos una anchura de polo. Cada iman puede estar posicionado de manera que el polo orientado hacia arriba de cada
iman sea el mismo. Por ejemplo, en una configuracion, la cara del polo norte de cada iman esta montada en una placa de
soporte. En una configuracion alternativa, la cara del polo sur de cada iman esta montada en una placa de soporte. Al
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desplazar lateralmente los imanes dispuestos de esta manera cerca de un area de aplicacion, dicha area es sometida a
una forma de media onda repetitiva (norte completo a cero a norte completo). En otro caso, al invertir la polaridad de los
imanes cerca del area de aplicacion, dicha area es sometida a una forma de media onda repetitiva (sur completo a cero a
sur completo).

En algunos casos oscilatorios, una pluralidad de fuentes magnéticas alargadas son colocadas adyacentes unas a otras de
manera que se forme un patrén repetitivo de polos magnéticos alternos, estando los polos separados por una distancia
predeterminada. La oscilacion de las fuentes magnéticas en una distancia igual o mayor que la distancia predeterminada
somete un area de aplicacion a una inversion completa del flujo magnético, es decir, una forma de onda completa.

Las Figuras 11A a 11L muestran casos ejemplares adicionales para diversos movimientos de al menos un iman
permanente. La Figura 11A muestra dos imanes 102a1, 102a2 acoplados entre si y girados alrededor de un eje 138a de
rotacion. En el dispositivo de la Figura 11A, el sujeto (no mostrado) podria ser posicionado, por ejemplo, de manera que el
eje 138 de rotacion sea generalmente perpendicular al cuero cabelludo del sujeto, o en el que el eje 138 de rotacion sea
generalmente paralelo al cuero cabelludo del sujeto, dependiendo de la forma de onda y/o del flujo magnético deseados
para el sujeto particular. La Figura 11B es similar a la Figura 11A, pero con los imanes 102b1, 102b2 con una polaridad
opuesta a la de los imanes 102a1, 102a2 de la Figura 11A.

La Figura 11C representa otro dispositivo que tiene un Unico iman 102c que tiene un apantallamiento 194 que cubre el
polo norte del iman 102c. El iman 102c gira alrededor de un eje 138 de rotacion a lo largo del plano neutro del iman (es
decir, entre los polos norte y sur del iman 102c). En el dispositivo de la Figura 11C, el sujeto (no mostrado) podria ser
posicionado, por ejemplo, de manera que el eje 138 de rotacién sea generalmente perpendicular al cuero cabelludo del
sujeto, o en el que el eje 138 de rotacion sea generalmente paralelo al cuero cabelludo del sujeto, dependiendo de la
forma de onda y/o del flujo magnético deseados para el sujeto particular. La Figura 11D es similar a la Figura 11C, pero
con el iman 102d con una polaridad opuesta a la del iman 102c de la Figura 11C. La Figura 11D muestra un tnico iman
102d que tiene un apantallamiento 194 que cubre el polo sur del iman 102d.

La Figura 11E muestra otro dispositivo que tiene un Unico iman 102e que se balancea con un movimiento de tipo péndulo
a lo largo de una trayectoria 198 de péndulo, en la que la trayectoria 198 de péndulo esta definida al menos en parte por la
distancia entre el iman 102e y el pivote 96 de péndulo. En el caso mostrado, el polo (S) sur del iman 102e esta mas
alejado del pivote 96 de péndulo que el polo (N) norte del iman 102e. En el dispositivo de la Figura 11E, el sujeto (no
mostrado) podria ser posicionado, por ejemplo, de manera que la trayectoria 198 de péndulo sea generalmente
perpendicular al cuero cabelludo del sujeto, o en el que la trayectoria 198 de péndulo sea generalmente paralela al cuero
cabelludo del sujeto, dependiendo de la forma de onda y/o del flujo magnético deseados para el sujeto particular. La
Figura 11F tiene caracteristicas similares a las de la Figura 11E, pero con el iman 102f de la Figura 11F con una polaridad
opuesta a la del iman 102e de la Figura 11E.

La Figura 11G representa otro dispositivo que tiene un Unico iman 102g que esta configurado para girar alrededor de un
eje 138 de rotacion posicionado en la region del polo norte del iman 102g (es decir, en algun lugar entre el plano neutro
del iman y el extremo de polo (N) norte del iman 102g). El eje 138 de rotacion es generalmente paralelo al plano neutro
(no mostrado) del iman 102g. En el dispositivo de la Figura 11G, el sujeto (no mostrado) podria ser posicionado, por
ejemplo, de manera que el eje 138 de rotacion sea generalmente perpendicular al cuero cabelludo del sujeto, o de manera
que el eje 138 de rotacion sea generalmente paralelo al cuero cabelludo del sujeto, dependiendo de la forma de onda y/o
del flujo magnético deseados para el sujeto particular. La Figura 11H es similar a la Figura 11G, pero con el iman 102h
con una polaridad opuesta a la del iman 102g de la Figura 11G, y en el que el eje 138 de rotacion esta posicionado en la
region del polo sur del iman 102h (es decir, en algun lugar entre el plano neutro del iman y el extremo del polo (S) sur del
iman 102h).

La Figura 11J muestra otro dispositivo que tiene un Unico iman 102j montado a una distancia desde el eje 138 de rotacién
del dispositivo, y que tiene el polo (N) norte del iman 102j mas cerca del eje 138 de rotacion que el polo (S) sur del iman
102j. En el dispositivo de la Figura 11J, el sujeto (no mostrado) podria ser posicionado, por ejemplo, de manera que el eje
138 de rotacion sea generalmente perpendicular al cuero cabelludo del sujeto, o en el que el eje 138 de rotacion sea
generalmente paralelo al cuero cabelludo del sujeto, dependiendo de la forma de onda y/o del flujo magnético deseados
para el sujeto particular. La Figura 11K es similar a la Figura 11J, pero con el iman 102k con una polaridad opuesta a la
del iman 102j de la Figura 11J.

La Figura 11L representa un dispositivo alternativo que tiene un unico iman 102l con forma de arco (que puede ser, por
ejemplo, un iman de herradura), que esta acoplado a un eje 104 de accionamiento alineado con el eje 138 de rotacion. A
medida que el eje 104 de accionamiento gira alrededor del eje 138 de rotacién, el iman 102 gira también alrededor del gje
138 de rotacion. En el dispositivo de la Figura 11L, el sujeto (no mostrado) podria ser posicionado, por ejemplo, de
manera que el eje 138 de rotacion sea generalmente perpendicular al cuero cabelludo del sujeto, o en el que el eje 138 de
rotacion sea generalmente paralelo al cuero cabelludo del sujeto, dependiendo de la forma de onda y/o del flujo magnético
deseados para el sujeto particular.
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Las expresiones "aplicado de manera continua" o "aplicacién continua" se refieren a tratamientos en los que un area de
aplicacion es sometida a al menos un campo magnético con una forma de onda completa o una forma de media onda
durante un periodo de tiempo tipicamente superior a 2 minutos. Dichos tratamientos deben distinguirse de la aplicacion de
impulsos cortos (tipicamente microsegundos) de un campo magnético.

En algunos casos, los dispositivos descritos pueden ser energizados con una bateria recargable. Una carga de bateria
puede ser suficiente para una o mas sesiones de terapia. En algunos casos, una pantalla puede indicar la vida Util restante
de la bateria y puede indicar cuando deberia recargarse el dispositivo.

En algunos casos, los dispositivos descritos usan al menos una conexién a un ordenador para permitir la carga de la
informacion de terapia, la descarga de actualizaciones de software y para comprar mas sesiones para el dispositivo. La
conexion puede ser una conexién de tipo USB u otro tipo de conexion.

La velocidad de rotacion puede ser critica para la terapia especifica administrada. Por lo tanto, en algunos casos, la
velocidad de rotacion es controlada de manera estrecha. En algunos casos, el ajuste de velocidad puede ser establecido
por el usuario o puede ser establecido por un controlador que usa un sensor bioldgico como realimentacion para optimizar
la frecuencia del campo magnético.

En algunos casos, los procedimientos y los dispositivos descritos usan al menos un sensor de bio-retroalimentacion. El
sensor puede ser un electrodo de EEG colocado sobre el cuero cabelludo, junto con un electrodo de referencia que puede
ser colocado en un area de poca actividad cerebral detectada. Cuando se usan mas de un sensor de EEG, puede
obtenerse informacion de correlacion entre areas separadas del cerebro. Los cables de EEG y de referencia pueden
conectarse a través de un amplificador diferencial a un médulo controlador que regula la velocidad de al menos un motor
para hacer girar al menos un iman sobre el cuero cabelludo.

La deteccion de EEG con un iman que gira en las cercanias puede ser dificil, ya que el iman puede afectar al electrodo.
Para permitir una medicién de EEG adecuada, puede usarse una técnica para restar la onda sinusoidal pura del EEG
detectado. En algunos casos, la rotacion del iman puede ser detenida temporalmente con el fin de tomar una medida de
EEG que no incluye el efecto del iman giratorio.

En la presente memoria, se proporciona un dispositivo operable para influir sobre una fase de EEG entre dos sitios en el
cerebro de un sujeto 2806 dentro de una banda de EEG especificada, por ejemplo, tal como se muestra en la Figura 28.
Cualquiera de los dispositivos descritos en la presente memoria puede ser usado para influir sobre la fase de EEG entre
dos sitios en el cerebro de un sujeto dentro de una banda de EEG especificada. El dispositivo puede comprender al
menos dos imanes 2802a, 2802b permanentes, en el que la subunidad (no mostrada en la Figura 28, pero mostrada en
otras figuras, por ejemplo, las Figuras 1-4, 24, 25, 27) del dispositivo esta acoplada tanto al primer iman como al segundo
iman, y en el que la subunidad permite el movimiento del segundo iman a una frecuencia entre aproximadamente 0,5 Hz y
aproximadamente 100 Hz. La subunidad puede permitir el movimiento del segundo iman a una frecuencia entre
aproximadamente 2 Hz y aproximadamente 20 Hz. La subunidad puede permitir el movimiento del primer iman y del
segundo iman a las mismas frecuencias.

La Figura 28 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST aplicado a un sujeto 2806, en el que el dispositivo NEST tiene
tres imanes 2802a, 2802b, 2802c cilindricos magnetizados diametralmente, que giran alrededor de sus ejes de cilindro
con una fase magnética entre al menos dos de los imanes que es distinta de cero. Tal como se muestra en la Figura 27,
un primer iman 2802a permanente de un dispositivo operable para influir sobre una fase de EEG puede tener una primera
orientacion de rotacion con relacion a una superficie 2899 de tratamiento del dispositivo y el segundo iman 2802b
permanente puede tener una segunda orientacién de rotacion con relacion a la superficie 2899 de tratamiento del
dispositivo. El dispositivo puede ser operable para mover el primer iman 2802a permanente a la misma frecuencia que el
segundo iman 2802b permanente.

En algunos casos, un campo magnético es el resultado de una primera fuente magnética y una segunda fuente
magnética. La Figura 29 muestra las intensidades 2997a, 2997b de los campos magnéticos de dos imanes que se
mueven a la misma frecuencia al mismo tiempo 2992, pero que tienen una fase 2991 magnética relativa entre si
(desfasadas entre si). Las intensidades de los campos magnéticos en este grafico se trazan con el tiempo en el eje x y
con la intensidad del campo magnético en el eje y (con dos ejes x, para mostrar simultaneamente las intensidades de
campo relativas de cada iman). Tal como se representa en la Figura 29, una primera fuente magnética y una segunda
fuente magnética pueden estar desfasadas entre si con el fin de influir sobre la fase de EEG del sujeto. En algunos casos,
la cantidad de desfase entre la primera fuente magnética y la segunda fuente magnética se denomina fase 2991
magnética. La fase magnética puede ser medida de maximo a maximo (es decir, del maximo de la intensidad de campo
del primer iman al maximo de la intensidad de campo del segundo iman, tal como se muestra en la Figura 29, en 2991), o
de minimo a minimo, o de inflexién a inflexién, o cualquier caracteristica grafica similar en ambos graficos de intensidad
de campo de los imanes.
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En algunos casos, la primera parte de la superficie de tratamiento es la parte de la superficie de tratamiento
aproximadamente mas cercana al primer iman permanente, y en el que la segunda parte de la superficie de tratamiento
es la parte de la superficie de tratamiento aproximadamente mas cercana al segundo iman permanente. Por ejemplo, en
la Figura 28, la superficie 2899 de tratamiento se extiende entre los imanes 2802a, 2802b, 2802c y la cabeza del sujeto
2806. La primera parte de la superficie de tratamiento es la parte de la superficie 2899 de tratamiento entre el primer iman
2802a y la parte mas cercana de la cabeza del sujeto 2806. De manera similar, la segunda parte de la superficie de
tratamiento es aquella parte de la superficie 2899 de tratamiento entre el segundo iman 2802b y la parte mas cercana de
la cabeza del sujeto 2806. En algunos casos, la primera parte de la superficie de tratamiento es la parte de la superficie de
tratamiento mas cercana al primer iman permanente que se pretende que sea aproximadamente tangencial a la cabeza
del sujeto en el punto mas cercano a esa superficie de tratamiento. En algunos casos, la segunda parte de la superficie de
tratamiento es la parte de la superficie de tratamiento aproximadamente mas cercana al segundo iman permanente que
se pretende que sea aproximadamente tangencial a la cabeza del sujeto en el punto mas cercano a esa superficie de
tratamiento.

En algunos casos de los dispositivos descritos en la presente memoria, la diferencia entre la primera orientacion de
rotacion y la segunda orientacion de rotacion resulta en una fase magnética cuando el primer iman permanente es movido
a la misma frecuencia que el segundo iman permanente. Tal como se muestra en la Figura 28, por ejemplo, el primer
iman 2802a tiene una orientacion de rotacién con relacién a la superficie 2899 de tratamiento que es diferente de la
orientacion de rotacion del segundo iman 2802b. El primer iman 2802a tiene una orientacion de rotacion en la que su eje
neutral es casi paralelo (o tangencial, cuando la superficie de tratamiento es curva) a la superficie 2899 de tratamiento
mas cercana, con su polo norte mas cercano a la superficie 2899 de tratamiento. El segundo iman 2802b tiene una
orientacion de rotacion en la que su eje neutro es casi perpendicular a la superficie 2899 de tratamiento mas cercana al
mismo, con su polo norte solo ligeramente mas cercano a la superficie 2899 de tratamiento que su polo sur. De esta
manera, con relacion a la superficie de tratamiento mas cercana a cada iman, el primer iman 2802a tiene una orientacion
de rotacion que esta desplazada del eje de rotacion del segundo iman 2802b en aproximadamente 90 grados. La primera
orientacién de rotacion con relaciéon a una primera parte de una superficie de tratamiento del dispositivo puede ser entre al
menos aproximadamente 0 grados y aproximadamente 360 grados diferente de la segunda orientacion de rotacion con
relacion a una segunda parte de la superficie de tratamiento del dispositivo. La primera orientacién de rotacion con
relacién a una primera parte de una superficie de tratamiento del dispositivo puede ser al menos una de: entre al menos
aproximadamente 0 grados y aproximadamente 180 grados, entre al menos aproximadamente 0 grados y
aproximadamente 90 grados, entre al menos aproximadamente 0 grados y aproximadamente 45 grados, entre al menos
aproximadamente 0 grados y aproximadamente 30 grados, entre al menos aproximadamente 0 grados y
aproximadamente 15 grados, entre al menos aproximadamente 0 grados y aproximadamente 10 grados, al menos
aproximadamente 5 grados, al menos aproximadamente 10 grados, al menos aproximadamente 15 grados, al menos
aproximadamente 30 grados, al menos aproximadamente 45 grados, al menos aproximadamente 60 grados, al menos
aproximadamente 90 grados, al menos aproximadamente 120 grados, al menos aproximadamente 180 grados, al menos
aproximadamente 240 grados y al menos aproximadamente 270 grados diferente de la segunda orientacion de rotacion
con relacién a una segunda parte de la superficie de tratamiento del dispositivo. La frecuencia de EEG especificada puede
ser una frecuencia intrinseca segun se describe en la presente memoria. La frecuencia de EEG especificada puede ser
una frecuencia pre-seleccionada segun se describe en la presente memoria. La frecuencia pre-seleccionada puede ser
una frecuencia intrinseca promedio de una base de datos de poblacion saludable dentro de una banda de EEG
especificada.

La fase magnética del dispositivo puede ser operable para influir sobre una fase de EEG entre un primer sitio y un
segundo sitio en el cerebro de un sujeto de una frecuencia de EEG especificada. La Figura 30 muestra lecturas 3095a,
3095b tedricas de electrodo de EEG medidas en dos ubicaciones sobre la cabeza de un sujeto dentro de una Unica banda
de EEG cuando las dos ubicaciones exhiben una frecuencia similar (o la misma), pero estan desfasadas entre si, es decir,
muestran una fase 3089 de EEG. Las lecturas de EEG a lo largo del tiempo en este grafico se trazan con el tiempo en el
eje x y las lecturas de EEG en el €je y (con dos ejes x, para mostrar dos lecturas de electrodo EEG tomadas
simultaneamente en diferentes ubicaciones en la cabeza del sujeto). Tal como se representa en la Figura 30, una primera
lectura 3095a de EEG, y una segunda lectura 3095b de EEG pueden estar desfasadas entre si. La cantidad de desfase
entre la primera lectura de EEG y la segunda lectura de EEG se denomina fase 3089 de EEG. La fase 3089 de EEG
puede ser medida de maximo a maximo (es decir, de maximo de la primera lectura EEG a maximo de la segunda lectura
EEG, tal como se muestra en la Figura 30, en 3089), o de minimo a minimo, o de inflexién a inflexion, o cualquier
caracteristica grafica similar en ambos graficos de lectura de EEG.

En algunos casos, el primer sitio en el cerebro de un sujeto puede alinearse generalmente con un primer iman
permanente, y el segundo sitio en el cerebro de un sujeto puede alinearse generalmente con un segundo iman
permanente del dispositivo para influir sobre la fase de EEG entre esos dos sitios. Pueden seleccionarse también sitios
adicionales y pueden usarse ademas imanes adicionales para influir sobre la fase de EEG entre sitios determinados hacia
una fase de EEG pre-seleccionada.

25



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ES 2672107 T3

En la presente memoria se proporciona un dispositivo que comprende unos medios para aplicar un primer campo
magnético a una cabeza de un sujeto; y unos medios para aplicar un segundo campo magnético a una cabeza de un
sujeto, de manera que los medios para aplicar el primer campo magnético y los medios para aplicar el segundo campo
magnético sean capaces de influir sobre una fase de EEG entre al menos dos sitios en un cerebro del sujeto de una
frecuencia de EEG especificada. Los campos magnéticos (primer campo magnético y segundo campo magnético)
pueden ser de la misma frecuencia, pero desfasados entre si.

Pueden proporcionarse campos magnéticos adicionales mediante medios adicionales para aplicar dichos campos
magnéticos. Estos campos también pueden estar desfasados entre si, o con cualquiera de los campos magnéticos. Sin
embargo, en algunos casos, los campos magnéticos pueden tener las mismas frecuencias. Los dispositivos pueden ser
una terapia resonante iman permanente EEG (pMERT) (es decir, un dispositivo NEST de terapia de sincronizacion Neuro-
EEG) segun se describe en la presente memoria.

Incluso un dispositivo que tiene una fase magnética de 0, donde los imanes giran a las mismas frecuencias, y en fase con
relacion a la superficie de tratamiento del dispositivo (y/o con relacion a la cabeza del sujeto), puede influir sobre la fase de
EEG entre dos ubicaciones medidas sobre la cabeza del sujeto. Por ejemplo, si antes del tratamiento, dos electrodos de
EEG toman lecturas de EEG dentro de una banda de EEG, y las frecuencias son las mismas (o sustancialmente las
mismas), sin embargo, las lecturas EEG tienen maximos para cada electrodo en diferentes tiempos (es decir, una fase de
EEG distinta de cero), un dispositivo segun se describe en la presente memoria puede influir sobre la fase de EEG
mediante la aplicacion de un campo magnético que tiene una fase magnética (es decir, donde los imanes se mueven a la
misma frecuencia y en fase entre si).

En algunos casos, un dispositivo comprende un primer electrodo operable para detectar la actividad eléctrica del cerebro;
y un segundo electrodo operable para detectar una sefal de referencia, en el que el primer electrodo esta situado sobre el
sujeto en al menos una de entre: un area de baja resistividad eléctrica en un sujeto, y un area sustancialmente sin
interferencias de impulsos eléctricos en un sujeto, y en el que el segundo electrodo esta situado sobre el sujeto. En
algunos casos, un dispositivo comprende un primer electrodo operable para detectar la actividad eléctrica del cerebro; y
un segundo electrodo operable para detectar una sefial de referencia, en el que el primer electrodo esta situado sobre el
sujeto en al menos una parte del canal auditivo del sujeto, y en el que el segundo electrodo esta situado sobre el sujeto.
Dichas colocaciones y configuraciones de electrodos pueden ser parte de cualquier dispositivo NEST descrito en la
presente memoria. De manera alternativa, estas configuraciones de electrodos (incluyendo la colocacion y la
conformacion) pueden ser parte de cualquier dispositivo en el que se desee una sefial de EEG mas clara, ya que estas
configuraciones resultan en reducciones de ruido y menor resistividad de otras sefiales (tales como contracciones
musculares, etc.) en comparacion con los electrodos colocados, por ejemplo, sobre la cabeza de un sujeto.

La Figura 27 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST que tiene un primer electrodo 2782a EEG situado en el canal
2707 auditivo del sujeto, y un electrodo 2782b de EEG de referencia (es decir, un segundo electrodo) situado en un Iébulo
de la oreja del sujeto 2706. Puede usarse también un gel 2783 conductor con el primer electrodo 2782b. En el dispositivo
mostrado en la Figura 27, los electrodos 2782a, 2782b, acoplados mediante cables a una subunidad 2758 de control. La
subunidad 2758 de control se acopla también a al menos un iman 2702 operable para aplicar un campo magnético al
cerebro del sujeto 2706 haciendo girar el iman alrededor de su eje (no mostrado). Pueden usarse otros dispositivos NEST
segun se describen en la presente memoria y pueden incluir los electrodos de EEG tal como se ha descrito. Pueden
usarse otras configuraciones de iman, imanes y/o campo magnético segun se describe en la presente memoria. Pueden
usarse otras subunidades de control segun se describen en la presente memoria. El primer electrodo puede estar
conformado para adaptarse a un area sustancialmente sin interferencias de impulsos eléctricos, por ejemplo, una parte
del canal auditivo o una parte de la cavidad nasal. El electrodo puede estar conformado como una ayuda a la audicion,
incluyendo, por ejemplo, conformado completamente en el canal, con forma de canal, con forma de media concha, con
forma de concha completa, detras de la oreja y con forma de oreja abierta. El primer electrodo puede adaptarse al area
sustancialmente sin interferencias de impulsos eléctricos. El primer electrodo puede ser compatible, de manera que se
adapte a la anatomia especifica del sujeto. El primer electrodo puede presentarse en multiples tamafios para adaptarse a
un intervalo de anatomias de sujetos. El primer electrodo puede estar configurado de manera que el sujeto pueda colocar
el electrodo en el area sustancialmente sin interferencias de impulsos eléctricos sin ayuda, por ejemplo, de una segunda
persona, un técnico de EEG cualificado o un profesional médico.

El area sustancialmente sin interferencias de impulsos eléctricos puede ser una ubicacién que sustancialmente no tiene
actividad muscular. El area sustancialmente sin actividad muscular puede no tener sustancialmente actividad muscular.
De manera alternativa, el area sustancialmente sin actividad muscular puede ser relajada mediante unos medios de
relajacion muscular tales como, por ejemplo, una inyeccién con una sustancia que relaja (y/o paraliza) los musculos en el
area, una aplicacion tdpica de una sustancia que relaja (y/o paraliza) los musculos en el area, y/o por una sustancia de
relajacion muscular ingerida.

Aunque una ubicacién anatémica sustancialmente sin interferencias de impulsos eléctricos (pero en la que puede medirse
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la actividad cerebral) puede proporcionar una sefial de EEG mas clara que resulta en menos ruido y menor resistividad
del craneo, de manera alternativa, el primer electrodo puede ser colocado sobre el cuero cabelludo (bien directamente y/o
bien con cabello entre el cuero cabelludo y el electrodo). Pueden colocarse un unico electrodo o una pluralidad de
electrodos en el cuero cabelludo para la medicién de la coherencia, la medicién de fase, la medicidon de frecuencia
intrinseca y/o la medicion del factor Q. El ruido debido al movimiento del cuero cabelludo y/o a la resistividad del craneo
puede ser filtrado de la sefial (o sefales) recibida desde los electrodos de EEG, sin embargo, dicho filtrado puede no ser
necesario. Puede aplicarse un suavizado de curva a la sefial (o sefiales) recibida desde los electrodos de EEG, sin
embargo, dicho suavizado de curva puede no ser necesario. Usando cualquiera de los medios de registro de EEG
indicados en la presente memoria, pueden tomarse y combinarse multiples registros de sefial para determinar, por
ejemplo, una medicion de coherencia, una medicion de frecuencia intrinseca y/o una medicion de factor Q. Puede usarse
un casco con electrodos de EEG, y las sefiales desde uno o mas electrodos del casco pueden ser usadas segun se
describe en la presente memoria para determinar una frecuencia intrinseca, un factor Q o una coherencia.

El area del cuero cabelludo sobre la que se coloca el primer electrodo de EEG (o la pluralidad de electrodos) puede ser
inducida a tener menos actividad muscular, o puede tener naturalmente menos actividad muscular que otras areas en el
cuero cabelludo. La induccion de menos actividad muscular en el area del cuero cabelludo puede conseguirse de diversas
maneras. Por ejemplo, el area puede ser relajada mediante unos medios de relajacion muscular, tales como una
inyeccion con una sustancia que relaja (y/o paraliza) los musculos del area, una aplicacién topica de una sustancia que
relaja (y/o paraliza) los musculos en el area y/o mediante una sustancia de relajacion muscular ingerida.

En algunos casos, el segundo electrodo operable para detectar una sefial de referencia es una referencia de tierra. El
segundo electrodo puede ser un clip de oreja fijado, por ejemplo, al I6bulo de la oreja de un sujeto. El segundo electrodo
puede estar fijado a una ubicacion que no muestra sustancialmente ninguna actividad de EEG. El segundo electrodo
puede ser un clip de oreja.

El dispositivo segun se describe en la presente memoria puede ser operable para medir la sefial de EEG desde el cerebro
del sujeto antes y/o después de la aplicacion del campo magnético al sujeto. El dispositivo segun se describe en la
presente memoria puede comprender logica (en un formato legible por ordenador, por ejemplo, hardware, software) que
recibe y registra la sefial de EEG antes y/o después de la aplicacién del campo magnético al cerebro del sujeto (o a parte
del mismo). El dispositivo segun se describe en la presente memoria puede comprender légica (en un formato legible por
ordenador) que determina la frecuencia intrinseca de una banda de EEG especificada del sujeto usando la sefial de EEG
antes y/o después de la aplicacion del campo magnético al cerebro del sujeto (o a parte del mismo). El dispositivo segun
se describe en la presente memoria puede comprender légica (en un formato legible por ordenador) que determina el
factor Q de una frecuencia intrinseca de una banda de EEG especificada del sujeto usando la sefial de EEG antes y/o
después de la aplicacién del campo magnético al cerebro del sujeto (o0 a una parte del mismo). El dispositivo segun se
describe en la presente memoria puede comprender légica (en un formato legible por ordenador) que determina la
coherencia de las frecuencias intrinsecas de una banda de EEG especificada del sujeto medidas en multiples ubicaciones
cerebrales. El dispositivo segun se describe en la presente memoria puede comprender ldgica (en un formato legible por
ordenador) que determina la fase de las frecuencias intrinsecas de una banda de EEG especificada del sujeto medidas en
multiples ubicaciones del cerebro.

En la presente memoria se proporciona un procedimiento para tratar un sujeto, que comprende ajustar la salida de un
campo magnético para influir sobre una frecuencia intrinseca de una banda de EEG especificada del sujeto hacia una
frecuencia intrinseca pre-seleccionada de la banda de EEG especificada; y aplicar dicho campo magnético cerca de una
cabeza del sujeto. En algunos casos, se usa un dispositivo NEST, tal como uno de los dispositivos NEST (dispositivos
pMERT) descritos en la presente memoria, para crear el campo magnético del procedimiento. En algunos casos, la
accion de influir sobre una frecuencia intrinseca puede incluir influir sobre los arménicos de la frecuencia intrinseca pre-
seleccionada de la banda de EEG especificada. En algunos casos, la frecuencia intrinseca pre-seleccionada es un
armonico de la frecuencia intrinseca maxima de una banda de EEG especificada. En algunos casos, la accién de influir
sobre una frecuencia intrinseca puede incluir proporcionar un campo magnético que tiene una frecuencia objetivo que
puede ser representada en el dominio de frecuencia mediante una funcién de impulso. En algunos casos, la accién de
influir sobre una frecuencia intrinseca puede incluir proporcionar un campo magnético que tiene una frecuencia objetivo
que no tiene variaciones (la desviacion estandar alrededor de la frecuencia objetivo es 0). En algunos casos, la accion de
influir sobre una frecuencia intrinseca puede incluir proporcionar un campo magnético que tiene una frecuencia objetivo
mas o menos como maximo el 1% de la frecuencia objetivo. En algunos casos, la accién de influir sobre una frecuencia
intrinseca puede incluir proporcionar un campo magnético que tiene una frecuencia objetivo mas o menos como maximo
el 5% de la frecuencia objetivo. En algunos casos, la accion de influir sobre una frecuencia intrinseca puede incluir
proporcionar un campo magnético que tiene una frecuencia objetivo mas o menos como maximo el 10% de la frecuencia
objetivo. En algunos casos, la accion de influir sobre una frecuencia intrinseca puede incluir proporcionar un campo
magnético que tiene una frecuencia objetivo mas o menos como maximo el 10% de la frecuencia objetivo. En algunos
casos, la accion de influir sobre una frecuencia intrinseca puede incluir proporcionar un campo magnético que tiene una
frecuencia objetivo mas o menos como maximo el 15% de la frecuencia objetivo. En algunos casos, la accion de influir
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sobre una frecuencia intrinseca puede incluir proporcionar un campo magnético que tiene una frecuencia objetivo mas o
menos como maximo el 20% de la frecuencia objetivo.

En la presente memoria se proporciona un procedimiento para tratar un sujeto que comprende ajustar la salida de un
campo magnético para influir sobre un factor Q, una medida de la selectividad de frecuencia de una banda de EEG
especificada del sujeto, hacia un factor Q pre-seleccionado de la banda; y aplicar dicho campo magnético cerca de una
cabeza del sujeto. En algunos casos, se usa un dispositivo NEST, tal como uno de los dispositivos NEST (dispositivos
pMERT) descritos en la presente memoria, para crear el campo magnético del procedimiento.

En la presente memoria se proporciona un procedimiento para tratar un sujeto, que comprende ajustar la salida de un
campo magnético para influir sobre la coherencia de las frecuencias intrinsecas entre multiples sitios en un cerebro del
sujeto dentro de una banda de EEG especificada hacia un valor de coherencia pre-seleccionado; y aplicar dicho campo
magnético cerca de una cabeza del sujeto. En algunos casos, se usa un dispositivo NEST, tal como uno de los
dispositivos NEST (dispositivos pMERT) descritos en la presente memoria, para crear el campo magnético del
procedimiento.

En la presente memoria se proporciona un procedimiento para alterar una frecuencia intrinseca de un cerebro de un
sujeto dentro de una banda de EEG especificada, que comprende determinar la frecuencia intrinseca del sujeto dentro de
la banda de EEG especificada; comparar la frecuencia intrinseca de la etapa (a) con una frecuencia intrinseca promedio
de una base de datos de poblacién saludable; si la frecuencia intrinseca de la etapa (a) es mayor que la frecuencia
intrinseca promedio de la base de datos de poblacién saludable, desplazar hacia abajo la frecuencia intrinseca del sujeto
mediante la aplicaciéon de un campo magnético especifico cerca de una cabeza del sujeto, en el que dicho campo
magnético especifico tiene una frecuencia menor que la frecuencia intrinseca del sujeto; y si la frecuencia intrinseca de la
etapa (a) es menor que la frecuencia intrinseca promedio de la base de datos de poblacion saludable, cambiar la
frecuencia intrinseca del sujeto mediante la aplicacién de un campo magnético especifico cerca de una cabeza del sujeto,
en el que dicho campo magnético especifico tiene una frecuencia mayor que la frecuencia intrinseca del sujeto. En
algunos casos, se usa un dispositivo NEST, tal como uno de los dispositivos NEST (dispositivos pMERT) descritos en la
presente memoria, para crear el campo magnético del procedimiento.

En la presente memoria se proporciona un procedimiento para alterar un factor Q de una frecuencia intrinseca dentro de
una banda de EEG especificada de un sujeto, que comprende determinar el factor Q de la frecuencia intrinseca dentro de
la banda de EEG especificada del sujeto; comparar el factor Q de la frecuencia intrinseca de la etapa (a) con un factor Q
promedio de la frecuencia intrinseca de una base de datos de poblacién saludable; si el factor Q de la frecuencia
intrinseca de la etapa (a) es mayor que el factor Q promedio de la frecuencia intrinseca de la base de datos de poblacién
saludable, ajustar hacia abajo el factor Q de la frecuencia intrinseca del sujeto mediante la aplicacién de un campo
magnético con frecuencias variables cerca de una cabeza del sujeto; y si el factor Q de la frecuencia intrinseca de la etapa
(a) es menor que el factor Q promedio de la frecuencia intrinseca de la base de datos de poblacién saludable, ajustar
hacia arriba el factor Q de la frecuencia intrinseca del sujeto mediante la aplicacion de un campo magnético con una
frecuencia pre-seleccionada cerca de una cabeza del sujeto. En algunos casos, se usa un dispositivo NEST, tal como uno
de los dispositivos NEST (dispositivos pMERT) descritos en la presente memoria, para crear el campo magnético del
procedimiento.

En la presente memoria se proporciona un procedimiento para mejorar la coherencia de las frecuencias intrinsecas dentro
de una banda de EEG especificada entre multiples ubicaciones de un cerebro de un sujeto, que comprende determinar el
valor de coherencia de las frecuencias intrinsecas entre multiples ubicaciones a lo largo de un cuero cabelludo del sujeto;
comparar el valor de coherencia de la etapa (a) con un valor de coherencia promedio de una base de datos de poblacion
saludable; si el valor de coherencia de la etapa (a) es mayor que el valor de coherencia promedio de la base de datos de
poblacion saludable, disminuir el valor de coherencia del sujeto mediante la aplicacion de al menos dos campos
magnéticos asincronos cerca de una cabeza del sujeto; si el valor de coherencia de la etapa (a) es menor que el valor de
coherencia promedio de la base de datos de poblacion saludable, aumentar el valor de coherencia del sujeto mediante la
aplicacion de al menos un campo magnético sincronizado cerca de una cabeza del sujeto. En algunos casos, se usa un
dispositivo NEST, tal como uno de los dispositivos NEST (dispositivos pMERT) descritos en la presente memoria, para
crear el campo magnético del procedimiento.

En la presente memoria se proporciona un procedimiento que comprende ajustar una corriente de salida de una fuente de
corriente eléctrica alterna para influir sobre un factor Q de una frecuencia intrinseca de una banda de EEG de un sujeto
hacia un factor Q objetivo; y aplicar dicha corriente de salida a través de una cabeza del sujeto.

En la presente memoria se proporciona un procedimiento que comprende ajustar la salida de un campo magnético para
influir sobre una fase de EEG entre dos sitios en el cerebro de un sujeto de una frecuencia de EEG especifica hacia una
fase de EEG pre-seleccionada de la frecuencia de EEG especificada; y aplicar dicho campo magnético cerca de una
cabeza del sujeto.
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En algunos casos, la fase de EEG pre-seleccionada es menor que la fase de EEG entre los dos sitios en el cerebro del
sujeto. En algunos casos, la fase de EEG pre-seleccionada es cualquier fase de EEG menor que la fase de EEG entre los
dos sitios en el cerebro del sujeto. En algunos casos, la fase de EEG pre-seleccionada es mayor que la fase de EEG entre
los dos sitios en el cerebro del sujeto. En algunos casos, la fase de EEG pre-seleccionada es cualquier fase de EEG
mayor que la fase de EEG entre los dos sitios en el cerebro del sujeto. En algunos casos, la fase de EEG pre-
seleccionada es una fase de EEG de una poblacion de personas. La poblacién de personas puede ser un conjunto de
personas que tienen un rasgo, una caracteristica, una habilidad o una caracteristica particular. La poblacion puede ser
una poblacién de personas saludables. La poblacién de personas puede ser un conjunto de personas que no tienen un
trastorno particular, tal como ansiedad, depresion u otros trastornos indicados en la presente memoria. En algunos casos,
los procedimientos comprenden medir datos de EEG de dos sitios en el cerebro del sujeto, y calcular la fase de EEG entre
los dos sitios en el cerebro de un sujeto.

En algunos casos, no hay una fase de EEG pre-seleccionada. Por el contrario, el procedimiento comprende ajustar la
salida de un campo magnético para influir sobre una fase de EEG entre dos sitios en el cerebro de un sujeto dentro de
una banda de EEG especificada; y aplicar dicho campo magnético cerca de una cabeza del sujeto. La fase de EEG puede
ser influida para que sea mas baja o mas alta.

En otro aspecto estan los procedimientos para influir sobre una fase de EEG de una frecuencia de EEG especificada entre
multiples ubicaciones de un cerebro de un sujeto, que comprende determinar la fase de EEG entre al menos dos
ubicaciones medidas en la cabeza del sujeto; comparar la fase de EEG con una fase de EEG promedio de una poblacién
saludable; y aplicar un campo magnético cerca de una cabeza del sujeto. La aplicacion del campo magnético puede influir
sobre la fase de EEG determinada hacia la fase de EEG promedio de una poblaciéon saludable. La frecuencia de EEG
especificada puede ser una frecuencia intrinseca segun se describe en la presente memoria. La frecuencia de EEG
especificada puede ser una frecuencia pre-seleccionada segun se describe en la presente memoria. La frecuencia pre-
seleccionada puede ser una frecuencia intrinseca promedio de una base de datos de poblacién saludable dentro de una
banda de EEG especificada.

En otro aspecto estan los procedimientos para usar un dispositivo de estimulaciéon magnética transcraneal (TMS) para
influir sobre una fase de EEG de un sujeto dentro de una banda de EEG especificada, que comprenden: ajustar la salida
de dicho dispositivo de TMS; cambiar la fase de EEG mediante disparos repetitivos de al menos un campo magnético
usando dicho dispositivo TMS; y aplicar dicho campo magnético cerca de una cabeza del sujeto.

En algunos casos, el campo magnético es el resultado de una primera fuente magnética y una segunda fuente magnética.
En algunos casos, la primera fuente magnética y la segunda fuente magnética estan desfasadas entre si. La cantidad de
desfase entre la primera fuente magnética y la segunda fuente magnética se denomina fase magnética.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito en la presente memoria, la etapa de aplicar el campo magnético es
durante un tiempo de tratamiento acumulativo pre-determinado. En algunos casos de al menos un aspecto descrito
anteriormente, la frecuencia intrinseca pre-seleccionada u objetivo con la banda de EEG especificada es de
aproximadamente 0,5 Hz a aproximadamente 100 Hz. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente,
la frecuencia intrinseca pre-seleccionada u objetivo con la banda de EEG especificada es de aproximadamente 1 Hz a
aproximadamente 100 Hz. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la frecuencia intrinseca pre-
seleccionada u objetivo con la banda de EEG especificada no es mayor que aproximadamente 50 Hz. En algunos casos
de al menos un aspecto descrito anteriormente, la frecuencia intrinseca pre-seleccionada u objetivo con la banda de EEG
especificada no es mayor que aproximadamente 30 Hz. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente,
la frecuencia intrinseca pre-seleccionada u objetivo con la banda de EEG especificada no es mayor que aproximadamente
20 Hz. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la frecuencia intrinseca pre-seleccionada u
objetivo con la banda de EEG especificada no es mayor que aproximadamente 10 Hz. En algunos casos de al menos un
aspecto descrito anteriormente, la frecuencia intrinseca pre-seleccionada u objetivo con la banda de EEG especificada es
mayor que aproximadamente 3 Hz. En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la frecuencia
intrinseca pre-seleccionada u objetivo con la banda de EEG especificada es mayor que aproximadamente 1 Hz.

En algunos casos de al menos un aspecto descrito anteriormente, la frecuencia intrinseca pre-seleccionada u objetivo con
la banda de EEG especificada es de hasta aproximadamente 25 Hz. Tal como se usa en la presente memoria, el término
"aproximadamente", cuando se refiere a una frecuencia, puede hacer referencia a variaciones de 0,1 Hz-0,2 Hz, de 0,1 Hz
a05Hz,de0,5Hza1Hzode 1Hza5Hz.

En algunos casos, la frecuencia intrinseca pre-seleccionada y/u objetivo se elige de entre una pluralidad de frecuencias
intrinsecas en la banda de EEG especificada. En algunos casos, la frecuencia intrinseca pre-seleccionada y/u objetivo se
elige de entre una pluralidad de frecuencias intrinsecas a través de una pluralidad de bandas de EEG. En algunos casos,
la banda de EEG especificada es la banda alfa. En algunos casos, la banda de EEG especificada es la banda beta.

En algunos casos, el procedimiento o los procedimientos pueden comprender situar un primer electrodo operable para
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detectar la actividad eléctrica del cerebro sobre el sujeto en un area de baja resistividad eléctrica en un sujeto. En algunos
casos, el procedimiento o los procedimientos pueden comprender situar un primer electrodo operable para detectar la
actividad eléctrica del cerebro sobre el sujeto en un area sustancialmente sin interferencias de impulsos eléctricos en un
sujeto. En algunos casos, el procedimiento o los procedimientos pueden comprender situar un primer electrodo operable
para detectar la actividad eléctrica del cerebro sobre el sujeto en un area sustancialmente sin interferencias de impulsos
eléctricos. En algunos casos, descritos en la presente memoria, el procedimiento o los procedimientos pueden
comprender situar un primer electrodo operable para detectar la actividad eléctrica del cerebro sobre el sujeto en una
ubicacién sustancialmente sin actividad muscular. El procedimiento o los procedimientos pueden comprender ademas
situar un segundo electrodo operable para detectar una sefal de referencia sobre el sujeto. El procedimiento o los
procedimientos pueden comprender ademas determinar la frecuencia intrinseca a partir de: la actividad eléctrica del
cerebro detectada por el primer electrodo, y la sefial de referencia detectada por el segundo electrodo.

En algunos casos, el procedimiento o los procedimientos pueden comprender situar un primer electrodo operable para
detectar la actividad eléctrica del cerebro sobre el sujeto en al menos una parte del canal auditivo del sujeto. El
procedimiento o los procedimientos pueden comprender ademas situar un segundo electrodo operable para detectar una
sefal de referencia sobre el sujeto. El procedimiento o los procedimientos pueden comprender ademas determinar la
frecuencia intrinseca a partir de la actividad eléctrica del cerebro detectada por el primer electrodo y la sefial de referencia
detectada por el segundo electrodo.

El procedimiento o los procedimientos descritos en la presente memoria pueden comprender aplicar gel conductor al area
de baja resistividad eléctrica sobre un sujeto (es decir, la ubicacion en la que se coloca el primer electrodo). El
procedimiento o los procedimientos descritos en la presente memoria pueden comprender aplicar gel conductor al area
sustancialmente sin interferencias de impulsos eléctricos sobre un sujeto (es decir, la ubicacion en la que se coloca el
primer electrodo). El procedimiento o los procedimientos descritos en la presente memoria pueden comprender aplicar gel
conductor al area sustancialmente sin actividad muscular (es decir, la ubicacion en la que se coloca el primer electrodo).
De manera alternativa o adicional a la aplicacion del gel, el procedimiento puede comprender conformar el primer
electrodo para adaptarse al area en la que se coloca el primer electrodo, por ejemplo, la parte del canal auditivo o la parte
de la cavidad nasal en la que se coloca el primer electrodo. El electrodo puede estar pre-formado para adaptarse
generalmente a la ubicaciéon anatdmica deseada para la colocacion del electrodo, o el electrodo puede ser conformado in
situ para adaptarse a la ubicacién anatomica de colocacion de electrodo del sujeto especifico. El procedimiento puede
comprender conformar el electrodo para adaptarlo a una ubicacién anatémica (por ejemplo, el area en la que se colocara
el primer electrodo). El procedimiento puede comprender proporcionar un electrodo que se adapta a una ubicacion
anatémica (por ejemplo, el area en la que se colocara el primer electrodo). El primer electrodo puede presentarse en
multiples tamafios para adaptarse a un intervalo de anatomias de los sujetos. El primer electrodo puede estar configurado
de manera que el sujeto pueda colocar el electrodo en el area sustancialmente sin interferencias de impulsos eléctricos sin
ayuda, por ejemplo, de una segunda persona, un técnico de EEG cualificado o un profesional médico.

El procedimiento o los procedimientos descritos en la presente memoria pueden comprender colocar el primer electrodo
en una ubicacién sustancialmente sin interferencias de impulsos eléctricos, puede ser una ubicacion sustancialmente sin
actividad muscular. El area sustancialmente sin actividad muscular puede no tener sustancialmente actividad muscular. El
procedimiento o los procedimientos descritos en la presente memoria pueden comprender relajar el area del sujeto en la
que se coloca el primer electrodo mediante unos medios de relajacién muscular, tales como, por ejemplo, inyectando una
sustancia que relaja los musculos en el area, aplicando una sustancia tdpica que relaja los musculos en el area, y/o
proporcionando una sustancia de relajacion muscular ingerible al sujeto que relaja los musculos en el area. El
procedimiento o los procedimientos descritos en la presente memoria pueden comprender paralizar el area del sujeto en
la que se coloca el primer electrodo mediante unos medios de paralisis muscular, tales como, por ejemplo, inyectando
una sustancia que paraliza sustancialmente los musculos en el area y/o aplicando una sustancia tépica que paraliza
sustancialmente los musculos en el area.

Aunque una ubicacién anatémica sustancialmente sin interferencias de impulsos eléctricos y/o una ubicacion
sustancialmente sin actividad muscular (pero en la que puede medirse la actividad cerebral) puede proporcionar una sefial
de EEG mas clara que resulta en menos ruido y menor resistividad del craneo, sin embargo, los procedimientos
proporcionados en la presente memoria pueden comprender colocar el primer electrodo sobre el cuero cabelludo
(directamente y/o con cabello entre el cuero cabelludo y el electrodo). Los procedimientos proporcionados en la presente
memoria pueden comprender colocar una pluralidad de electrodos sobre el cuero cabelludo para la medicion de la
coherencia, la medicion de la frecuencia intrinseca y/o la medicion del factor Q. Los procedimientos proporcionados en la
presente memoria pueden comprender filtrar de la sefial (o de las sefiales) recibidas desde los electrodos de EEG el ruido
debido al movimiento del cuero cabelludo y/o a la resistividad del craneo. Los procedimientos proporcionados en la
presente memoria pueden comprender suavizar la curva de sefial recibida y/o determinada a partir de los electrodos de
EEG. Los procedimientos proporcionados en la presente memoria pueden comprender determinar a partir de multiples
registros de sefial: una medicién de coherencia, una medicién de frecuencia intrinseca y/o una medicién de factor Q
usando cualquiera de los medios de registro de EEG indicados en la presente memoria. Puede usarse un casco con
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electrodos de EEG, y las sefales desde uno o mas electrodos del casco pueden ser usadas segun se describe en la
presente memoria para determinar una frecuencia intrinseca, un factor Q o una coherencia.

El area del cuero cabelludo sobre la que se coloca el primer electrodo de EEG (o la pluralidad de electrodos) puede ser
inducida a tener menos actividad muscular, o puede tener naturalmente menos actividad muscular que otras areas en el
cuero cabelludo. La induccién de una menor actividad muscular en el area del cuero cabelludo puede conseguirse de
diversas maneras. Por ejemplo, los procedimientos pueden comprender relajar el area en la que se coloca el primer
electrodo, por ejemplo, inyectando una sustancia que relaja (y/o paraliza) los musculos en el area, aplicando una
sustancia topica que relaja (y/o paraliza) los musculos en el area, y/o proporcionando una sustancia de relajacion
muscular ingerible que relaja los misculos en el area.

En algunos casos, el procedimiento comprende colocar un segundo electrodo operable para detectar una sefal de
referencia, en el que el segundo electrodo es una referencia de tierra. El procedimiento puede comprender fijar un
electrodo de clip de oreja, por ejemplo, al I6bulo de la oreja de un sujeto. El clip de oreja puede ser extraible. El
procedimiento puede comprender fijar el segundo electrodo a una ubicacion que no muestra sustancialmente actividad de
EEG.

La medicién de la sefial de EEG desde el cerebro del sujeto (es decir, la medicion de datos de EEG del sujeto) puede ser
realizada antes y/o después de la aplicacion del campo magnético al sujeto. El procedimiento puede comprender recibir
las sefiales de EEG (es decir, recibir la sefial de referencia desde el electrodo de referencia y recibir la actividad cerebral
desde el primer electrodo) antes de la aplicacion del campo magnético al cerebro del sujeto (o a una parte del mismo). El
procedimiento puede comprender registrar las sefiales de EEG antes de la aplicacion del campo magnético al cerebro del
sujeto (0 a una parte del mismo). Las sefiales de EEG (es decir, la sefial de referencia desde el electrodo de referencia y la
sefial de actividad cerebral desde el primer electrodo) recibidas y/o registradas antes de la aplicacion del campo
magnético al cerebro del sujeto (o0 a una parte del mismo) pueden ser usadas para determinar al menos uno de entre la
frecuencia intrinseca de una banda de EEG especificada del sujeto, el factor Q de una frecuencia intrinseca de una banda
de EEG especificada del sujeto, la fase de las frecuencias intrinsecas de una banda de EEG especificada del sujeto y la
coherencia de las frecuencias intrinsecas de una banda de EEG especificada del sujeto medidas en multiples ubicaciones
cerebrales. El procedimiento puede comprender recibir las sefiales de EEG (es decir, recibir la sefial de referencia desde el
electrodo de referencia y recibir la actividad cerebral desde el primer electrodo) después de la aplicacion del campo
magnético al cerebro del sujeto (o a una parte del mismo). El procedimiento puede comprender registrar las sefiales de
EEG (es decir, la sefial de referencia desde el electrodo de referencia y la actividad cerebral desde el primer electrodo)
después de la aplicacion del campo magnético al cerebro del sujeto (0 a una parte del mismo). Las sefiales de EEG
recibidas y/o registradas (es decir, la sefial de referencia desde el electrodo de referencia y la actividad cerebral desde el
primer electrodo) después de la aplicacion del campo magnético al cerebro del sujeto (o a una parte del mismo) pueden
ser usadas en la determinacién de al menos una de las frecuencias intrinsecas post-tratamiento de una banda de EEG
especifica del sujeto, el factor Q pos-tratamiento de una frecuencia intrinseca de una banda de EEG especifica del sujeto,
la fase post-tratamiento de las frecuencias intrinsecas de una banda de EEG especificada del sujeto, y la coherencia post-
tratamiento de las frecuencias intrinsecas de una banda de EEG especificada del sujeto medidas en multiples ubicaciones
en el cerebro. La determinacion de la frecuencia intrinseca puede comprender eliminar la sefial de referencia detectada
por el segundo electrodo de la actividad eléctrica del cerebro detectada por el primer electrodo. La determinacion del factor
Q de una frecuencia intrinseca de la banda de EEG especificada comprende determinar el factor Q a partir de la actividad
eléctrica del cerebro detectada por el primer electrodo y la sefial de referencia detectada por el segundo electrodo,
eliminando la sefial de referencia detectada por el segundo electrodo de la actividad eléctrica del cerebro detectada por el
primer electrodo y calculando el factor Q a partir de la frecuencia f, intrinseca y Af, tal como se muestra en la Figura 12.

Terapia rTMS

La estimulacion magnética transcraneal repetitiva (rTMS) se refiere a los usos de un campo magnético administrado en
impulsos agrupados muy cortos (microsegundos de longitud) a una cabeza de un paciente para conseguir un tren de
activacion constante durante breves periodos de una sesion de tratamiento. Estos breves campos magnéticos pueden
estimular pequefias areas del cerebro de manera no invasiva. Durante una Unica sesién, pueden proporcionarse
aproximadamente 3.000 impulsos magnéticos durante un intervalo de aproximadamente 30 minutos.

Los impulsos cortos de energia magnética generados por los dispositivos rTMS pueden estimular las células nerviosas
del cerebro, frecuentemente a frecuencias cercanas a los umbrales de excitacion de las células cerebrales. Los campos
magnéticos generados por los dispositivos rTMS pueden pasar a través del craneo y al interior de la corteza sin ser
distorsionados. El resultado es un tipo de estimulacién muy focal, que minimiza la estimulacion del tejido cerebral que no
se desea estimular.

Generalmente se cree que los impulsos magnéticos generados por los dispositivos rTMS inducen un flujo de cargas

eléctricas. La cantidad de electricidad creada en el cerebro es muy pequefia, y no puede ser sentida por el paciente. Estas

cargas eléctricas fluyentes pueden causar que las neuronas se disparen o se activen bajo ciertas circunstancias.
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Tipicamente, un objetivo de la terapia rTMS es estimular (o activar) las células cerebrales.

Jin Y et al. Therapeutic effects of individualized Alpha frequency transcranial magnetic stimulation (alphaTMS) on the
negative symptoms of schizophrenia. Schizophr Bull. 32(3):556-61 (Julio de 2006; Epub 2005 Oct. 27), describié cuatro
parametros de estimulacién que requieren optimizacion para rTMS:

(a) Frecuencia - Se cree que las frecuencias mas altas (> 10 Hz) aumentan la excitabilidad cortical;
(b) Intensidad - Como un porcentaje del umbral al que puede provocarse la actividad motora (~1-2 Tesla);

(c) Duracién — Los trenes de impulsos son breves (1-2 segundos) y los intervalos entre trenes pueden ser de 30-60
segundos; y

(d) Sitio de estimulacion - Dependiendo de la poblacion de pacientes o de las funciones cerebrales especificas.

En algunos casos, la gravedad de la psicosis, la depresién y los trastornos del movimiento puede evaluarse con PANSS,
escala de evaluacion de depresion de Montgomery-Asberg (MADRS), escala de evaluacion de Akathisia de Barnes
(BARS) y escala de Simpson-Angus (SAS), segun la descripcion de Jin Y et al., indicada anteriormente. En algunos
casos, la gravedad de la psicosis, la depresion y los trastornos del movimiento puede evaluarse con la escala de ansiedad
de Hamilton (HAMA), la escala de depresion de Hamilton (HAMD) o cualquier procedimiento conocido en la técnica. En
algunos casos, la eficacia en las evaluaciones clinicas puede evaluarse usando andlisis de varianza (ANOVA) segun se
describe en Jin Y et al., indicado anteriormente. En algunos casos, los datos de EEG no tratados pueden ser editados
fuera de linea por un técnico experimentado que es ciego a las condiciones de tratamiento para eliminar cualquier
artefacto significativo o aparente segun se describe en Jin Y et al., indicado anteriormente. En algunos casos, puede
usarse un analisis de varianza multivariante (MANOVA) con medidas repetidas para determinar las interacciones de
efecto principal segun se describe en Jin Y et al., indicado anteriormente.

Debido a que los cambios de EEG pueden ser consecuencias directas de los tratamientos que usan los procedimientos o
dispositivos descritos en la presente memoria, esos cambios de EEG pueden ser usados para correlacionar clinicamente
la mejoria en los sintomas de los trastornos mentales. La mejoria en los sintomas puede incluir sintomas positivos y
sintomas negativos. En algunos casos, los cambios de EEG después de usar los procedimientos o dispositivos descritos
se correlacionaban tanto con sintomas positivos como con sintomas negativos. En algunos casos, los cambios de EEG
después de usar los procedimientos o los dispositivos descritos se correlacionaban solo con los sintomas positivos. En
algunos casos, los cambios de EEG después de usar los procedimientos o los dispositivos descritos se correlacionaban
solo con sintomas negativos. En algunos casos, las correlaciones entre los cambios de EEG y la mejoria de los sintomas
negativos son solo significativas en ausencia de sintomas positivos. En algunos casos, las correlaciones entre los
cambios de EEG y la mejoria en los sintomas positivos son solo significativas en ausencia de sintomas negativos.

En algunos casos, los sintomas negativos incluyen, pero no se limitan a, pérdida de motivacion, anhedonia, aplanamiento
emocional y retraso psicomotor. Estos sintomas negativos pueden asociarse con déficits cognitivos del paciente y peor
pronodstico clinico, y frecuentemente son resistentes a los medicamentos antipsicoticos. Véase Gasquet et al.,
Pharmacological treatment and other predictors of treatmente outcomes in previously untreated patients with
schizopfrenia: results from the European Schizophrenia Outpatient Health Outcomes (SOHO) study. Int Clin
Psychopharmacol. 20: 199-205 (2005).

Terapia CES

La estimulacion de electroterapia craneal (CES) es un procedimiento de aplicacion de niveles de microcorriente de
estimulacion eléctrica a través de la cabeza mediante electrodos transcutaneos. En la presente memoria se proporciona
un procedimiento que incluye aplicar una corriente eléctrica alterna (CA) a través de una cabeza de un sujeto, y ajustar y/o
variar la frecuencia de la corriente alterna para efectuar al menos uno de entre un trastorno mental caracteristico y una
indicacion presentada en la presente memoria. En algunos casos, la corriente alterna es una microcorriente.

En la presente memoria se proporciona un procedimiento que comprende ajustar una salida de una fuente de corriente
eléctrica alterna para influir sobre una frecuencia intrinseca de una banda de EEG de un sujeto hacia una frecuencia
objetivo de la banda de EEG; y aplicar dicha corriente eléctrica alterna a través de una cabeza del sujeto. En algunos de
los procedimientos, se usa una terapia CES para influir sobre la frecuencia intrinseca del cerebro de un paciente hacia una
frecuencia objetivo segun se mide mediante EEG.

En la presente memoria se proporciona un procedimiento que comprende ajustar una corriente de salida de una fuente de
corriente eléctrica alterna para influir sobre una frecuencia intrinseca de una banda de EEG de un sujeto hacia una
frecuencia objetivo de la banda de EEG; y aplicar dicha corriente de salida a través de una cabeza del sujeto. En algunos
casos, la etapa de ajustar la corriente de salida comprende establecer la corriente de salida a una frecuencia que es
menor que la frecuencia intrinseca del sujeto. En algunos casos, la etapa de ajustar la corriente de salida comprende
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establecer la corriente de salida a una frecuencia que es mayor que la frecuencia intrinseca del sujeto. En algunos casos,
la etapa de ajustar la corriente de salida comprende establecer la corriente de salida a la frecuencia objetivo. En algunos
casos, el procedimiento comprende ademas determinar la frecuencia intrinseca de la banda de EEG del sujeto; y
comparar la frecuencia intrinseca con la frecuencia objetivo de la banda de EEG, en el que la frecuencia objetivo es una
frecuencia intrinseca promedio de las bandas EEG de una poblacién de personas saludables, en la que si la frecuencia
intrinseca es mayor que la frecuencia objetivo, la etapa de ajustar la corriente de salida comprende establecer la corriente
de salida a una frecuencia menor que la frecuencia intrinseca del sujeto, y si la frecuencia intrinseca es menor que la
frecuencia objetivo, la etapa de ajustar la corriente de salida comprende establecer la corriente de salida a una frecuencia
que es mayor que la frecuencia intrinseca del sujeto.

En la presente memoria se proporciona un procedimiento que comprende ajustar una salida de una fuente de corriente
eléctrica alterna para influir sobre un factor Q, una medida de la selectividad de frecuencia de una banda de EEG
especificada de un sujeto, hacia un factor Q objetivo de la banda; y aplicar dicha corriente eléctrica alterna a través de una
cabeza del sujeto. En algunos de los procedimientos, se usa una terapia CES de forma de onda controlada para influir
sobre un factor Q de una frecuencia intrinseca del cerebro de un paciente. La Figura 12 muestra un ejemplo del factor Q
segun se usa en la presente invencion. La figura muestra un grafico de muestra de la distribucion de frecuencias de la
energia de una sefial de EEG. Puede verse que puede definirse un intervalo de frecuencias, Af como el ancho de banda
de frecuencia para el que la energia esta por encima de la mitad de la energia maxima. La frecuencia fy se define como la
frecuencia intrinseca en la banda especificada. El factor Q se define como la relacion de fo/Af. Tal como puede verse,
cuando AF disminuye para una fo determinada, el factor Q aumentara. Esto puede ocurrir cuando la energia Emax maxima
de la sefial aumenta o cuando el ancho de banda de la sefial de EEG disminuye.

En la presente memoria se proporciona un procedimiento que comprende ajustar una corriente de salida de una fuente de
corriente eléctrica alterna para influir sobre un factor Q de una frecuencia intrinseca de una banda de EEG de un sujeto
hacia un factor Q objetivo; y aplicar dicha corriente de salida a través de una cabeza del sujeto. En algunos casos, la
etapa de ajustar la corriente de salida comprende variar una frecuencia de la corriente de salida. En algunos casos, la
etapa de ajustar la corriente de salida comprende establecer la corriente de salida a una frecuencia que es mayor que la
frecuencia intrinseca del sujeto. En algunos casos, la etapa de ajustar la corriente de salida comprende establecer la
corriente de salida a una frecuencia que es menor que la frecuencia intrinseca del sujeto. En algunos casos, la etapa de
ajustar la corriente de salida comprende establecer la corriente de salida a la frecuencia objetivo. En algunos casos, el
procedimiento comprende ademas determinar el factor Q de la frecuencia intrinseca de la banda de EEG del sujeto; y
comparar el factor Q con el factor Q objetivo, en el que el factor Q objetivo es un factor Q promedio de las frecuencias
intrinsecas de las bandas EEG de una poblacién de personas saludables, en el que si la frecuencia intrinseca es mayor
que la frecuencia objetivo, la etapa de ajustar la corriente de salida comprende variar una frecuencia de la corriente de
salida, y si la frecuencia intrinseca es menor que la frecuencia objetivo, la etapa de ajustar la corriente de salida
comprende establecer la corriente de salida a una frecuencia mayor que la frecuencia intrinseca del sujeto.

En algunos casos, la corriente de salida tiene una forma de onda. En algunos casos, la forma de onda es una forma de
onda de microcorriente sinusoidal o casi sinusoidal (es decir, una forma de onda controlada). En algunos casos, la forma
de onda es cualquier forma de onda descrita en la presente memoria, incluyendo una forma de media onda y/o una forma
de onda completa. En algunos casos, la banda de EEG es la banda alfa medida mediante EEG. En algunos casos, la
frecuencia intrinseca es la frecuencia alfa del cerebro del paciente medida mediante EEG. En algunos casos, la frecuencia
objetivo es una frecuencia objetivo de la banda alfa tal como se mide mediante EEG. En algunos casos, la frecuencia
objetivo es una frecuencia promedio de un grupo de al menos dos personas de la banda de EEG especificada. En algunos
casos, la poblacién de personas saludables comprende al menos dos personas saludables. En algunos casos, la
poblacién de personas saludables comprende al menos dos personas, cada una de las cuales no tiene al menos uno de
los trastornos mentales enumerados anteriormente. En algunos casos, la poblacion de personas saludables comprende al
menos dos personas sin ninguno de los trastornos mentales enumerados anteriormente.

Las personas con conocimientos en la materia entenderan que pueden realizarse numerosas y diversas modificaciones.
Por lo tanto, deberia entenderse claramente que las formas de los presentes dispositivos son solo ilustrativas de la
presente invencion.

Ejemplos
A continuacion, se proporcionan un conjunto de ejemplos.
Ejemplo 1

Se describen dispositivos que proporcionan terapia de TMS casi sinusoidal de baja frecuencia haciendo girar al menos un
iman permanente en estrecha proximidad a la cabeza del sujeto. La direccién de rotacion con relacion al sujeto puede
variar dependiendo de la terapia especifica deseada. Ademas, la velocidad de rotacion puede ser ajustada para
proporcionar el beneficio terapéutico optimo. El propio ajuste de la velocidad puede ser realizado por el usuario del
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dispositivo o por un controlador que usa la retroalimentaciéon desde un biosensor para determinar la velocidad éptima.

Puede montarse un iman de barra en el extremo del eje con la linea a través de los polos perpendicular al eje del eje. El
eje puede ser girado mediante un motor ajustable. El iman puede girar de manera que el plano de rotacion sea
perpendicular a la superficie del cuero cabelludo. Por consiguiente, los polos positivo y negativo del iman pueden
colocarse, de manera alterna, cerca del cuero cabelludo. Esto puede crear un campo magnético casi sinusoidal en el
cerebro, en el que la ubicacién donde el campo es mas fuerte es aquella que esta mas cerca del iman.

Ejemplo 2

Puede montarse un iman de herradura en el extremo del eje con los polos posicionados en el extremo alejado del gje. El
eje puede ser girado mediante un motor ajustable, como en el ejemplo anterior. El iman puede ser posicionado sobre el
cuero cabelludo del sujeto de manera que el plano de rotacién sea paralelo a la superficie del cuero cabelludo. Por
consiguiente, los polos positivo y negativo pueden girar en un circulo alrededor del cuero cabelludo. Esto puede crear un
campo magnético sinusoidal en el cerebro, en el que la fase del campo magnético depende de dénde se encuentran los
polos magnéticos en su rotacion. En general, el campo magnético debajo de un polo sera de polaridad opuesta al campo
magnético debajo del polo opuesto.

Ejemplo 3

Pueden usarse dos imanes de barra, cada uno montado en el extremo de un eje. Los ejes pueden ser girados mediante
motores ajustables. Los imanes pueden ser posicionados en los lados opuestos de la cabeza del sujeto, y pueden ser
girados de manera sincronica para proporcionar una fase mas uniforme para el campo magnético en el cerebro. Cuando
el polo norte de un iman de barra esta junto al cuero cabelludo del sujeto, el polo sur del otro iman estara junto al cuero
cabelludo del sujeto en el lado opuesto de la cabeza del sujeto.

Ejemplo 4

En casos particulares, el dispositivo NEST (pMERT) es un dispositivo pequefio con un lado que es curvo para permitir el
contacto con la parte superior de la cabeza del sujeto. Las Figuras 7-9 muestran el dispositivo NEST (PMERT) en dichos
casos, y muestran también el dispositivo NEST (pMERT) con un sujeto acostado sobre su espalda con su cabeza
apoyada en el dispositivo para recibir terapia.

Las Figuras 7, 8 y 9 muestran un caso ejemplar del dispositivo 88 pMERT (NEST). En esta realizacion, un electrodo 82a
de EEG de tipo botén esta situado sobre la superficie concava del dispositivo 88 y un segundo electrodo 82b de referencia
se extiende a través de un cable desde el lado del dispositivo 88. La pantalla 64 y los botones 86 de control (controles del
dispositivo) estan situados en la parte superior del dispositivo 88 para proporcionar informacion y para permitir al usuario
ajustar los parametros e introducir los datos del paciente. Un puerto 84 USB (que puede ser también y/o alternativamente
al menos uno de entre un puerto de conexion a Internet, una fuente de alimentacién, una conexion de médem y otro tipo
de medio de comunicacion) esta situado en la parte superior posterior del dispositivo 88, para permitir que se conecte a
través de un cable USB a un PC, para permitir cargar datos y descargar una cuota de dosificacion. La Figura 8 muestra el
dispositivo 88 pMERT (NEST) de la Figura 7 en el que un sujeto 6 esta acostado con su cabeza apoyada contra la
superficie concava del dispositivo 88. Al menos un iman mévil no es visible en el interior del dispositivo 88 pMERT (NEST)
para administrar terapia al sujeto 6. Pueden usarse imanes moviles, tales como los de las configuraciones descritas en la
presente memoria, en el dispositivo 88 mostrado en las Figuras 7, 8 y 9. La cabeza del sujeto es presionada contra el
electrodo EEG de tipo botén (no mostrado), con el segundo electrodo 82b fijado a la oreja derecha del sujeto. La Figura 9
muestra un angulo alternativo del sujeto 6 recibiendo terapia desde el dispositivo 88 pMERT (NEST) tal como se describe
en la Figura 7 y/o la Figura 8.

En estos casos particulares, el pMERT, tal como se muestra en las Figuras 7-9, contiene un Unico electrodo de EEG (es
decir, un electrodo) que debe ser colocado en la parte superior de la cabeza del sujeto. De manera alternativa, pueden
usarse multiples electrodos de EEG para registrar y/o supervisar las ondas cerebrales del sujeto, al menos antes, durante
y después de aplicar la terapia al sujeto. El sujeto o la enfermera pueden preparar los electrodos de EEG (y/o electrodos)
con un gel electrolitico previamente para reducir la impedancia. El electrodo de referencia puede ser colocado en la oreja
del sujeto. En algunos casos, la lectura desde un electrodo de EEG de referencia es restada y/o si no es eliminada de la
lectura desde el segundo electrodo de EEG.

Cuando se necesita terapia, €l sujeto o la enfermera pueden seguir las instrucciones en la pantalla, que proporcionaran
una guia de la preparacion del electrodo EEG. Una vez completado y una vez situado el paciente en el dispositivo, €l
pMERT verifica el EEG para asegurarse de que el electrodo esté colocado correctamente. Si no lo estd, se proporciona un
tono audible o instrucciones para permitir que el paciente vuelva a situarse hasta que se establezca el contacto adecuado.

Una vez realizado el contacto, el paciente permanece quieto con los ojos cerrados mientras el pMERT (NEST) adquiere
una muestra de EEG representativa. Los datos del EEG son analizados y, dependiendo de la terapia a administrar, el
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iman o los imanes se hacen girar a la velocidad apropiada. El paciente no siente nada durante el procedimiento, a
excepcion de una disminucion de los sintomas del trastorno y tal vez una sensacién de calma. Durante la terapia, el
dispositivo puede muestrear los datos de EEG bien restando la influencia del iman o bien deteniendo temporalmente el
iman mientras se muestrean los datos de EEG. La pantalla se usa para mostrar el tiempo restante y cualquier otra
informacion de estado necesaria para el dispositivo. Después del tiempo de terapia, el iman se detiene y se toma un
segundo EEG, que se compara con el primer EEG. Una vez completada la segunda adquisicion de EEG, se proporciona
una sefial audible para indicar el final de la terapia.

Ejemplo 5: Compra de cuotas de dosificacion y generacion de informes

Los procedimientos y los dispositivos descritos estan destinados a ser usados por psiquiatras/terapeutas para tratar
pacientes con trastornos mentales. Los psiquiatras que hacen uso de esta terapia pueden registrar cuentas con un
proveedor de los dispositivos descritos y pueden recibir un nombre de usuario y una contrasefia. Cuando un psiquiatra ve
un paciente con un trastorno y el psiquiatra piensa que el paciente podria beneficiarse de los procedimientos o los
dispositivos descritos en la presente memoria, el psiquiatra compra un dispositivo 0 selecciona uno que ha sido comprado
previamente.

El psiquiatra (o asistente administrativo) puede conectar un dispositivo pMERT (NEST) a un puerto USB en un PC
conectado a internet. Usando el acceso web y su nombre de usuario/contrasefia, el psiquiatra puede iniciar sesion en el
sitio web de NeoSync. El pMERT (NEST) sera detectado automaticamente por el sitio web de NeoSync y se descargara
cualquier actualizacién de software necesaria.

A continuacion, el psiquiatra puede comprar un nimero de cuotas de dosificacién para un trastorno particular en el sitio
web, tal como 15 tratamientos de terapia de 20 minutos, uno por dia, para tratar la depresion. Se descargara una clave
encriptada al pMERT (NEST), que se configurara para permitir las cuotas de dosificacion solicitadas por el psiquiatra. Una
vez que esto ocurre, se facturara automaticamente al psiquiatra en base al nimero y al tipo de las cuotas de dosificacion.
A continuacion, el psiquiatra emitira una factura al paciente (o eventualmente al seguro del paciente) por el procedimiento.
El paciente puede llevar el dispositivo pMERT (NEST) a su hogar para usar el dispositivo segun la terapia prescrita por el
psiquiatra o el paciente puede ser tratado en la oficina del psiquiatra.

Una vez que el paciente ha usado todas las cuotas de dosificacion que el psiquiatra ha cargado en el dispositivo, el
paciente vuelve al psiquiatra con el dispositivo pMERT (NEST). El psiquiatra conectara el dispositivo pMERT (NEST) al
PC a través de un cable USB e iniciara sesion en el sitio web de NeoSync como anteriormente. El sitio web detectara el
pMERT (NEST) y cargara toda la informacién de tratamiento. Puede generarse un informe con esta informacion,
proporcionando al psiquiatra una indicacion cuantitativa del progreso. El informe puede incluir para cada tratamiento la
fecha, la hora de inicio, la hora de finalizacién, los parametros alfa iniciales de EEG (es decir, la potencia y el factor Q) y
los parametros finales del EEG alfa. El psiquiatra puede imprimir el informe o salvarlo en un archivo a ser colocado en el
historial del paciente. En este punto, el psiquiatra puede borrar la memoria del dispositivo y usarlo para otro paciente o
puede comprar mas cuotas de dosificacion para el paciente actual.

Si el psiquiatra decide que el paciente deberia usar el pMERT (NEST) durante un periodo mas prolongado, el psiquiatra
puede configurar una cuenta para el paciente con NeoSync, Inc. De esta manera, el paciente puede comprar mas cuotas
de dosificacion sin volver al psiquiatra. Solo se permitira que el paciente compre las cuotas de dosificacion aprobadas por
el psiquiatra. El paciente puede pagar a NeoSync directamente con una tarjeta de crédito o (eventualmente) a través de
un seguro. Para cada sesion, el psiquiatra puede recibir también un pago. El psiquiatra tendria acceso a todos los
informes cargados desde el pMERT (NEST) a través del sitio web.

Ejemplo 6

Cada paciente admitido en el estudio es asignado aleatoriamente a uno de los dos grupos de estudio segun el tratamiento
que usa un dispositivo pMERT (NEST) conectado y una simulacién, en la que un dispositivo pMERT (NEST) hace girar un
bloque de metal no magnético en lugar de un iman. Los pacientes se mantienen ciegos a las condiciones de tratamiento.
Cada tratamiento consiste en 22 sesiones diarias durante un periodo de 30 dias (y/o al menos 10 sesiones durante un
periodo de 2 semanas o mas). Los tratamientos antipsicéticos actuales de los pacientes se mantienen sin cambios
durante el estudio.

Los datos de EEG durante los tratamientos son registrados e individualizados segun la frecuencia intrinseca alfa de EEG
(8-13 Hz). La precision de la tasa de estimulo puede ser refinada al nivel del 10% de un hercio. Se determina en la
frecuencia alfa promedio de cada paciente, obtenida a partir de 3 electrodos de EEG centrales (C3, C4 y Cz). Los datos de
EEG durante los tratamientos son registrados a partir de cada sujeto en posicion supina con los ojos cerrados durante
todo el periodo de ensayo. Se usan diecinueve electrodos de EEG (Ag-AgCl) segun el sistema internacional 10-20 y

35



10

15

20

25

30

35

40

45

50

ES 2672107 T3

referenciados a los mastoideos vinculados. Los electrooculogramas (EOGs) a partir del canto externo de ambos ojos son
registrados simultaneamente para supervisar los movimientos oculares. Se recopilan y digitalizan al menos dos minutos
de épocas EEG por medio de un convertidor A/D (analdgico/digital) de 12 bits a una velocidad de 200 Hz mediante un
sistema de adquisicion Cadwell EZ Il. Se utilizan sesenta segundos de épocas sin artefactos para realizar
transformaciones rapidas de Fourier (Fast Fourier Transformations, FFT). La ventana FFT se establece a 512 puntos de
datos con un 80% de superposicion.

La gravedad de la psicosis, la depresion y los trastornos del movimiento se evalua con la escala de ansiedad de Hamilton
(HAMA), la escala de depresion de Hamilton (HAMD), PANSS, la escala de depresién de Montgomery-Asberg (MADRS),
la escala de evaluacion de Akathisia de Barnes (BARS) y la escala de Simpson-Angus (SAS), respectivamente. Todas las
escalas de evaluacion y EEGs se administran en el cribado, linea de base o valor de referencia (inmediatamente antes del
primer tratamiento), inmediatamente después de los tratamientos quinto y décimo.

Aunque el técnico que administra el dispositivo pMERT (NEST) no puede ser ciego, los médicos evaluadores y los
técnicos de EEG no son conscientes del tipo de tratamiento durante la duracion del estudio. La definicion categodrica a
priori para la respuesta clinica es > 30% de reduccion de la linea base a post-tratamiento al final del tratamiento en la
subescala de sintomas negativos PANSS.

Los pacientes con una linea de base y al menos 1 conjunto adicional de evaluaciones completadas (al menos 5 sesiones
de tratamiento) son incluidos en el andlisis del efecto promedio del tratamiento. La eficacia en las evaluaciones clinicas es
evaluada mediante el uso de analisis de varianza (ANOVA) con medidas repetidas a lo largo del tiempo. Los modelos
incluyen 2 factores de tratamiento y de ubicacion entre sujetos, y 1 factor de tiempo dentro del sujeto. El efecto del
tratamiento concomitante con antipsicéticos puede ser analizado en base a la clasificacion de medicamentos
neurolépticos tipicos y atipicos. Las diferencias de agrupamiento del resto de las mediciones son analizadas
individualmente usando el mismo modelo estadistico. Usando un criterio de respuesta predefinido, puede usarse un
andlisis de tabla contingente para analizar la diferencia de agrupacion en la tasa de respuesta.

Los datos de EEG sin procesar son editados fuera de linea por un técnico experimentado que es ciego con respecto a las
condiciones de tratamiento para eliminar cualquier movimiento ocular significativo (> 3_arc) o cualquier otro tipo de
artefacto aparente. De diez a veinticuatro épocas sin artefactos (1.024 puntos de datos por época) en cada canal de
registro son calculadas por una rutina de transformada rapida de Fourier (FFT) para producir un espectro de potencia con
una resolucion de frecuencia de 0,2 Hz. La frecuencia intrinseca de EEG alfa se define como la frecuencia méaxima
promedio (Fp) de 3 electrodos centrales (C3, C4 y Cz). Las variables de EEG usadas en el analisis incluyen densidad de
potencia (Pwr), frecuencia maxima (Fp), coherencia longitudinal Fp y selectividad de frecuencia (Q). Véase Jin Y et al.
Alpha EEG predicts visual reaction time. Int J Neurosci. 116: 1035-44 (2006).

El analisis de coherencia es llevado a cabo entre Fz y Pz en la frecuencia alfa maxima. Se elige el registro desde Cz para
calcular el factor Q (ancho de banda de frecuencia maxima/potencia media), una medida de la selectividad de la
frecuencia alfa. Se mide en el dominio de la frecuencia usando una época de EEG sin artefactos de 60 segundos y una
FFT de 2.048 puntos de datos con un procedimiento de suavizado de 10 puntos. El andlisis de varianza multivariante
(MANOVA) en todos los canales para cada variable es realizado para evaluar el tratamiento y los efectos de la ubicacién
del estimulo. La puntuacion de cambio para cada variable antes y después del tratamiento pMERT (NEST) se usa para
calcular una correlacion con la puntuacién de cambio de cada medida clinica a partir de los mismos puntos de tiempo.

La Figura 12 muestra un ejemplo del factor Q tal como se usa en la presente memoria. La figura muestra un grafico de
muestra de la distribucién de frecuencias de la energia de una sefal de EEG. Puede verse que puede definirse un
intervalo de frecuencias, Af como el ancho de banda de frecuencia para el que la energia esta por encima de la mitad de
la energia maxima. La frecuencia fp se define como la frecuencia intrinseca en la banda especificada. El factor Q se define
como la relacion de fo/Af. Tal como puede verse, cuando AF disminuye para una fy determinada, el factor Q aumentara.
Esto puede ocurrir cuando la energia Eqnax maxima de la sefial aumenta o cuando el ancho de banda de la sefial de EEG
disminuye.

Ejemplo 7
Efecto de un dispositivo NEST que baja la presion sanguinea

Se demostré que un efecto del uso de un dispositivo NEST (es decir, pPMERT) que usa un procedimiento proporcionado en
la presente memoria reduce la presion sanguinea en un paciente femenino. La paciente, que usaba originalmente un
NEST para tratar la ansiedad, se quejo de una cefalea tensional moderada y se le tomo la presion arterial, con una lectura
de 110/90 mmHg. Un dispositivo NEST se establecié a una frecuencia especifica fija igual a una frecuencia intrinseca
dentro de su banda de EEG alfa y el campo magnético que emanaba desde el dispositivo fue aplicado a la cabeza
(corteza cerebral) de la paciente. Durante el tratamiento usando el dispositivo NEST, se tomaron tres mediciones
consecutivas de la presion sanguinea a intervalos de diez minutos, con un resultado de 110/85 mmHg, 100/82 mmHg y
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100/70 mmHg, respectivamente. Una hora después de terminar el tratamiento con el dispositivo NEST, la cefalea
tensional de la paciente regresoé y se midid su presion arterial, con una lectura de 110/90 mmHg.

Ejemplo 8

En casos particulares, un unico iman cilindrico que estd magnetizado diametralmente (polo en los lados izquierdo y
derecho del cilindro) gira alrededor del €je del cilindro. El iman puede ser colocado en cualquier sitio alrededor de la
cabeza del paciente, y las ubicaciones pueden elegirse en base al deseo de una terapia mas focalizada en una ubicacion
particular. Casos alternativos pueden incluir la colocaciéon de dos o mas imanes cilindricos juntos en el mismo eje, o a lo
largo de ejes diferentes, para hacer girar los imanes al unisono para crear un campo magnético particular para el
tratamiento del paciente. Ejemplos de esto se encuentran en las Figuras 13 a 15.

La Figura 13 muestra un ejemplo de un iman 2 cilindrico magnetizado diametralmente para su uso en un dispositivo
NEST. La Figura 14 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST aplicado a un sujeto 1406, en el que el dispositivo tiene
un iman 1402 cilindrico magnetizado diametralmente y un eje 1404 de accionamiento que hace girar el iman 1402
alrededor de su eje de cilindro, en el que el eje del cilindro coincide con el eje 1438 de rotacion. La Figura 15 muestra un
ejemplo de un dispositivo NEST aplicado a un sujeto 1506, en el que el dispositivo tiene dos imanes 1502a, 1502b
cilindricos magnetizados diametralmente y un eje 1404 de accionamiento que hace girar simultaneamente los imanes
1502a, 1502b alrededor de sus ejes de cilindro, en el que los ejes del cilindro son coincidentes entre si y con el eje de
rotacion. En este dispositivo ejemplar, el polo norte del iman 1502a y el polo norte del iman 1502b estan alineados para
proporcionar un campo magnético mas uniforme al sujeto 1506.

Ejemplo 9

En casos particulares, multiples imanes cilindricos pueden ser alineados por encima de la cabeza de un paciente de
manera que giren al unisono. Estos pueden estar conectados entre si mediante correas o engranajes de manera que sean
accionados por al menos un motor. Ejemplos de estos casos se muestran en las Figuras 16 a 21.

La Figura 16 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST que tiene tres imanes 1602a, 1602b, 1602c cilindricos
magnetizados diametralmente que giran alrededor de sus ejes de cilindro y aplicado a un sujeto 1606. Los polos de cada
uno de los imanes 1602a, 1602b, 1602c del dispositivo mostrado estan alineados generalmente para proporcionar un
campo magnético maximo al sujeto 1606 que es coincidente con los campos magnéticos maximos suministrados al
sujeto 1606 desde cada uno de los otros imanes 1602a, 1602b, 1602c. Otra manera de decir esto es que cada uno de los
imanes 1602a, 1602b, 1602c tiene un plano neutro indicado por la linea de puntos en cada uno de los imanes 1602a,
1602b y 1602c, y cada uno de los planos neutros esta alineado de manera que sea generalmente paralelo al cuero
cabelludo del sujeto 1606. Esta configuracion proporciona un campo mas uniforme para el sujeto 1606 que si los imanes
1602a, 1602b, 1602c no estuvieran alineados de esta manera.

La Figura 17 muestra un ejemplo de un dispositivo 1788 NEST que tiene tres imanes 1702a, 1702b, 1702c cilindricos
magnetizados diametralmente configurados para girar alrededor de sus ejes de cilindro (no mostrados). Cada uno de los
imanes 1702a, 1702b, 1702c de este dispositivo ejemplar esta acoplado a al menos una polea 1716a, 1716b, 1716c,
1716d de accionamiento de iman. Cada una de las poleas 1716a, 1716b, 1716¢, 1716d de accionamiento de iman tiene
al menos una correa 1718a, 1718b, 1718c, 1718d de transmisidon envuelta al menos parcialmente alrededor de la misma.
El dispositivo 1788 comprende también dos conjuntos 1708a, 1708b tensores, cada uno de los cuales comprende un
bloque 1710a, 1710b tensor, un brazo 1712a, 1712b tensor, y al menos una polea 1714a, 1714b, 1714c de accionamiento
de tensor, en el que cada una gira alrededor de un eje que pasa a través del brazo 1712a, 1712b tensor, respectivamente,
en el que el eje es generalmente paralelo al eje de rotacion de los imanes y al eje 1704 de accionamiento del dispositivo
1788. En el caso mostrado en la Figura 17, cada uno de los conjuntos tensores tiene dos poleas 1714a, 1714b, 1714c de
accionamiento de tensor, (una polea de accionamiento de tensor del conjunto 1708 tensor no se muestra en la Figura 17,
ya que esta oculta por el soporte 1722 lateral, pero puede verse, por ejemplo, en la Figura 18). Las correas 1718a, 1718b,
1718c, 1718d de accionamiento estan envueltas también al menos parcialmente alrededor de al menos una polea 1714a,
1714b, 1714c de accionamiento de tensor, (una polea de accionamiento de tensor del conjunto 1708 tensor no se muestra
en la Figura 17, ya que esta oculta por el soporte 1722 lateral), de manera que cada una de las correas 1718a, 1718b,
1718c, 1718d de accionamiento esté envuelta al menos parcialmente alrededor de al menos una de las poleas 17163,
1716b, 1716¢, 1716d de accionamiento de iman y esté envuelta también al menos parcialmente alrededor de al menos
una de las poleas 1714a, 1714b, 1714c de accionamiento de tensor, (una polea de accionamiento de tensor del conjunto
1708 tensor no se muestra en la Figura 17, ya que esta oculta por el soporte 1722 lateral, pero puede verse, por ejemplo,
en la Figura 18) de los subconjuntos 1708a, 1708b tensores.

El dispositivo 1788 mostrado en la Figura 17 se mantiene unido por medio de dos soportes 1722, 1720 laterales
conectados por una columna 1724a de soporte. En algunos casos, una segunda columna 1724b de soporte, una tercera
columna de soporte (no mostrada) pueden conectar también los soportes 1722, 1720 laterales. Cada uno de los conjuntos
1708a, 1708b tensores y cada uno de los imanes 1702a, 1702b, 1702c estan montados a (acoplados a) al menos uno de
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estos soportes, si no ambos de los soportes 1722, 1720 laterales. Cada uno de los imanes 1702a, 1702b, 1702c esta
montado de manera giratoria a al menos uno de los soportes 1722, 1720 laterales, de manera que cada uno de los
imanes 1702a, 1702b, 1702c pueda girar alrededor de su eje de rotacion (eje de cilindro) sin movimiento de cualquiera de
los soportes 1722, 1720 laterales. De manera similar, al menos las poleas 1714a, 1714b, 1714c de accionamiento de
tensor (y una polea de accionamiento de tensor no mostrada en la Figura 17) de los conjuntos 1708a, 1708b tensores
estan montadas (acopladas) de manera giratoria a al menos uno de los soportes 1722, 1720 laterales, de manera que
cada una de las poleas 1714a, 1714b, 1714c de accionamiento de tensor, (y una polea de accionamiento de tensor no
mostrada en la Figura 17) puedan girar alrededor de su eje de rotacion (no mostrado) sin movimiento de los soportes
1722, 1720 laterales.

Por ejemplo, la correa 1718a de accionamiento esta enrollada al menos parcialmente alrededor de la polea 1716a de
accionamiento de iman del iman 1702a, y esta enrollada también al menos parcialmente alrededor de la polea 1714a de
accionamiento de tensor del primer conjunto 1708a tensor. El eje 1704 de accionamiento, acoplado a un motor (no
mostrado), acciona la rotacién de todos los imanes 1702a, 1702b, 1702c del dispositivo 1788 mostrado. El eje 1704 de
accionamiento esta acoplado a un primer iman 1702a que, a través de su polea 1716a de accionamiento de iman y de la
correa 1718a asociada, hace girar la primera polea 1714a de accionamiento de tensor del primer conjunto 1708a tensor.
La primera polea 1714a de accionamiento de tensor del primer conjunto 1708a tensor esta acoplada a la segunda polea
tensora (no mostrada, ya que esta oculta por el soporte 1722 lateral) del primer conjunto 1708a tensor, y, de esta manera,
cuando la primera polea 1714a tensora es girada por la primera correa 1718a de accionamiento, gira también la segunda
polea tensora (no mostrada). Debido a que la segunda correa 1718b de accionamiento esta envuelta al menos
parcialmente alrededor de la segunda polea tensora (no mostrada) asi como la segunda polea 1716b de accionamiento
de iman del segundo iman 1702b, el movimiento de la segunda polea tensora (no mostrada) mueve la segunda correa
1718b de accionamiento y de manera similar acciona la rotacion del segundo iman 1702b. El segundo iman 1702 tiene
una tercera polea 1716c de accionamiento de iman que esta acoplada a la segunda polea 1716b de accionamiento, y la
tercera correa 1718c de accionamiento esta enrollada al menos parcialmente alrededor de la tercera polea 1716¢ de
accionamiento de iman. De esta manera, el movimiento de la segunda correa 1718b de transmisién causa también el
movimiento de la tercera correa 1718c de transmisién envuelta al menos parcialmente alrededor de la tercera polea 1716¢
de accionamiento de iman. El movimiento de la tercera correa 1718c de transmision, envuelta también al menos
parcialmente alrededor de la tercera polea 1714b tensora del segundo conjunto 1708b de tensor, acciona de esta manera
la rotacion de la cuarta polea 1714c tensora del segundo conjunto 1708b de tensor que esta acoplada a la tercera polea
1714b tensora del segundo conjunto 1708b tensor. Ademas, debido a que la cuarta correa 1718d de accionamiento esta
envuelta al menos parcialmente alrededor de la cuarta polea 1714c tensora del segundo conjunto 1708b tensor, y esta
envuelta también al menos parcialmente alrededor de la cuarta polea 1716d de iman del tercer iman 1702c, el movimiento
de la cuarta correa 1718d de accionamiento acciona la rotacion del tercer iman 1702c simultaneamente con la rotacion de
los otros dos imanes 1702a, 1702b.

En un caso alternativo, los conjuntos tensores no estan presentes, y el eje de accionamiento acciona los imanes
conectados solo entre si usando correas de accionamiento. En un caso alternativo, solo hay presente un conjunto tensor y
esta acoplado a al menos dos imanes. En un caso alternativo, solo hay presente un conjunto tensor y esta acoplado a
cada uno de los imanes. En un caso alternativo, los imanes estan acoplados entre si por medio de engranajes. En un
caso alternativo, los imanes estan acoplados entre si mediante una combinacion de al menos un engranaje y al menos
una correa. En un caso alternativo, los imanes estan acoplados entre si mediante una combinacién de al menos un
engranaje y al menos dos correas, en el que cada correa esta acoplada a un conjunto tensor tal como se describe en
general en la presente memoria. En un caso alternativo, los imanes estan acoplados entre si mediante unos medios de
rotacion, en el que los medios de rotacion estan configurados para accionar la rotacion de los imanes simultaneamente.

Los conjuntos tensores mostrados en la Figura 17, la Figura 18 y la Figura 19, por ejemplo, estan configurados para
mantener las correas de accionamiento tensadas durante el uso y, por lo tanto, garantizan que la rotacion de los imanes
sea simultanea y esté generalmente en fase tal como se aplica al sujeto donde los imanes estan alineados de manera que
cada uno los planos neutros de cada uno de los tres imanes estén generalmente alineados de manera que sean paralelos
al cuero cabelludo del sujeto.

La Figura 18 representa una vista en despiece ordenado del ejemplo del dispositivo 1888 NEST de la Figura 17 que tiene
tres imanes cilindricos magnetizados diametralmente configurados para girar alrededor de sus ejes de cilindro. En la
Figura 18 se muestra un dispositivo 1888 NEST que tiene dos conjuntos 1808a, 1808b tensores. El conjunto 1808a tensor
comprende un bloque 1810a tensor que se acopla al soporte 1822 lateral mediante al menos un pasador 1832a guia
tensor. El bloque 1810a tensor se acopla también al soporte 1820 lateral mediante al menos un pasador 1832b guia
tensor. El bloque 1810a tensor flota libremente a lo largo de al menos una parte de los pasadores 1832a, 1832b guia. El
bloque 1810a tensor esta fijado a un brazo 1812a tensor que tiene dos poleas 1814a, 1814d de accionamiento de tensor,
que se acoplan a las correas 1818a, 1818b de accionamiento (respectivamente) que, a su vez, estan acopladas a los
imanes 1802a, 1802b (respectivamente) del dispositivo 1888 a través de las poleas 1816a, 1816b de accionamiento de
iman. El bloque 1810a tensor ejerce una fuerza sobre las correas 1818a, 1818b para mantener las correas tensas durante
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el uso, ya que el bloque 1810a tensor esta acoplado también a muelles 1830a, 1830b tensores que empujan el bloque
1810a tensor lejos de los soportes 1822, 1820 laterales y, de esta manera, lejos de las poleas 1816a, 1816b de
accionamiento de iman acopladas a los soportes 1822, 1820 laterales mediante pasadores centrales (no mostrados) que
pasan a través de cada una de las poleas 1816a, 1816b de accionamiento y los imanes 1802a, 1802b. Cuando el pasador
central esta fijado también a un motor, puede hacer girar también el iman y su polea o sus poleas de accionamiento de
iman asociadas, y puede denominarse eje de accionamiento. No obstante, las poleas 1816a, 1816b de accionamiento de
iman pueden girar y, con su movimiento de rotacion, las poleas 1816a, 1816b de accionamiento de iman pueden girar, o
pueden ser giradas por, los imanes 1802a, 1802b.

De manera similar, el conjunto 1808b tensor comprende un bloque 1810b tensor que se acopla al soporte 1822 lateral
mediante al menos un pasador 1832c guia tensor. El bloque 1810b tensor se acopla también al soporte 1820 lateral
mediante al menos un pasador 1832c guia tensor. El bloque 1810b tensor flota libremente a lo largo de al menos una
parte de los pasadores 1832c, 1832d. El bloque 1810b tensor esta fijado a un brazo 1812b tensor que tiene dos poleas
1814b, 1814c de accionamiento de tensor, que se acoplan a correas 1818d, 1818c de accionamiento (no mostradas)
(respectivamente) que, a su vez, estan acopladas a los imanes 1802b, 1802c (respectivamente) del dispositivo 1888 a
través de las poleas 1816¢, 1816d de accionamiento de iman. El bloque 1810b tensor ejerce una fuerza sobre las correas
1818d, 1818c (no mostradas) para mantener las correas tensas durante el uso, ya que el bloque 1810b tensor esta
acoplado también a muelles 1830c, 1830d tensores que empujan el bloque 1810b tensor lejos de los soportes 1822, 1820
laterales y, de esta manera, lejos de las poleas 1816c, 1816d de accionamiento de iman acopladas a los soportes 1822,
1820 laterales mediante pasadores centrales (no mostrados) que pasan por cada una de las poleas 1816¢, 1816d de
accionamiento y los imanes 1802b, 1802c. Cuando el pasador central esta fijado también a un motor, puede hacer girar
también el iman o los imanes y su polea o sus poleas de accionamiento de iman asociadas, y puede denominarse eje de
accionamiento. Sin embargo, las poleas 1816¢, 1816d de accionamiento de iman pueden girar y, con su movimiento
giratorio, las poleas 1816¢, 1816d de accionamiento de iman pueden hacer girar, o pueden ser giradas por, los imanes
1802b, 1802c.

En la Figura 18 se muestran también tornillos 1826a, 1826b de soporte que fijan las columnas 1824b de soporte (otras
columnas de soporte no se indican o no se muestran en la Figura 18) al soporte 1822 lateral y/o al soporte 1820 lateral.

La Figura 19 muestra el dispositivo NEST ejemplar de la Figura 17 y/o de la Figura 18 que tiene tres imanes 1902a,
1902b, 1902c cilindricos magnetizados diametralmente configurados para girar alrededor de sus ejes de cilindro y que
incluye un bastidor 1934 y una base 1936 para montar el dispositivo NEST. El dispositivo mostrado en la Figura 19
incluye un dispositivo NEST que tiene tres imanes 1902a, 1902b, 1902c, cada uno de los cuales tiene poleas 1916a,
1916b, 1916c, 1916d de accionamiento de iman al menos parcialmente alrededor de las cuales esta envuelta una correa
1918a, 1918b, 1918c, 1918d de accionamiento, cada una de las cuales esta envuelta también al menos parcialmente
alrededor de una polea 1914a, 1914b (no mostrada), 1914c (no mostrada), 1914d (no mostrada) de accionamiento de
tensor acoplada a un brazo 1912a, 1912b (no mostrado) tensor de un conjunto tensor. Cada conjunto tensor puede incluir
un blogue 1910a (no mostrado), 1910b tensor, y un muelle 1930a (no mostrado), 1930c tensor que coopera con al menos
uno de los soportes 1922, 1920 laterales para tensar las correas 1918a, 1918b, 1918c, 1918d de accionamiento. Los
imanes 1902a, 1902b, 1902c estan acoplados de manera giratoria a los soportes 1922, 1920 laterales, y al menos un
iman 1902a en el dispositivo mostrado esta acoplado a un eje 1904 de accionamiento que gira el iman 1902a al que esta
acoplado directamente, y mediante la cooperacién de las poleas 1916a, 1916b, 1916¢, 1916d de accionamiento de iman,
las correas 1918a, 1918b, 1918c, 1918d de accionamiento y las poleas 914a, 1914b (no mostrada), 1914c (no mostrada),
1914d (no mostrada) de accionamiento de tensor, hace girar también los otros imanes 1902b, 1902c del dispositivo NEST
de manera que todos los imanes 1902a, 1902b, 1902c giren simultaneamente.

La Figura 20 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST que tiene ocho imanes 2002a-2002h cilindricos magnetizados
diametralmente, configurados para girar alrededor de sus ejes de cilindro. Cada uno de los imanes 2002a-2002h tiene al
menos una polea 2016a-2016n de accionamiento de iman acoplada al mismo que hace girar el iman 2002a-2002h
cuando la polea 2016a-2016n de accionamiento de iman es girada por una correa 2018a-2018h que esta al menos
parcialmente envuelta alrededor de al menos una de las poleas 2016a-2016n de accionamiento de iman. En el dispositivo
mostrado, un eje 2004 de accionamiento tiene dos correas 2018d, 2018e de accionamiento envueltas al menos
parcialmente alrededor del eje 2004 de accionamiento. De esta manera, el eje 2004 de accionamiento hace girar todos los
imanes 2002a-2002h simultdneamente mediante una serie de correas 2018a-2018h de accionamiento y poleas 2016a-
2016n de accionamiento de iman, todas acopladas al eje 2004 de accionamiento.

Por ejemplo, la primera correa 2018e de accionamiento esta envuelta al menos parcialmente alrededor del eje 2004 de
accionamiento, y esta envuelta también al menos parcialmente alrededor de una primera polea 2016h de accionamiento
de iman de un primer iman 2002e. Una segunda correa 2018f de accionamiento esta envuelta al menos parcialmente
alrededor de una segunda polea 2016i de accionamiento de iman del primer iman 2002e. La segunda correa 2018f de
accionamiento esta envuelta también al menos parcialmente alrededor de una tercera polea 2016j de accionamiento de
iman del segundo iman 2002f. Una tercera correa 2018g de accionamiento esta envuelta al menos parcialmente alrededor
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de una cuarta polea 2016k de accionamiento de iman del segundo iman 2002f. La tercera correa 2018g de accionamiento
esta envuelta también al menos parcialmente alrededor de una quinta polea 2016l de accionamiento de iman de un tercer
iman 2002g. Una cuarta correa 2018h de accionamiento esta envuelta al menos parcialmente alrededor de una sexta
polea 2016m de accionamiento de iman del tercer iman 2002g. La cuarta correa 2018h de accionamiento esta envuelta
también al menos parcialmente alrededor de una séptima polea 2016n de accionamiento de iman de un cuarto iman
2002h. Por lo tanto, segun la disposicion, el movimiento de la primera correa 2018e de accionamiento acoplada al eje
2004 de accionamiento hace girar el primer iman 2002e, el segundo iman 2002f, el tercer iman 2002g y el cuarto iman
2002h simultaneamente.

De manera similar, la quinta correa 2018d de accionamiento esta envuelta al menos parcialmente alrededor del eje 2004
de accionamiento, y esta envuelta también al menos parcialmente alrededor de una octava polea 2016g de accionamiento
de iman de un quinto iman 2002d. Una sexta correa 2018c de accionamiento esta envuelta al menos parcialmente
alrededor de una novena polea 2016f de accionamiento de iman del quinto iman 2002d. La sexta correa 2018c de
accionamiento esta envuelta también al menos parcialmente alrededor de una décima polea 2016e de accionamiento de
iman del sexto iman 2002c. Una séptima correa 2018b de accionamiento esta envuelta al menos parcialmente alrededor
de una undécima polea 2016d de accionamiento de iman del sexto iman 2002c. La séptima correa 2018b de
accionamiento esta envuelta también al menos parcialmente alrededor de una duodécima polea 2016¢ de accionamiento
de iman de un séptimo iman 2002b. Una octava correa 2018a de accionamiento esta envuelta al menos parcialmente
alrededor de una decimotercera polea 2016b de accionamiento de iman del séptimo iman 2002b. La octava correa 2018a
de accionamiento esta envuelta también al menos parcialmente alrededor de una decimocuarta polea 2016a de
accionamiento de iman de un octavo iman 2002a. Por lo tanto, segun la disposicion, el movimiento de la quinta correa
2018d de accionamiento acoplada al eje 2004 de accionamiento hace girar el quinto iman 2002d, el sexto iman 2002c, el
séptimo iman 2002b y el octavo iman 2002a simultaneamente. En un caso alternativo, el eje de accionamiento tiene solo
una correa de accionamiento que acciona toda la rotacion de todos los imanes. En la Figura 20 se muestran también los
soportes 2022, 2020 laterales conectados por al menos dos columnas 2024a, 2024b de soporte. Los soportes 2020, 2022
mantienen cada uno de los imanes 2002a-2002h en su sitio con relacion a los soportes 2020, 2022 mientras permiten un
movimiento giratorio de los imanes 2002a-2002h y del eje 2004 de accionamiento que puede ser accionado, por ejemplo,
por un motor (no mostrado).

La Figura 21 muestra la rotacion del iman del dispositivo NEST ejemplar de la Figura 20 que tiene ocho imanes 2102a-
2102h cilindricos magnetizados diametralmente configurados para girar alrededor de sus ejes de cilindro. La Figura 21
muestra una vista lateral de un dispositivo NEST (que no muestra, por ejemplo, los soportes laterales), que es similar al
dispositivo mostrado en la Figura 20. En este caso, cada uno de los imanes 2102a-2102h tiene al menos dos correas de
accionamiento (por ejemplo, correas 2118a-2118h de accionamiento) acopladas al mismo que hacen girar el iman 2102a-
2102h, o que son giradas por el iman 2102a-2102h, cuando el eje 2104 de accionamiento es girado. En el dispositivo
mostrado, dos correas 2118d, 2118e de accionamiento estan envueltas al menos parcialmente alrededor del eje 2104 de
accionamiento. De esta manera, el eje 2104 de accionamiento hace girar todos los imanes 2102a-2102h
simultaneamente mediante una serie de correas 2118a-2118h de accionamiento, todas ellas acopladas al eje 2104 de
accionamiento. En este caso se muestra un ejemplo de la direccion de rotacion de los imanes 2102a-2102h (indicada
mediante flechas) que es el resultado de una rotacion en sentido horario del eje 2104 de accionamiento. Se consigue una
direccién de movimiento opuesta cuando el eje de accionamiento se hace girar en sentido anti-horario. En el caso
mostrado, la rotacién en sentido horario del eje 2104 de accionamiento hace girar todos los imanes 2102a-2102h en
sentido horario debido a la disposiciéon mostrada de la correa 2118a-2118h. Cada una de las correas 2118a-2118h
mostradas esta envuelta alrededor de dos imanes o alrededor de un iman y el eje de accionamiento.

Ejemplo 10

En casos particulares, un iman con forma de disco que estd magnetizado axialmente (los polos estan sobre las caras
superior € inferior) puede ser cortado por la mitad, una mitad puede ser girada (alineando el N de una mitad con el S de la
otra mitad) y pueden colocarse juntos. Este disco puede hacerse girar alrededor del centro del disco para obtener un
campo magnético que es uniforme a lo largo un area grande. En un caso similar, dos imanes rectangulares que tienen
polos alineados y posicionados de manera similar al disco descrito anteriormente pueden hacerse girar alrededor del
centro de los imanes rectangulares para crear un campo similarmente uniforme. Un ejemplo del iman de disco se muestra
en la Figura 22, y un ejemplo del iman rectangular similar al iman de disco se muestra en la Figura 23.

La Figura 22 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST que tiene dos imanes 2202a, 2202b de disco que giran
alrededor de un eje 2236 de rotacion comun. El dispositivo comprende dos imanes 2202a, 2202b con forma de disco que
estan magnetizados axialmente (los polos estan sobre las caras superior e inferior). El polo norte del primer iman 2202a
se alinea con el polo sur del segundo iman 2202b (alineando sus planos neutros). El dispositivo comprende ademas un
eje 2204 de accionamiento que se alinea con el centro de los imanes 2202a, 2202b de disco y, por lo tanto, con el eje
2236 de rotacion de los imanes 2202a, 2202b.
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La Figura 23 muestra una vista en despiece ordenado de un caso alternativo de un dispositivo NEST ejemplar similar al
de la Figura 22 que tiene dos imanes 2302a, 2302b rectangulares que giran alrededor de un eje 2336 de rotaciéon comun.
El dispositivo comprende dos imanes 2302a, 2302b rectangulares que estan magnetizados de manera que el polo norte
del primer iman 2302a esté orientado de manera que se aleja del eje 2304 de accionamiento, y el polo sur del primer iman
2302a esta orientado hacia el eje 2304 de accionamiento, y el polo norte del segundo iman 2302b esta orientado hacia el
eje 2304 de accionamiento, mientras que el polo sur del segundo iman 2302b esta orientado de manera que se aleja del
eje 2304 de accionamiento. De esta manera, los polos de cada uno de los imanes 2302a, 2302b estan orientados hacia la
cubierta 2352 superior y la cubierta 2350 inferior del dispositivo, pero los imanes 2302a, 2302b, tienen una polaridad
opuesta. En el caso mostrado, el primer iman 2302a se mantiene en su sitio en el dispositivo mediante un primer soporte
2344a de iman que tiene dos piezas que estan conectadas por un tornillo 2342 de tapa de soporte de iman y un pasador
2340 de soporte de iman. El primer iman 2302a esta colocado entre y al menos parcialmente dentro de las piezas del
primer soporte 2344a. De manera similar, el segundo iman 2302b se mantiene en su sitio en el dispositivo mediante un
segundo soporte 2344b de iman que tiene dos piezas que estan conectadas por un tornillo de tapa de soporte de iman (no
mostrado) y un pasador de soporte de iman (no mostrado). El segundo iman 2302b esta colocado entre, y al menos
parcialmente, dentro de las piezas del segundo soporte 2344b. Los dos soportes 2344a, 2344b estan acoplados entre si, y
pueden tener un vastago 2348 central que mantiene juntos los soportes 2344a, 2344b primero y segundo. De manera
adicional o alternativa, los soportes 2344a, 2344b pueden mantenerse juntos también mediante adhesivo 2346. El eje
2304 de accionamiento esta acoplado a los soportes 2344a, 2344b, en el caso mostrado, fijandolo al vastago 2348
central, que acopla de esta manera los imanes 2302a, 2302b al eje 2304 de accionamiento de manera que la rotacion del
eje 2304 de accionamiento haga girar también los imanes 2302a, 2302b dentro de los soportes 2344a, 2344b alrededor
del eje 2336 de rotacion. De manera alternativa y/o adicional, el eje 2304 de accionamiento puede estar acoplado a los
soportes 2344a, 2344b y a la viga 2348 central mediante adhesivo 2346. Los imanes 2302a, 2302b encerrados en los
soportes 2344a, 2344b estan alojados ademas en el interior de una cubierta 2352 superior y una cubierta 2350 inferior.
Las cubiertas 2350, 2352 estan conectadas entre si por al menos un tornillo 2354 de tapa. El eje 2304 de accionamiento
encaja a través de un orificio 2356 en al menos una de las cubiertas, por ejemplo, la cubierta 2350 inferior. Cuando la
cubierta 2350 tiene forma de disco, tal como se muestra en la Figura 23, el orificio 2356 esta situado en el centro de la
cubierta 2350 de disco, y el orificio 2356 esta configurado de manera que el eje 2304 de accionamiento pueda girar
libremente en el interior del orificio 2304, por ejemplo, con la ayuda de un cojinete que permite la rotacién del eje de
accionamiento (y, de esta manera, la rotacion del iman) con relacién a las cubiertas 2350, 2352.

Ejemplo 11

La Figura 24 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST similar a los dispositivos representados en las Figuras 22 y/o 23
que tiene dos imanes 2402a, 2402b que giran alrededor de un eje de rotacion comun aplicado a un sujeto 2406 y que
muestra la subunidad 2458 de control acoplada a un eje 2404 de accionamiento que hace girar los imanes 2402a, 2402b.
La subunidad 2458 de control puede contener un motor (no mostrado) que coopera con el eje 2404 de accionamiento
para hacer girar los imanes 2402a, 2402b.

La Figura 25 muestra un diagrama de bloques de un ejemplo de un dispositivo NEST que muestra elementos ejemplares
del dispositivo NEST y de su subunidad de control. Por ejemplo, se representa un iman 2502 que esta montado mediante
un bastidor 2534 a una base 2536. Esto permite que el iman 2502 se mantenga estacionario cuando el dispositivo trata a
un sujeto cuya cabeza puede estar posicionada cerca del iman 2502 (dentro del campo magnético producido por el iman
2502). El iman 2502 esta acoplado a la subunidad 2558 de control por un eje 2504 de accionamiento. El eje 2504 de
accionamiento puede acoplarse a un motor 2572 de la subunidad 2558 de control mediante un acoplamiento 2578. El
acoplamiento puede permitir el intercambio de diversas disposiciones de iman simplemente desacoplando el eje de
accionamiento de la subunidad de control y acoplando un dispositivo que tiene otra disposicion de imanes (tales como,
por ejemplo, las descritas en la presente memoria). El iman 2502 puede ser controlado mediante la subunidad 2558 de
control a través del motor 2572 que puede ser accionado por un accionador 2574 de motor. El accionador 2574 de motor
puede estar acoplado (directa o indirectamente) a una fuente 2576 de alimentacion. El accionador 2574 de motor, que
puede controlar, por ejemplo, la velocidad, la direccion, la aceleracion, etc., del iman 2502 a través del eje 2504 de
accionamiento, puede ser dirigido y/o supervisado por controles tales como, por ejemplo, un control 2560 de velocidad del
dispositivo, un control 2562 de activacion/desactivacion, una pantalla 2564, un control 2566 aleatorio/continuo y un control
2568 alto/bajo. Un usuario puede ajustar cada uno de estos controles, que estan acoplados a una placa 2570 de circuito
de procesador y, de esta manera, estan acoplados al accionador 2574 de motor.

De manera alternativa y/o adicional, el eje 2504 de accionamiento y/o el iman o los imanes pueden ser controlados
automaticamente en base a un tratamiento prescrito (tiempo de tratamiento, frecuencia de rotacion de los imanes, etc.)
que es descargado y/o programado en la placa 2570 de circuito de procesador desde una fuente externa o interna a la
subunidad de control, tal como se ha descrito anteriormente en la presente memoria. Los tratamientos recibidos pueden
ser almacenados por la subunidad de control. De manera adicional y/o alternativa, cuando los electrodos de EEG estan
también presentes en el dispositivo y son capaces de medir las ondas cerebrales del sujeto, el dispositivo puede ajustar el
tratamiento automaticamente mediante un sistema de bio-retroalimentacion. De manera adicional y/o alternativa, cuando
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los electrodos de EEG estan presentes en el dispositivo y son capaces de medir las ondas cerebrales del sujeto, el
tratamiento puede ser elegido en base a las lecturas de las ondas cerebrales del sujeto antes del tratamiento. De manera
adicional y/o alternativa, cuando los electrodos de EEG estan presentes en el dispositivo y son capaces de medir las
ondas cerebrales del sujeto, el tratamiento puede ser elegido automaticamente por el dispositivo en base a las lecturas de
las ondas cerebrales del sujeto antes del tratamiento y en base un conjunto de reglas almacenadas en la subunidad de
control. De manera adicional y/o alternativa, cuando los electrodos de EEG estan presentes en el dispositivo y son
capaces de medir las ondas cerebrales del sujeto, la subunidad de control es capaz de almacenar la salida de los
electrodos de EEG antes, durante y/o después del tratamiento con el dispositivo NEST. De manera adicional y/o
alternativa, cuando los electrodos de EEG estan presentes en el dispositivo y son capaces de medir las ondas cerebrales
del sujeto, la subunidad de control es capaz de transmitir la salida de los electrodos de EEG antes, durante y/o después
del tratamiento con el dispositivo NEST. Esta transmision puede ser en tiempo real (durante la medicion), o después del
almacenamiento de las salidas de los electrodos de EEG y durante una carga o una descarga desde el dispositivo NEST.

Ejemplo 12: Efecto de un dispositivo que baja la presion sanguinea

Se demostrd que el uso de un dispositivo de rTMS modificado reduce los sintomas de la fibromialgia. El paciente se quejé
de dolor generalizado crénico y sensibilidad al tacto ligero, y se le diagnosticé fibromialgia. El dispositivo NEST se us6
para ajustar una frecuencia intrinseca (de la onda alfa del paciente). Después del tratamiento, el paciente informé de una
reduccion de los sintomas de la fibromialgia.

Ejemplo 13

La Figura 26 muestra un ejemplo de un dispositivo NEST que tiene un Unico iman 2602 de barra que se mueve
linealmente a lo largo de su eje 2639 norte-sur una vez cada vez que se gira el anillo (o corona) 2619 de soporte (rotacion
mostrada mediante flechas en la Figura 26), proporcionando un campo magnético alterno de tipo impulso a la frecuencia
de rotacion. En este caso, un iman 2602 esta asegurado contra un anillo (o anulo) 2619 giratorio con un muelle 2628,
donde el anillo 2619 tiene uno o mas retenes 2629. El sujeto 2606 se muestra debajo del anillo 2619 en la Figura 26.
Cuando el anillo 2619 se hace girar, tal como se muestra con las flechas en la Figura 26, el iman 2602 sera empujado al
interior de cada retén 2629 una vez por rotacion. A medida que el anillo 2619 continta girando, el iman 2602 volvera a su
posicion original. Este empuje periédico puede generar un campo magnético pulsatil mas unipolar que el generado por un
iman giratorio. La anchura y la amplitud del impulso magnético dependen de la masa y de la intensidad del campo del
iman, asi como también de la fuerza del muelle y la profundidad del retén.

En casos alternativos, podria haber multiples retenes en el anillo. El anillo podria ser no circular. El iman podria girar
alrededor del anillo, mientras que el anillo es estacionario. Podria haber multiples imanes y un Unico retén. Podria haber
multiples imanes y multiples retenes. En lugar de un retén, el iman o los imanes podrian encontrar una cresta o multiples
crestas. El iman o los imanes podrian encontrar pendientes, en lugar de retenes o crestas afiladas. El iman podria ser
posicionado de manera que el polo norte esté mas cerca del area de tratamiento que el polo sur, o de manera que el polo
sur esté mas cerca del area de tratamiento que el polo norte (tal como se muestra en la Figura 26). En algunos casos, €l
numero de retenes es el mismo que el numero de imanes del dispositivo. En algunos casos, el nimero de retenes no es el
mismo que el nimero de imanes del dispositivo. En algunos casos, el nimero de retenes es un mdltiplo del nimero de
imanes del dispositivo. En algunos casos, el nimero de retenes no es un miltiplo del nimero de imanes del dispositivo.

En un dispositivo alternativo, el iman puede ser volteado (o girado) alrededor de un €je entre el polo norte y el polo sur
como gira un anillo similar al mostrado en la Figura 26. El iman puede girar libremente alrededor del eje entre el polo norte
y el polo sur, y el iman puede girar alrededor de un eje. El eje, en este caso, no esta acoplado a una fuente de
accionamiento. Por el contrario, el propio anillo puede accionar el volteo (giro) del iman mediante la captura de una
primera parte del iman en un primer retén y moviendo esa primera parte a medida que el anillo se mueve hasta que una
segunda parte del iman es capturada por un segundo retén del anillo que, de manera similar, mueve la segunda parte del
iman. En algunos casos, la primera parte esta asociada con un primer polo del iman, y la segunda parte esta asociada
con un segundo polo del iman. En un caso, el primer polo puede ser el polo norte del iman y el segundo polo puede ser el
polo sur del iman. En otro caso, el primer polo puede ser el polo sur del iman y el segundo polo puede ser el polo norte del
iman. Una fuente de accionamiento puede accionar el movimiento del anillo que, a su vez, acciona la rotacién del iman.
La fuente de accionamiento puede ser un motor, por ejemplo.

Ejemplo 14

Las Figuras 31 y 32 muestran los resultados de un ensayo clinico que utiliza el dispositivo NEST y los procedimientos
para el tratamiento de la depresién tal como se proporcionan en la presente memoria. Se usé un dispositivo tal como el
mostrado en la Figura 19, con imanes permanentes dispuestos tal como se muestra en la Figura 16. En el procedimiento
usado en este ensayo, un campo magnético se ajustd para influir sobre el factor Q de una frecuencia intrinseca de cada
sujeto dentro de la banda alfa. El campo magnético se aplicd cerca de la cabeza del sujeto. Se tomaron lecturas de EEG
antes de comenzar el tratamiento. Se usé un sistema Cadwell Easy 2.1 EEG para tomar una lectura de EEG de 19
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electrodos. La frecuencia intrinseca en la banda alfa (7-11 Hz) se determind usando la lectura de EEG inicial. Los
pacientes fueron colocados en uno de tres grupos: frecuencia constante, frecuencia aleatoria o simulacién, con igual
probabilidad para cada grupo. Los pacientes recibieron tratamiento todos los dias de la semana durante 30 dias. Se
tomaron lecturas de EEG después del tratamiento al menos una vez por semana. Si el paciente estaba en el grupo de
frecuencia constante, el NEST se configurd para hacer girar los imanes a la frecuencia intrinseca. Si el paciente estaba en
el grupo de frecuencia aleatoria, el NEST se configurd para hacer girar los imanes a frecuencias aleatorias entre 6 Hz y 12
Hz, cambiando las frecuencias una vez por segundo. Si el paciente estaba en el grupo simulacion, los imanes en el NEST
fueron reemplazados por cilindros de acero, sin impartir de esta manera ningin campo magnético a la cabeza del
paciente. Los pacientes en este grupo se dividieron en dos subgrupos con igual probabilidad, con un grupo en el que los
cilindros se hacian girar a la frecuencia intrinseca y con el otro grupo en el que los cilindros se hacian girar a frecuencias
aleatorias, tal como se ha indicado anteriormente. Para este ensayo clinico, dieciséis (16) sujetos recibieron tratamiento
con el dispositivo NEST. Once (11) sujetos respondieron al tratamiento (es decir, sujetos con respuesta) y cinco (5)
sujetos no respondieron al tratamiento (es decir, sujetos sin respuesta). Once (11) pacientes recibieron tratamiento con el
dispositivo simulado.

La Figura 31 muestra el cambio porcentual en la puntuacion HAMD en los sujetos tratados con el dispositivo NEST en el
transcurso de cuatro (4) semanas. Se divide entre sujetos que respondieron al tratamiento (es decir, sujetos con
respuesta) y sujetos que no respondieron al tratamiento (es decir, sujetos sin respuesta). Los sujetos con respuesta se
clasificaron como tales cuando sus puntuaciones HAMD disminuyeron en un 50% al menos en el transcurso de las cuatro
(4) semanas de tratamiento. La primera barra es la puntuacion HAMD promedio inicial. Cada barra subsiguiente
representa la puntuacion HAMD promedio al final de una semana, las semanas 1, 2, 3 y 4, de izquierda a derecha,
respectivamente.

La Figura 32 muestra el cambio porcentual en la puntuacién HAMD en sujetos que tratados con el dispositivo NEST frente
al dispositivo simulado durante el transcurso de cuatro (4) semanas, tal como se describe con referencia a la Figura 31
anterior. La linea de base no esta representada en el grafico, deberia suponerse que es 0,00. El primer punto de datos
representa el cambio promedio después de una (1) semana de tratamiento. El segundo punto de datos es el cambio
promedio después de dos (2) semanas de tratamiento. El tercer punto de datos es el cambio promedio después de tres
(3) semanas de tratamiento. El cuarto punto de datos es el cambio promedio después de cuatro (4) semanas de
tratamiento. La linea superior representa la puntuacion HAMD promedio para los sujetos tratados con el dispositivo NEST,
mientras que la linea inferior representa la puntuacion HAMD promedio para los sujetos tratados con el dispositivo
simulado.

Ejemplo 15

La Figura 33 muestra los resultados de un ensayo clinico que utiliza el dispositivo NEST para el tratamiento de la
ansiedad. Este ensayo implico dos (2) pacientes (sujetos). Ambos pacientes recibieron tratamiento con el dispositivo
NEST tal como se muestra en la Figura 19, con imanes permanentes dispuestos tal como se muestra en la Figura 16. En
el procedimiento usado para estos pacientes, se configuré un campo magnético para influir sobre el factor Q de una
frecuencia intrinseca de cada sujeto dentro de la banda alfa. El campo magnético se aplicé cerca de la cabeza del sujeto.
Se tomaron lecturas de EEG antes de comenzar el tratamiento. Se us6 un sistema Cadwell Easy 2.1 EEG para tomar una
lectura de EEG de 19 electrodos. La frecuencia intrinseca en la banda alfa (7-11 Hz) se determiné usando la lectura de
EEG inicial. Ambos pacientes fueron tratados con una frecuencia constante, donde para cada paciente el NEST se
configuré para hacer girar los imanes a la frecuencia intrinseca detectada para ese paciente. Los pacientes recibieron
tratamiento todos los dias de la semana durante 30 dias. Se tomaron lecturas de EEG después del tratamiento al menos
una vez por semana. El primer punto de datos es la puntuacion HAMA inicial. El segundo punto de datos para cada linea
representa la puntuacion HAMA después de una (1) semana de tratamiento para cada paciente. El tercer punto de datos
para cada linea representa la puntuacion HAMA después de dos (2) semanas de tratamiento para cada paciente. El
cuarto punto de datos para cada linea representa la puntuacion HAMA después de cuatro (4) semanas de tratamiento
para cada paciente.

Las diversas funciones o procedimientos descritos en la presente memoria (tales como, por ejemplo, no limitativo, una
légica que realiza una funcién o un procedimiento) pueden describirse como datos y/o instrucciones materializados en
diversos medios legibles por ordenador, en términos de su comportamiento, transferencia de registros, componente
légico, transistor, geometrias de disefio y/u otras caracteristicas. La légica descrita en la presente memoria puede
comprender software, hardware o una combinacién de software y hardware. La légica descrita en la presente memoria
puede comprender medios legibles por ordenador. Los medios legibles por ordenador en los que pueden materializarse
dichos datos y/o instrucciones formateados incluyen, pero se limitan a, medios de almacenamiento no volatiles en
diversas formas (por ejemplo, medios de almacenamiento 6pticos, magnéticos o semiconductores) y ondas portadoras
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que pueden ser usadas para transferir dichos datos y/o instrucciones formateados a través de medios de sefalizacion
inalambricos, opticos o cableados o cualquier combinacion de los mismos. Los ejemplos de transferencias de dichos
datos y/o instrucciones formateados por ondas portadoras incluyen, pero no se limitan a, transferencias (cargas,
descargas, correo electronico) a través de Internet y/u otras redes de ordenadores a través de uno o mas protocolos de
transferencia de datos (por ejemplo, HTTP, FTP, SMTP). Cuando son recibidos en el interior de un sistema informatico a
través de uno o mas medios legibles por ordenador, dichos datos y/o expresiones de componentes basados en
instrucciones y/o procedimientos bajo el ICS pueden ser procesados por una entidad de procesamiento (por ejemplo, uno
0 mas procesadores) en el interior del sistema informatico junto con la ejecucion de uno o mas programas informaticos.

A menos que el contexto requiera claramente lo contrario, a lo largo de la descripcion y de las reivindicaciones, las
palabras "comprende”, "que comprende” y similares deben interpretarse con un sentido inclusivo en lugar de con un
sentido exclusivo o exhaustivo; es decir, en un sentido de "que incluye, pero no se limita a.

Las descripciones anteriores de los casos ilustrados del sistema, de los procedimientos o de los dispositivos no pretenden
ser exhaustivas o estar limitadas a la forma precisa descrita. Aunque en la presente memoria se han descrito casos
especificos y ejemplos del sistema, de los procedimientos o de los dispositivos con propositos ilustrativos, son posibles
diversas modificaciones equivalentes, tal como reconoceran las personas con conocimientos en la técnica relevante. Las
ensefanzas del sistema, de los procedimientos o de los dispositivos proporcionados en la presente memoria pueden ser
aplicadas a otros sistemas, procedimientos o dispositivos de procesamiento, no solo para los sistemas, los
procedimientos o los dispositivos descritos.

Pueden realizarse cambios en el sistema a la luz de la descripcién detallada anterior.

En general, los términos usados no deberian interpretarse como limitaciones del sistema, de los procedimientos o de los
dispositivos a los casos especificos descritos en la memoria descriptiva y las reivindicaciones, sino que deberian
interpretarse como que incluyen todos los sistemas de procesamiento que operan segun las reivindicaciones. La invencion
esta definida por las reivindicaciones.

Aunque solo un aspecto del sistema, de los procedimientos o de los dispositivos se indica como proporcionado en unos
medios legibles por maquina, otros aspectos pueden ser proporcionados de manera similar en unos medios legible por
maquina.

Aunque en la presente memoria se han mostrado y descrito dispositivos preferidos, sera evidente para las personas con
conocimientos en la técnica que dichas realizaciones se proporcionan solo a modo de ejemplo.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo (88) para aplicar un campo magnético variable a una parte del cuerpo de un sujeto (6; 2806)
humano, en el que el dispositivo comprende:

una superficie (2899) de tratamiento para la aplicacion a la parte de cuerpo del sujeto humano;
imanes (2a, 2b, 2802a, 2802b) permanentes primero y segundo; y

una subunidad (58) acoplada a los imanes (2a, 2b; 2802a, 2802b) permanentes y operable para hacer girar los
imanes permanentes con relacion a la superficie (2899) de tratamiento,

de manera que la superficie (2899) de tratamiento esté configurada para recibir al menos una parte de una
cabeza del sujeto humano, cada iman permanente es un iman cilindrico magnetizado diametralmente
configurado para la rotacién alrededor de un eje (36a, 36b) de cilindro respectivo que es sustancialmente
paralelo a una parte de la superficie de tratamiento mas cercana a ese iman permanente y diferente del eje del
otro iman permanente, de manera los ejes sean paralelos, caracterizado por que la subunidad (58) esta
configurada para hacer girar los imanes permanentes a la misma frecuencia pero fuera de fase, con una
diferencia de fase controlable.

2. Dispositivo segun la reivindicaciéon 1, en el que la intensidad de campo de los imanes (2a, 2b, 2802a, 2802b)
permanentes es de aproximadamente 1 x 10° T a aproximadamente 4 T, de aproximadamente 1 x 10° T a
aproximadamente 2 T, o de aproximadamente 3 x 10°Ta aproximadamente 1 T.

3. Dispositivo segun la reivindicacion 1 o 2, en el que la subunidad (58) comprende:
a) un motor (72a, 72b; 2572);
b) una fuente (2576) de alimentacion capaz de energizar el motor (72a, 72b; 2572), y

c) un elemento (4a, 4b; 2504) giratorio acoplado al motor (72a, 72b; 2572) y acoplado a los imanes (2a, 2b;
2802a, 2802b) permanentes.

4. Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 que comprende ademas una légica que esta
configurada para controlar

una frecuencia de rotacion de los imanes (2a, 2b; 2802a, 2802b) permanentes para que sea cualquier
frecuencia entre aproximadamente 2 Hz y aproximadamente 50 Hz, opcionalmente entre aproximadamente 2
Hz y aproximadamente 20 Hz, en incrementos de aproximadamente 0,1 Hz.

5. Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que la superficie (2899) de tratamiento es
proporcionada por un casco para la cabeza de un sujeto.

6. Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el primer iman (2802a) permanente tiene
una primera orientacion de rotacién con relacién a una primera parte de la superficie (2899) de tratamiento mas
cercana al primer iman permanente y el segundo iman (2802b) permanente tiene una segunda orientacion de
rotacion con relaciéon a una segunda parte de la superficie (2899) de tratamiento mas cercana al segundo iman
permanente.

7. Dispositivo segun la reivindicacion 6, en el que la primera orientacion de rotacién con relacién a la primera parte
de la superficie (2899) de tratamiento es aproximadamente igual a la segunda orientacion de rotacion con relacion
a la segunda parte de la superficie (2899) de tratamiento.

8. Dispositivo segun la reivindicacion 1, que comprende ademas un tercer iman (2802c) permanente.

9. Dispositivo segun la reivindicacion 8, en el que la subunidad (58) esta acoplada al tercer iman (2802c)
permanente y es operable para hacer girar el tercer iman permanente con relacion a la superficie (2899) de
tratamiento.

10. Dispositivo segun la reivindicacion 8, en el que el tercer iman (2802c) permanente esta configurado para la
rotacion alrededor de un eje que es sustancialmente paralelo a la parte de la superficie (2899) de tratamiento mas
cercana al tercer iman permanente y diferente de los de los otros imanes permanentes.

11. Dispositivo segun la reivindicacion 8, en el que la subunidad es operable para hacer girar el tercer iman (2802c)
permanente a la misma frecuencia que los otros imanes permanentes.
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12. Dispositivo segun la reivindicacion 4, que comprende ademas un control (86) operable para permitir la
recopilacion de informacion de EEG del sujeto (6; 2806) humano.

13. Dispositivo segun la reivindicacion 12, en el que la logica esta configurada para controlar la frecuencia de
rotacion de los imanes (2a, 2b, 2802a, 2802b) permanentes en respuesta a la informacion de EEG introducida por
el usuario en el control (86).

14. Dispositivo segun la reivindicacion 4, en el que la légica esta configurada para calcular o cargar informacion del
sujeto (6; 2806) humano, en el que dicha informacion comprende al menos uno de entre: (a) una frecuencia
intrinseca dentro de una banda de EEG especificada; y (b) un factor Q de la frecuencia intrinseca dentro de la
banda de EEG especificada.

15. Dispositivo segun la reivindicacion 14, en el que la logica esta configurada para controlar la frecuencia de
rotacion de los imanes (2a, 2b, 2802a, 2802b) permanentes de manera que sea:

1) menor que la frecuencia intrinseca del sujeto humano dentro de la banda de EEG especificada si la
frecuencia intrinseca dentro de la banda de EEG especificada es mayor que una frecuencia objetivo, o

2) mayor que la frecuencia intrinseca del sujeto humano dentro de la banda de EEG especificada si la
frecuencia intrinseca dentro de la banda de EEG especificada es menor que la frecuencia objetivo.

16. Dispositivo segun la reivindicacion 14 o 15, en el que la banda de EEG especificada es una banda alfa o una
banda beta.

17. Dispositivo segun la reivindicacion 4, en el que la légica permite a un usuario establecer la duraciéon de un
tratamiento antes de dicho tratamiento.
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Puntuacion HAMD-17
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Cambio en HAMD-17 (%)
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